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“SISTEMA DE TRANSMISSAO RADIO E DISPOSITIVO ELETRONICO”
FUNDAMENTOS DA INVENCAO
1. Campo da Invengéo

A presente invengdo relaciona-se a um sistema de transmisséo
rédio, e um dispositivo eletronico, e particularmente a um mecanismo de
transmissdo de sinal entre dispositivos eletrénicos quando um dispositivo
eletronico ¢ montado no outro dispositivo eletronico (em um lado de unidade
principal, por exemplo).
2. Descrigdo da Técnica Relacionada

Por exemplo, transmissdo de sinal pode ser feita em um estado
de um dispositivo eletrénico sendo montado em um outro dispositivo
eletronico. Por exemplo, um dispositivo de processamento de informacgéo do
tipo cartdo tipificado por um assim chamado cartdo IC ou cartdo de memoria
incluindo uma unidade de processamento central (CPU), um dispositivo de
armazenagem ndo volatil (por exemplo, uma meméria flash) e similar podem
ser montados (destacdveis) em um dispositivo eletrénico em um lado de
unidade principal (ver Patentes em Aberto JP 2001-195553 e 2007-299338
(posteriormente referida como Documentos de Patente 1 e 2)). O dispositivo
de processamento de informagfio tipo cartdo como um exemplo de um
(primeiro) dispositivo eletronico, sera posteriormente referido como também
um “dispositivo do tipo cartdo”. O outro (segundo) dispositivo eletrdnico no
lado da unidade principal posteriormente serd também referido simplesmente
como um dispositivo eletronico.

Montar o dispositivo tipo cartio no dispositivo eletrénico no
lado da unidade principal, prové vantagens de retirar dados, aumentar a
capacitincia de armazenagem e adicionar fungdes, por exemplo.

Neste caso, quando uma conexdo elétrica é estabelecida entre
o dispositivo eletronico e o dispositivo tipo cartdo, a conexdo elétrica € obtida

montando o dispositivo tipo cartdo no dispositivo eletrénico, via um conector
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(meio de conex@o elétrica) em um mecanismo da técnica relacionada. Por
exemplo, no sentido de estabelecer uma conex&o de interface elétrica com um
cartdo de memoria, uma parte de terminal é provida ao cartdo de memoria, € o
dispositivo eletronico € provido de uma estrutura de ranhuras (um exemplo de
uma estrutura de ajuste). O cartio de memoria é inserido na estrutura de
ranhuras do dispositivo eletronico para trazer as partes terminais em contato
uma com a outra. Esta é uma idéia para prover uma interface de sinal por
fiagdio elétrica. Incidentalmente, a estrutura de ranhuras também tem uma
fungdo de meio de fixa¢do do cartdo de memodria.

Geralmente, ha padrdes para formas de estojos e a interface de
sinal incluindo a parte terminal e a estrutura de ranhuras e uma interface
elétrica e mecénica entre a parte terminal e a estrutura de ranhuras ¢é definida
de acordo com os padrdes.

Por exemplo, o Documento de Patente 1 (paragrafo 19, Figuras
2 a 5) mostra que uma interface de cartdo 21f € provida dentro de um
controlador L.SI 21, e que a interface de cartdo 21f € conectada a um
dispositivo eletroénico via diversos pinos de sinal (correspondendo a parte
terminal).

Em adi¢éo, o Documento de Patente 2 (paragrafo 42, Figuras
1, 3, 5 e similares) mostra que € provido um terminal de conexdo externa 24
(correspondendo a parte terminal) conectado através de uma via condutora a
uma configuragdo com fio para conex8o a um dispositivo externo
(correspondendo ao dispositivo eletrdnico) a uma posi¢do determinada de um
invélucro padronizado 19.

SUMARIO DA INVENCAO

Entretanto, a transmissdo de sinal entre o dispositivo eletrénico
e o dispositivo tipo cartfio pelo contato elétrico (isto é, fiagdo elétrica) via
parte terminal da estrutura de ranhura tem os seguintes problemas.

1) A velocidade de transmissdo e capacidade de transmissdo da
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transmissdo de sinal pela fiacdo elétrica sdo limitadas. Por exemplo, LVDS
(Sinalizagdo Diferencial de Baixa Tensdo) é conhecida como o método para
obter uma transmisséo de sinal de alta velocidade por fiagdo elétrica, e aplicar
o mecanismo de LVDS ¢é considerado. Entretanto, aumentos adicionais
recentes na capacidade e velocidade de dados de transmissdo envolvem
problemas tais como um aumento no consumo de poténcia, um aumento no
efeito da distor¢cdo de sinal devida a reflexdo e similar, e um aumento na
radiag8o espuria. Por exemplo, LVDS esta alcangando um limite em um caso
de transmissio de alta velocidade (tempo real) de sinais de video (incluindo
sinais de captagéo de imagem) e sinais de imagens de computador e similares
dentro de um dispositivo.

2) No sentido de conviver com o problema de aumentar a
velocidade dos dados de transmisséo, a velocidade de transmissdo por linha
de sinal pode ser diminuida, aumentando o nimero de pegas de fiagdo e entdo
obtendo uma paralelizacdo de sinal. Entretanto, esta medida conduz a um
aumento dos terminais de entrada e saida, o que resulta em deficiéncias tais
como complicagdo de uma placa impressa e fiagdo de cabo, e um aumento no
tamanho de chip semicondutor.

3) Quando fiagdo elétrica é usada, a fiagdo torna-se uma
antena, e causa um problema de interferéncia de campo eletromagnético. No
sentido de tomar medidas contra o problema, a configuragdo do dispositivo
eletrGnico e o dispositivo tipo cartfo € complicada. Quando a fiagdo € roteada
para dados de alta velocidade e alta capacidade, a interferéncia de campo
eletromagnético torna-se um problema notavel. Em adigfo, quando terminais
sdo tornados descobertos no dispositivo tipo cartio, ha um problema de
ruptura eletrostatica.

Entdo, a transmissdo de sinais do dispositivo eletrénico e do
dispositivo tipo cartdo por fiagdo elétrica tem dificuldades ainda a serem

resolvidas.
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Enquanto problemas na fransmissdo de sinal usando fiacdo
elétrica entre o dispositivo tipo cartdo e o dispositivo eletrénico no lado da
unidade principal foram descritos acima, estes problemas nfo estdo limitados
a relag@io com o dispositivo tipo cartdo. O mesmo € verdadeiro para casos em
que a transmissdo de sinal é feita usando fia¢do elétrica entre dois dispositivos
eletronicos, quando um dispositivo eletrénico é montado no outro dispositivo
eletronico.

A presente invencdo foi feita A vista das situagdes acima.
desejavel prover um novo mecanismo que habilita a transmissdo de sinais
desejados para ter uma caracteristica de alta velocidade ¢ uma caracteristica
de alta capacidade tais como sinais de video e sinais de imagens de
computador, sem usar fiagdo elétrica, enquanto resolve pelo menos um dos
problemas descritos acima de 1) a 3) em um caso onde a transmiss@o de sinal
¢ feita em um estado de um dispositivo eletrénico sendo montado em um
outro dispositivo eletronico.

Em um modo da presente invengéo, um sistema de transmissao
radio é formado por um primeiro dispositivo eletrnico e um segundo
dispositivo eletrdnico. Entre os dois dispositivos eletrénicos em um estado do
primeiro dispositivo eletrénico sendo montado em uma estrutura de
montagem do segundo dispositivo eletronico (ou em um estado dos dois
dispositivos eletrénicos sendo dispostos a uma distancia relativamente curta
uma da outra), um sinal como um objeto para transmisséo € convertido em um
sinal de onda milimétrica, e entdo o sinal de onda milimétrica € transmitido
via uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica. “Transmissdo
radio” na presente invengdio significa transmissdo de um sinal como um
objeto para transmissdo por uma onda milimétrica ao invés de fiagdo elétrica.

Em cada um dentre o primeiro dispositivo eletrdnico € o
segundo dispositivo eletrénico, uma se¢do de transmissfio e uma segdo de

recepgdo sdo dispostas de modo a serem combinadas em um par com a linha
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de transmiss@io de sinal de onda milimétrica interposta entre a se¢fio de
transmissdo e a se¢do de recepgdo. A transmissdo de sinal entre os dois
dispositivos eletronicos pode ser transmissdo de sinal unidirecional (uma
direc¢do) ou transmissdo de sinal bidirecional.

Por exemplo, quando o primeiro dispositivo eletronico esta em
um lado de transmissgo e o segundo dispositivo eletrdnico esta em um lado de
recepgdo, uma se¢do de transmissdo € disposta no primeiro dispositivo
eletronico, ¢ uma secdo de recepcio € disposta no segundo dispositivo
eletronico. Quando o segundo dispositivo eletrdnico estd em um lado de
transmissdo e o primeiro dispositivo eletrénico estd em um lado de recepgio,
uma se¢do de transmissdo é disposta no segundo dispositivo eletrdnico, e uma
secdo de recepcdo € disposta no primeiro dispositivo eletronico.

Suponha que a se¢éo de transmissdo, por exemplo, inclui uma
secdo de geragio de sinal (se¢dio de conversdio de sinal para converter um
sinal elétrico como um objeto para transmissdo em um sinal de onda
milimétrica) no lado de transmissfo para submeter o sinal como objeto para
transmisséo a processamento de sinal e gerar o sinal de onda milimétrica e
uma secdo de acoﬁlamento de sinal no lado de transmissdo para acoplar o
sinal de onda milimétrica gerado pela se¢fio de geracdo de sinal no lado de
transmissdo a uma linha de transmissdo (linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica) para transmitir o sinal de onda milimétrica. A se¢o de geragdo
de sinal no lado de transmissdo é preferivelmente integrada como uma parte
funcional para gerar o sinal do objeto de transmiss3o.

Por exemplo, a seg¢do de geragdo de sinal no lado de
transmissdo tem um circuito de modulagdo. O circuito de modulagdo modula
o sinal objeto de transmissdo. A secdo de geracdo de sinal no lado de
transmissdo gera o sinal de onda milimétrica convertendo em freqiiéncia o
sinal, ap6s ser modulado pelo circuito de modulagdo. Em principio, o sinal

objeto de transmissdo pode ser diretamente convertido no sinal de onda
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milimétrica. A se¢do de acoplamento de sinal no lado de transmisséo fornece
o sinal de onda milimétrica gerado pela se¢do de geragdo de sinal no lado de
transmissdo a linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica.

Por outro lado, suponha que a se¢do de recepg¢do inclui, por
exemplo, uma secdo de acoplamento de sinal no lado de recepcéo, para
receber o sinal de onda milimétrica transmitido via linha de transmissdo de
sinal de onda milimétrica e uma secdo de geragdo de sinal no lado de
recepcdo, para submeter o sinal de onda milimétrica (sinal de entrada)
recebido pela secfio de acoplamento de sinal no lado de recep¢do a
prdcessamento de sinal e gerar um sinal elétrico ordinario (sinal de objeto de
transmissdo) (secdo de conversdo de sinal para converter o sinal de onda
milimétrica no sinal elétrico como objeto para transmissdo). A secdo de
geragdo de sinal no lado de recepcdo ¢é preferivelmente integrada com uma
parte funcional para receber o sinal objeto de transmissdo. Por exemplo, a
secdo de geracdio de sinal no lado de recepcdo tem um circuito de
demodulagdo. Um sinal de saida é gerado convertendo em freqiiéncia o sinal
de onda milimétrica. O circuito de demodulagdo posteriormente demodula o
sinal de saida, onde o sinal objeto de transmissdo é gerado. Em principio,
conversdo direta do sinal de onda milimétrica para o sinal objeto de
transmissdo pode ser efetuada.

Isto €, ao prover uma interface de sinal entre o primeiro
dispositivo eletronico e o segundo dispositivo eletronico, o sinal objeto de
transmissdo é transmitido de uma maneira sem contato pelo sinal de onda
milimétrica (nfo transmitido por fiagdo elétrica). Preferivelmente, pelo menos
transmissdo de sinal (transmissdo de sinal requerida a ser efetuada a alta
velocidade em particular) € efetuada de uma maneira sem contato por uma
interface de comunicagdo usando o sinal de onda milimétrica.
Abreviadamente, a transmissdo de sinal executada por contato elétrico (fiagdo

elétrica) via uma estrutura de montagem entre o primeiro dispositivo
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eletrénico e o segundo dispositivo eletronico, é efetuada pelo sinal de onda
milimétrica. Efetuando transmissdo de sinal na faixa de onda milimétrica, é
possivel obter transmissdo de sinal de alta velocidade da ordem de Gbps,
limitar uma faixa coberta pelo sinal de onda milimétrica (razes para isto
serdo descritas nas realizagdes) e obter efeitos devido a esta natureza.

Objetos ndo requeridos a serem transmitidos em alta
velocidade também podem ser transmitidos de uma maneira sem contato (sem
contato) por uma interface de comunica¢do usando o sinal de onda
milimétrica. Preferivelmente, a poténcia a ser usada no lado do primeiro
dispositivo eletrénico € transmitida por radio. Um sistema de indugéo
eletromagnético, um sistema de recep¢do de onda radio e um sistema de
ressondncia, por exemplo, pode ser adotado para transmissio de poténcia por
radio. Entretanto, quando o deslocamento de posi¢do, interferéncia com
circuitos existentes, eficiéncia e similares s8o considerados, o sistema de
ressondncia (especialmente um sistema usando um fenémeno de ressonancia
de campo magnético) é preferivelmente adotado.

Neste caso, ¢ suficiente que cada secdo de acoplamento de
sinal permita que o primeiro dispositivo eletronico e o segundo dispositivo
eletronico transmitam sinais de onda milimétrica via linha de transmisséo de
sinal de onda milimétrica. Por exemplo, cada se¢fio de acoplamento de sinal
pode ter uma estrutura de antena (se¢fio de acoplamento de antena) ou pode
obter acoplamento sem ter uma estrutura de antena.

A “linha de transmissfio de sinal de onda milimétrica para
transmitir o sinal de onda milimétrica” pode ser o ar (assim chamado espago
livre), mas preferivelmente tem uma estrutura que transmite o sinal de onda
milimétrica enquanto confina o sinal de onda milimétrica na linha de
transmissdo. Usando ativamente a natureza, o roteamento da linha de
transmissdo do sinal de onda milimétrica pode ser determinado

arbitrariamente como por fiagdo elétrica. A linha de transmissfio do sinal de
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onda milimétrica é preferivelmente, por exemplo, uma linha de transmissdo
de sinal de onda milimétrica formada por um material dielétrico capaz de
transmissdo de sinal de onda milimétrica (cuja linha de transmissdo serd
referida como um linha de transmissio dielétrica ou uma linha de transmisséo
intra-dielétrica de onda milimétrica, ou um guia de onda oco formando uma
linha de transmissdo e provido de um material de blindagem para suprimir
radiagdo externa do sinal de onda milimétrica, o interior do material de
blindagem sendo oco.

Incidentalmente, no caso do ar (assim chamado espago livre)
cada seco de acoplamento de sinal emprega uma estrutura de antena, e efetua
transmissdo de sinal em um espago para uma distancia curta pela estrutura de
antena. Por outro lado, quando a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica é formada por um material dielétrico, cada secdo de acoplamento
de sinal pode empregar uma estrutura de antena, porém isto no é essencial. A
constitui¢do de cada se¢fo de acoplamento de sinal e da linha de transmissédo
de sinal de onda milimétrica é preferivelmente aplicada a estrutura de
montagem provida ao segundo dispositivo eletronico a ser montado com o
primeiro dispositivo eletronico. Por exemplo, dependendo de alguns padrées,
a forma, posicéo e similar da estrutura de montagem sfo padronizados. Neste
caso, a constituicdo de cada se¢do de acoplamento de sinal e da linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica é aplicada a parte da estrutura de
montagem, por meio da qual a compatibilidade com um primeiro dispositivo
eletrénico existente (por exemplo, um dispositivo tipo cartfio) ¢ assegurada
(assegurada).

De acordo com um modo da presente invengdo, quando a
transmissdo de sinal é feita em um estado de um primeiro dispositivo
eletrénico sendo montado em um segundo dispositivo eletrénico, uma
interface de sinal com uma velocidade de transmissfio e uma capacidade de

transmissdo que sfo dificeis de obter por fiagdo elétrica, pode ser realizada.
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Naquele caso, a forma do invélucro e estrutura ndo sdo complicadas porque
muitas pe¢as de fiacdo como no caso de estabelecer conexdo por fiagdo
elétrica ndo sfo requeridas. Em adi¢fo, como a faixa da onda milimétrica é
usada, a transmissdo de sinal pode ser feita sem usar fiacdo elétrica, e
nenhuma perturbacdo é causada a outra fiagio elétrica dentro dos dispositivos.

Uma interface de sinal entre o primeiro dispositivo eletronico e
o segundo dispositivo eletrénico pode ser construida pelo sinal de onda
milimétrica unidirecionalmente ou bidirecionalmente com uma constituicdo
simples e ndo dispendiosa, dependendo de um condutor possuindo um grande
nimero de terminais ou fiagdo de sinal.

BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

Figura 1 é um diagrama de auxilio a explicacdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
primeira realizagdo a partir de um aspecto de configuragéo funcional;

Figuras 2A a 2C sdo diagramas de auxilio & explicagdo da
multiplexagcdo de sinal no sistema de transmissdo radio de acordo com a
primeira realizac&o;

Figura 3 ¢ um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmiss@o de sinal de acordo com um
exemplo comparativo a partir de um aspecto de configuragdo funcional;

Figuras 4A a 4C séo diagramas de auxilio a explicacdo de uma
linha geral de um cartdo de memoria aplicado ao sistema de transmissdo de
sinal de acordo com o exemplo comparativo;

Figura 5 ¢ um diagrama de auxilio a explicacdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo rddio de acordo com uma
segunda realizaggo a partir de um aspecto de configuragdo funcional;

Figura 6 ¢ um diagrama de auxilio a explicacdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma

terceira realiza¢do a partir de um aspecto de configurag@o funcional;
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Figura 7 ¢ um diagrama de auxilio & explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
quarta realizagfo a partir de um aspecto de configuragdo funcional;

Figura 8 ¢ um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
quinta realizagdo a partir de um aspecto de configuragdo funcional;

Figuras 9A e 9B sdo diagramas de auxilio a explicagdo de
condi¢des adequadas para multiplexacdo de divisdo de espago;

Figura 10 é um diagrama de auxilio a explicacdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmisséo radio de acordo com uma
sexta realizac¢8o a partir de um aspecto de configuracdo funcional;

Figura 11 é um diagrama de auxilio a explica¢do de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
sétima realizag8o a partir de um aspecto de configuragéo funcional;

Figuras 12A a 12C sdo diagramas de auxilio a explicagédo de
um primeiro exemplo de uma estrutura de transmisséo de onda milimétrica de
acordo com uma presente realizagdo;

Figuras 13A a 13C sfio diagramas de auxilio a explicagdo de
um segundo exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com a presente realizagdo;

Figuras 14A a 14C sfo diagramas de auxilio & explicagdo de
um terceiro exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com a presente realizagio;

Figuras 15A a 15C sdo diagramas de auxilio a explicagdo de
um quarto exemplo da estrutura de transmiss@o de onda milimétrica de acordo
com a presente realizagéo;

Figuras 16A a 16C sdo diagramas de auxilio a explicagéo de

um quinto exemplo da estrutura de transmisséo de onda milimétrica de acordo

com a presente realizacéo;
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Figuras 17A a 17C s8o diagramas de auxilio a explica¢do de
um sexto exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo
com a presente realiza¢io;

Figuras 18A a 18C s&o diagramas de auxilio a explicagdo de
um sétimo exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com a presente realizagéo;

Figuras 19A a 19C s#o diagramas de auxilio a explicagdo de
um oitavo exemplo da estrutura de transmiss&o de onda milimétrica de acordo
com a presente realizaco; e

Figuras 20A a 20C sfo diagramas de auxilio & explicagdo de
um nono exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo
com a presente realizagdo.

DESCRICAO DETALHADA DAS REALIZACOES PREFERIDAS

RealizagSes preferidas da presente invengdo serdo
posteriormente descritas em detalhe com referéncia aos desenhos. Quando
cada elemento funcional é distinguido pela realizagdo, cada elemento
funcional sera identificado por uma referéncia em letra maitscula em Inglés
tal como A, B, C.... Em adigfio, cada elemento funcional pode ser identificado
por uma referéncia “ @ a ser distinguida de uma maneira subdividida
conforme apropriado. Estas referéncias serdo omitidas quando a descri¢do é
feita sem fazer qualquer distingdo particular. O mesmo é verdadeiro para os
desenhos.

Sera feita a descrigdo na seguinte ordem.

1. Sistema de Transmissdo Radio: Primeira Realizacio

(Linha de Transmiss&o Dielétrica)

2. Sistema de Transmiss&o Radio: Segunda Realizac¢do

(Linha de Transmissgo de Espago Livre)

3. Sistema de Transmissdo Radio: Terceira Realizagio

(Linha de Transmissdo Dielétrica + Linha de Transmissdo de
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Espago Livre)

4. Sistema de Transmissdo Radio: Quarta Realizagdo

(Transmissdo de Onda Milimétrica de Sinal de Baixa
Velocidade)

5. Sistema de Transmiss&do Radio: Quinta Realizagéo

(Multiplexacédo por Diviséo de Espago)

6. Sistema de Transmissdo Radio: Sexta Realizagdo

(Quarta Realizacdo + Transmissdo Radio de Poténcia)

7. Sistema de Transmissdo Radio: Sétima Realizag¢do

( Quirita Realizag,ﬁo + Transmissdo Rédio de Poténcia) |

8. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Primeiro
Exemplo (Linha de Transmissdo Dielétrica)

9. Estrutura de Transmisso de Onda Milimétrica: Segundo
Exemplo (Linha de Transmissdo de Espaco Livre)

10. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Terceiro
Exemplo (Linhas de Transmissdo de Sinal de Onda Milimétrica de Diversos
Sistemas sdo Dispostas na Mesma Superficie de Placa)

11. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Quarto
Exemplo (Linhas de Transmissfo de Sinal de Onda Milimétrica de Diversos
Sistemas sdo Dispostas em Diferentes Superficies de Placa)

12. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Quinto
Exemplo (Antenas sdo Arranjadas de Maneira Deslocada)

13. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Sexto
Exemplo (Compatibilidade de forma com Cartdes Existentes)

14. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Sétimo
Exemplo (Guia de Onda Oco)

15. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Oitavo
Exemplo (Exemplo de Modificagdo de Estrutura de Montagem)

16. Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica: Nono
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Exemplo (Exemplo de Modificagéo do Dispositivo Eletronico)

<Sistema de Transmissdo Radio: Primeira Realizagdo>

Figuras 1 a 4C sdo diagramas de auxilio a explicacdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissio radio de acordo com uma
primeira realizacdo. Figura 1 é um diagrama de auxilio a explica¢do da
interface de sinal no sistema de transmissdo radio 1A de acordo com uma
primeira realizac¢fo a partir de um aspecto de configurag¢do funcional. Figuras
2A a 2C sdo diagramas de auxilio a explica¢fio da multiplexac¢do de sinal no
sistema de transmisso radio 1A de acordo com a primeira realizagdo. Figura
3 a 4C s#o diagramas de auxilio & explicacdo de um exemplo de comparagio
com a interface de sinal no sistema de transmisséo radio de acordo com a
presente realizacdo. Figura 3 ¢ um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissfo de sinal 1Z de acordo com
um exemplo comparativo a partir de um aspecto de configuragdo funcional.
Figuras 4A a 4C sdo diagramas de auxilio a explica¢do de uma linha geral de
um cartdo de memoria 201Z aplicado ao sistema de transmissdo de sinal 1Z
de acordo com o exemplo comparativo.

[Configuracdo Funcional: Primeira Realizagéo]

Conforme mostrado na Figura 1, o sistema de transmissdo
rédio 1A de acordo com a primeira realizagfo é configurado de tal modo que
um dispositivo eletronico 101A e um cartdo de memoria 201A como um
exemplo do dispositivo de processamento de informacgdo tipo cartdo sdo
acoplados um ao outro via uma linha de transmissio de sinal de onda
milimétrica 9 e efetuam transmissdo de sinal em uma faixa de onda
milimétrica. Um sinal de objeto de transmisséo ¢ convertido em freqiiéncia na
faixa de onda milimétrica adequada para transmissfo faixa larga, e entdo
transmitido. O dispositivo eletrénico 101A ¢ um exemplo de um segundo
dispositivo eletronico possuindo uma estrutura de ranhuras. O cartdo de

memoria 201 A € um exemplo de um primeiro dispositivo eletronico.
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O dispositivo eletronico 101A tem uma funcdo de ler e
escrever o cartdo de memoria 201A. O dispositivo eletronico 101A pode ser
um dispositivo de leitura e escrita de cartfio provido no dispositivo eletrénico
adequado, ou pode ser usado como um dispositivo de leitura e escrita de
cartdo em combinagdo com um dispositivo eletrdnico adequado tal como um
dispositivo digital de gravagdo e reprodugdo, um receptor de televisfo
terrestre, um telefone portatil, uma maquina de jogos e um computador. Em
adi¢do, o dispositivo eletrdnico 101 A pode ser um assim chamado adaptador
de conversdo usado quando a estrutura de ranhuras do dispositivo de leitura e
escrita de cartfio e a estrutura de conector do cartdo de memoria 201 A ndo sdo
conformes um ao outro.

A estrutura de ranhuras 4A (estrutura de montagem) entre o
dispositivo eletrdnico 101A e o cartdo de memoria 201 A é uma estrutura para
inserir e remover o cartdo de memoria 201 A dentro e a partir do dispositivo
eletronico 101A. A estrutura de ranhuras 4A tem fungdes de meio para
conectar a linha de transmisséio de sinal de onda milimétrica 9 e meios para
fixar o dispositivo eletrénico 101A e o cartdo de memoéria 201A. A estrutura
de ranhuras 4A e o cartdo de memoria 201 A possuem uma estrutura na forma
de uma projecéo e uma depressdo como uma se¢@o de defini¢dio de posicéo,
definindo um estado de montagem do cartdo de memoéria 201A por uma
estrutura de ajuste.

O dispositivo eletrénico 101A tem um chip semicondutor 103
capaz de comunicagdo na faixa de onda milimétrica. O cartdo de memoria
201A também tem um chip semicondutor 203 capaz de comunica¢do de faixa
de onda milimétrica.

Na primeira realizag@o, sinais como objetos de comunicagéo
na faixa de onda milimétrica sdo também sinais desejados para possuir uma
caracteristica de alta velocidade ¢ uma caracteristica de alta capacidade, e

outros sinais que necessitam apenas uma baixa velocidade e uma baixa
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capacidade e sinais que podem ser considerados uma corrente direta como
poténcia néo sfo ajustados como objetos para conversio em um sinal de onda
milimétrica. Para os sinais (incluindo poténcia) ndo configurados como
objetos para conversdo em um sinal de onda milimétrica, fiagdo elétrica é
drenada a partir de partes funcionais LSI 104 e 204 para terminais, € uma
conexdo elétrica € estabelecida por contato mecéanico via terminais de ambos
dispositivo eletronico 101A e cartdo de memoria 201A, como no exemplo
comparativo a ser descrito mais tarde. Incidentalmente, sinais elétricos
originais como objetos para transmissdo antes da conversdo em uma onda
milimétrica serdo referidos coletivamente como um sinal de banda base.

Sinais de dados de video de filmes, imagens de computador e
similares, por exemplo, correspondem a dados ajustados como objetos para
conversdo em um sinal de onda milimétrica e desejados para apresentar uma
caracteristica de alta vé e uma caracteristica de alta capacidade. Um sistema
de transmissdo de onda milimétrica € construido convertendo tais dados em
um sinal na faixa de onda milimétrica, cuja freqiiéncia de portadora é 30 Ghz
a 300 Ghz e transmitindo o sinal a alta velocidade. O dispositivo eletrdnico
101A funcionando como uma unidade principal inclui, por exemplo, um
dispositivo de gravagdo e reproducdo digital, um receptor de televisdo
terrestre, um telefone portatil, uma mdquina de jogos, um computador, um
dispositivo de comunicag¢éo e similares.

[Dispositivo Eletrdnico]

O dispositivo eletronico 101 A possui o chip semicondutor 103
capaz de comunicagdo na faixa de onda milimétrica e uma sec¢do de
acoplamento de linha de transmissdo 108 montada em uma placa 102. O chip
semicondutor 103 é um sistema LSI (Circuito Integrado em Larga Escala)
formado pela integracdo de uma parte funcional LSI 104 e uma parte de
geracdo de sinal 107 (sec@o de geracdo de sinal de onda milimétrica). Embora

ndo mostrado na figura, pode ser feita uma configuracdo na qual a parte
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funcional LSI 104 e a parte de geracfio de sinal 107 ndo sdo integradas.
Quando a parte funcional LSI 104 e a parte de geragdo de sinal 107 sdo
separadas uma da outra, existe o medo de um problema causado pela
transmissdo de sinal entre a parte funcional LSI 104 e a parte de geracéo de
sinal 107 por fiacdo elétrica. A parte funcional LSI 104 e a parte de geragdo
de sinal 107 sdo entfo desejavelmente formadas integralmente uma com a
outra.

A parte funcional LSI 104 possui uma segdo funcional de
aplica¢do 105 e uma sec¢do de controle de cartdo de memoria 106. A parte de
geracdo de sinal 107 e a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108
sdo configuradas para ter bidirecionalidade de dados. A parte de geracdo de
sinal 107 ¢ entdo provida de uma segdo de geragdo de sinal em um lado de
transmissdo e uma secdo de geragdo de sinal em um lado de recepgdo.
Enquanto a segfo de acoplamento de linha de transmiss@o 108 pode ter partes
separadas no lado de transmissédo e lado de recepgdo, suponha que neste caso
a secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 é compartilhada para
ambas transmissdo e recepgao.

Incidentalmente, “comunicagfio bidirecional” na primeira
realizagio € transmissdo bidirecional de nicleo hGnico onde a linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 como um canal de transmissdo de
onda milimétrica é um sistema (um nucleo). No sentido de realizar isto, um
sistema semi duplex ao qual € aplicada multiplexagdo por divisdo no tempo
(TDD: Duplex por Divisio no Tempo), multiplexagdo por divisdo em
freqiiéncia (FDD: Duplex por Divisdo em Freqiiéncia: Figuras 2A a 2C),
multiplexagdo por divisdo de c6digo ou similar é aplicada.

No caso de multiplexagdo por divisdo no tempo, separagdo da
transmisso e recepgido € executada em uma base de divisdo no tempo, e entdo
“simultaneidade” de comunicagdo bidirecional (transmissdo bidirecional

simultinea de ntcleo Unico)” na qual transmissdo de sinal a partir do
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dispositivo eletrénico 101 para o cartdo de memoria 201 e transmissdo de
sinal do cartdo de memoria 201 para o dispositivo eletrénico 101 s@o
efetuadas simultaneamente nfo € obtida. Transmissdo bidirecional simultdnea
de nucleo Unico € obtida por multiplexacdo por divisdo em freqiiéncia ou
multiplexacdo por divisdo de codigo.

Como a multiplexagdo por divisdo em freqiiéncia usa
diferentes freqiiéncias para transmissdo e recepgdo conforme mostrado na
Figura 2A, a largura de faixa de transmissdo da linha de transmissdo de sinal
de onda milimétrica 9 necessita ser alargada.

Ao invés de montar o chip semicondutor 103 diretamente na
placa 102, um pacote semicondutor formado pela montagem do chip
semicondutor 103 em uma placa da interposi¢do e moldando o chip
semicondutor 103 por resina (por exemplo, resina epdxi) pode ser montado na
placa 102. Isto é, a placa de interposicdo forma uma placa para montagem de
chip, e o chip semicondutor 103 é disposto na placa de interposigio. E
suficiente usar um elemento de folha formado combinando, por exemplo, uma
resina endurecida termicamente possuindo uma constante dielétrica relativa
em uma certa faixa (certa de 2 a 10) e uma folha de cobre como a placa de
interposicéo.

O chip semicondutor 103 é conectado a se¢do de acoplamento
de linha de transmissdo 108. Por exemplo, uma estrutura de antena incluindo
uma se¢do de acoplamento de antena, um terminal de antena, uma linha de
micro tiras, uma antena e similares € aplicada a secdo de acoplamento de linha
de transmissdo 108. Incidentalmente, a se¢do de acoplamento de linha de
transmissdo 108 pode também ser incorporada no chip semicondutor 103,
aplicando uma técnica de formar uma antena diretamente em um chip.

A secdo funcional de aplicagdo 105 efetua controle da
aplicagdo principal do dispositivo eletrénico 101A. A se¢do funcional de

aplicacéo 105, por exemplo, inclui um circuito para processar imagens, dados
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de audio e similares desejados para serem transmitidos ao outro dispositivo e
um circuito para processar imagens, dados de audio e similares recebidos do
outro dispositivo.

A se¢do de controle de cartio de memoria 106 efetua o
controle 16gico no cartdo de memoria 201A tais como dados de controle de
leitura e escrita, por exemplo, em resposta a uma requisi¢ao a partir da seg¢do
funcional de aplicagdo 105.

A parte de geragdo de sinal 107 (parte de conversdo de sinal
elétrico) converte dados de controle logico a partir da secdo de controle de
cartio de memoria 106 em um sinal de onda milimétrica e efetua controle de
transmissdo via linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9.

Especificamente, a parte de geragdo de sinal 107 tem uma
sec¢do de geracdo de sinal do lado de transmisséo 110 e uma secdo de geracéo
de sinal do lado de recepgdo 120. A se¢do de geragdo de sinal do lado de
transmissdo 110 e a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108
formam uma se¢do de transmissfio. A se¢do de geracdo de sinal do lado de
recepgdo 120 e a se¢do de acoplamento de linha de transmissédo 108 formam
uma se¢do de recepgio.

A seco de geracfio de sinal do lado de transmissdo 110 possui
uma se¢do de processamento de multiplexagdo 113, uma se¢do de conversdo
paralelo-serial 114, uma se¢fo de modulagdo 115, uma secdo de conversdo de
freqiiéncia 116 e uma secdo de amplificagdo 117 para submeter um sinal de
entrada a processamento de sinal e gerar um sinal de onda milimétrica.
Incidentalmente, a secdo de modulagio 115 e a secdo de conversio de
freqiéncia 116 podem ser integradas em um assim chamado sistema de
conversdo direto.

A secdo de geracdo de sinal do lado de recepcdo 120 possui
uma se¢do de amplificagdio 124, uma seg@o de converséo de freqii€ncia 125,

uma sec¢do de demodulacdo 126, uma sec¢do de conversdo serial-paralelo 127 e
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uma secdo de processamento de simplificagfio 128 para submeter um sinal
elétrico de onda milimétrica recebido pela se¢éo de acoplamento de linha de
transmissdo 108 para processamento de sinal e gerar um sinal de saida. A
secdo de conversdo de freqiiéncia 125 e se¢do de demodulagdo 126 podem ser
integradas em um assim chamado sistema de conversdo direto.

A secdo de conversdo paralelo-serial 114 e a secdo de
conversdo serial-paralelo 127 s@o providas em um caso em que o cartio de
memoria 201A é feito para especificagdes de interface paralela usando
diversos sinais de dados para transmissdo paralela. A se¢do de conversdo
paralelo-serial 114 e a se¢@o de conversdo serial-paralelo 127 sdo
desnecessarias em um caso em que o cartio de memoria 201A é feito para
especificagdes de interface serial.

Quando ha diversas (N) espécies de sinais como objetos para
comunicagdo na faixa de onda milimétrica entre sinais da se¢éo de controle de
cartdo de memoria 106, a secdo de processamento de multiplexagdo 113
integra as diversas espécies de sinais em um sinal de um sistema para efetuar
processamento de multiplexagdo tal como multiplexagdo por divisdo no
tempo, multiplexacdo por divisdo em freqliéncia, e multiplexagfo por divisdo
de codigo. No caso da primeira realizacfo, diversas espécies de sinais
desejados para apresentar uma caracteristica de alta velocidade e uma
caracteristica de alta capacidade sdo configurados como objetos para
transmissdo por uma onda milimétrica, e integrados em um sinal de um
sistema. Sinais de dados primeiramente correspondem as diversas espécies de
sinais desejados para ter uma caracteristica de alta velocidade e uma
caracteristica de alta capacidade, e entdo sinais de reldgio também
correspondem as diversas espécies de sinais desejados para ter uma
caracteristica de alta velocidade e uma caracteristica de alta capacidade.

Deve ser notado que, no caso de multiplexagéo por diviséo no

tempo ou multiplexagdo por divisdo de codigo, € suficiente que a se¢do de
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processamento de multiplexagdo 113 seja provida em um estagio precedendo
a secdo de conversdo paralelo-serial 114 e fornecga o sinal integrado de um
sistema a se¢do de conversdo paralelo-serial 114. No caso de multiplexagéo
por divisdo no tempo, é suficiente prover uma chave seletora para dividir
finamente o tempo para diversas espécies de sinais _@ (@ € 1 a N) e fornecer
o sinal a se¢do de conversdo paralelo-serial 114. No caso de multiplexagdo
por divisdo de codigo, € suficiente superpor codigos para distinguir as
diversas espécies de sinais @ em freqliéncias nas faixas das respectivas
bandas diferentes F_(@, conforme mostrado na Figura 2B. Entfo, por
exemplo, é desejavel prover a se¢fio de conversdo paralelo-serial 114, a segéo
de modulagdo 115, a secfio de conversdo de freqiiéncia 116 e a segdo de
amplificagfio 117 para cada uma das diversas espécies de sinais _(@, e prover
uma se¢do de processamento de adigdio como a segdo de processamento de
multiplexacfio 113 em um estagio em seguida a cada se¢do de amplifica¢io
117. Entdo, ¢ suficiente fornecer os sinais elétricos de onda milimétrica em
faixas de freqliéncia F 1 +,,, + F_N apos processamento de multiplexacio em
freqiiéncia para a sec¢io de acoplamento de linha de transmissio 108.

Conforme entendido da Figura 2B, a largura de faixa de
transmissdo necessita ser alargada na multiplexagdo por divisio em
freqiiéncia que integra sinais de diversos sistemas em um sistema. Conforme
mostrado na Figura 2C, a largura de faixa de transmissdo necessita ser
adicionalmente alargada em um caso de usar ambas integracdo de sinais de
diversos sistemas em um sistema por multiplexagdo por divisdo em freqii€ncia
e um sistema duplex pleno usando diferentes freqiiéncias para transmissdo e
recepgao.

A sec¢do de conversao paralelo-serial 114 converte um sinal de
dados paralelos em um sinal de dados seriais, ¢ fornece o sinal de dados
seriais a secdo de modulagdo 115. A se¢do de modulagdo 115 modula o sinal

como um objeto para transmissdo, e fornece o sinal modulado a sec¢do de
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conversdo de freqiiéncia 116. E suficiente para a segdo de modulagio 115
modular pelo menos uma dentre amplitude, freqiiéncia e fase pelo sinal de
banda base, e um sistema usando uma combinagéo arbitraria destas pode ser
adotado. Por exemplo, um sistema de modulagdo analdgico inclui modulagdo
em amplitude (AM) e modulagdo de vetor. Modulagio de vetor inclui
modulagdo em freqiiéncia (FM) e modulagdo em fase (PM). Um sistema de
modula¢do digital inclui, por exemplo, codificagdo por deslocamento de
amplitude (ASK), codificagdo por deslocamento de freqiiéncia (FSK),
codifica¢do por deslocamento de fase (PSK), e codificagdo por deslocamento
de fase de amplitude. Codificagdo por deslocamento de fase de amplitude
inclui modulag¢do de amplitude em quadratura (QAM), por exemplo.

A secdo de conversdo de freqiiéncia 116 gera um sinal de onda
milimétrica por conversdo em freqii€ncia do sinal objeto de transmissfo ap6s
ser modulado pela se¢do de modulagdo 115 e entfio fornece o sinal de onda
milimétrica & se¢do de amplificagdo 117. O sinal elétrico de onda milimétrica
refere-se a um sinal elétrico de uma certa freqliéncia em uma faixa de
aproximadamente 30 Ghz a 300 Ghz. A palavra “aproximadamente” € usada
com base em um fato de que é suficiente para a freqiiéncia ser de cerca de tal
freqiiéncia de modo a prover um efeito de comunicagdo de onda milimétrica
na presente realizagdo, com um limite inferior ndo limitado a 30 Ghz e um
limite superior ndo limitado a 300 Ghz.

A secdo de conversdo de freqiiéncia 116 pode empregar varias
configuragdes de circuito. Entretanto, por exemplo, é suficiente para a se¢do
de conversdo de freqiiéncia 116 empregar uma configuragéo incluindo um
circuito de mistura (circuito misturador) e um oscilador local. O oscilador
local gera uma onda portadora (um sinal de portadora ou uma onda portadora
de referéncia) usada para modulagdo. O circuito de mistura gera um sinal
modulado na faixa de onda milimétrica multiplicando (modulando) a onda

portadora na faixa de onda milimétrica cuja onda portadora é gerada pelo
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oscilador local, pelo sinal da se¢fo de conversdo paralelo-serial 114. O
circuito de mistura entfo fornece o sinal modulado a se¢do de amplificagdo 117.

A se¢o de amplificacdo 117 amplifica o sinal de onda
milimétrica apos a conversdo de freqiiéncia, e entdo fornece o sinal de onda
milimétrica amplificado a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108.
A secdo de amplificacdo 117 € conectada a se¢do de acoplamento de linha de
transmissgo 108 via um terminal de antena ndo mostrado na figura.

A sec@o de acoplamento de linha de transmissdo 108 transmite
o sinal de onda milimétrica gerado pela se¢do de geracdo de sinal do lado de
iransmiésﬁo 110 4 linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 e
recebe um sinal de onda milimétrica da linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 e emite o sinal de onda milimétrica a se¢io de geragdo de sinal
do lado de recepgdo 120.

A segdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 ¢é
formada por uma se¢do de acoplamento de antena. A se¢do de acoplamento
de antena constitui um exemplo ou uma parte da se¢éio de acoplamento de
linha de transmisséo 108 (se¢do de acoplamento de sinal). A secdo de
acoplamento de antena em um sentido restrito refere-se a uma parte para
acoplar um circuito eletrdnico dentro de um chip semicondutor a uma antena
disposta dentro do chip ou fora do chip, € em um sentido amplo refere-se a
uma parte para acoplamento de sinal do chip semicondutor & linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica.

Por exemplo, a se¢do de acoplamento de antena tem pelo
menos um estrutura de antena. Quando a transmissdo e recep¢io sdo efetuadas
por multiplexacdo por divisdo no tempo, a se¢do de acoplamento de linha de
transmissdo 108 € provida de uma se¢do de comutagdo de antena (duplexador
de antena).

A estrutura de antena refere-se a uma estrutura em uma seg¢do

de acoplamento no lado do cartdo de memoria 201A compartilhando a linha
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de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. E suficiente que a estrutura de
antena acople um sinal elétrico na faixa de onda milimétrica a linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, e a estrutura de antena ndo
significa apenas a prdpria antena. Por exemplo, a estrutura de antena inclui
um terminal de antena, uma linha de micro tira, e uma antena. Quando a se¢édo
de comutagdo de antena é formada dentro do mesmo chip, o terminal de
antena e a linha de micro tira excluindo a se¢do de comuta¢do de antena
formam a segéo de acoplamento de linha de transmissgo 108.

A antena tem uma extensdo baseada no comprimento de onda
A (por exemplb, cerca de 600 um) de um sinal de onda milimétrica, e é
acoplada & linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. Uma antena
de prova € usada como a antena (dipolo ou similar) uma antena de malha, ou
um elemento de acoplamento de abertura pequena (antena de ranhura ou
similar) em adi¢do a uma antena retangular de micro-tira.

Quando a antena no lado do dispositivo eletrénico 101A ¢ a
antena no lado do cartdo de memoria 201 A sdo arranjadas de modo a serem
oposta uma a cada outra em um estado do cartdo de meméria 201A sendo
abrigado no dispositivo eletrénico 101A, é suficiente para as antenas serem
antenas ndo direcionais. Quando as antenas sfo arranjadas de modo a serem
deslocadas uma da outra em termos planares, antenas direcionais s3o usadas
como as antenas, ou € desejave] usar um dispositivo tal como uma mudanca
da direcdo de percurso do sinal de onda milimétrica de uma dire¢do da
espessura da placa para uma diregdo planar usando um elemento de reflexdo
ou provendo uma linha de transmissao dielétrica para fazer com que o sinal de
onda milimétrica viaje na dire¢do planar, por exemplo.

A antena no lado de transmissdo irradia uma onda
eletromagnética com base em um sinal de onda milimétrica para a linha de
transmisséo de sinal de onda milimétrica 9. A antena no lado de recep¢do

recebe uma onda eletromagnética com base em um sinal de onda milimétrica
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a partir da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. A linha de
micro tira estabelece uma conexdo entre o terminal de antena e a antena. A
linha de micro tira transmite um sinal de onda milimétrica no lado de
transmissdo a partir do terminal de antena até a antena, e transmite um sinal
de onda milimétrica no lado de recep¢éo da antena para o terminal de antena.

A se¢@o de comutacdio de antena é usada quando a antena €
compartilhada para transmissdo e recepgio. Por exemplo, quando um sinal de
onda milimétrica € transmitido para o lado do cartdo de memoria 201 A como
o outro dispositivo, a se¢do de comutacdo de antena conecta a antena a se¢do
de gerac;éb de sinal do lado de transmissdo 110. Quando um sinal de onda
milimétrica do lado do cartdo de meméria 201 A como o outro dispositivo é
recebido, a se¢do de comutagdo de antena conecta a antena a se¢do de geragio
de sinal do lado de recepgio 120. A se¢do de comutagdo de antena € disposta
na placa 102 separadamente do chip semicondutor 103, porém nfo estd
limitada a isto. A se¢@o de comutagdo de antena pode ser disposta dentro do
chip semicondutor 103. A secdo de comutagdo de antena pode ser omitida
quando uma antena para transmissfo e uma antena para recepgdo sdo providas
separadamente uma a partir da outra.

Suponha que a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 como um caminho de propagacdo de onda milimétrica possa ser
uma linha de transmissdo de espago livre e seja preferivelmente formada por
um guia de onda, uma linha de transmissfo, uma linha dielétrica ou uma
estrutura de guia de onda dentro de um dielétrico ou similar e que a linha de
transmissio de sinal de onda milimétrica possui uma caracteristica de
transmitir uma onda eletromagnética na faixa de onda milimétrica
eficientemente. Por exemplo, a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 na primeira realizagdo € uma linha de transmisséo dielétrica 9A
formada incluindo um material dielétrico possuindo uma constante dielétrica

relativa em uma certa faixa e uma tangente de perda dielétrica em uma certa
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faixa.

E suficiente para “certas faixas” da constante dielétrica relativa
e a tangente de perda dielétrica do material dielétrico estar em uma faixa de
tal modo que efeitos da presente realizagdo possam ser obtidos, e € suficiente
para certas faixas serem faixas de valores pré-determinados, enquanto os
efeitos da presente realizag@o podem ser obtidos. Isto é, é suficiente que o
material dielétrico seja capaz de transmitir sinais de onda milimétrica
possuindo caracteristicas de tal modo que os efeitos da presente realizagio
podem ser obtidos. A constante dielétrica relativa e a tangente de perda
dielétrica do material dielétrico nio podem ser determinados pelo préprio
material dielétrico e n3o podem necessariamente ser determinadas
definidamente, porque a constante dielétrica relativa e a tangente de perda
dielétrica de material dielétrico também tem relacdo com a extensdo da linha
de transmissdo e a freqliéncia das ondas milimétricas. Entretanto, como um
exemplo, a constante dielétrica relativa e a tangente de perda dielétrica do
material dielétrico sdo conforme segue.

Para transmissdo de alta velocidade de sinais de onda
milimétrica dentro da linha de transmissdo dielétrica, é desejavel que a
constante dielétrica relativa do material dielétrico seja cerca de 2 a 10
(preferivelmente 3 a 6) e que a tangente de perda dielétrica do material
dielétrico seja cerca de 0,00001 a 0,01 (preferivelmente 0,00001 a 0,001). Por
exemplo, materiais dielétricos formados de uma base de resina acrilica, uma
base de resina de uretano, uma base de resina epdxi, uma base de silicone,
uma base de poli-imida e uma base de resina de cianoacrilato podem ser
usadas como materiais dielétricos satisfazendo a tais condigées. Tais faixas da
constante dielétrica relativa e a tangente de perda dielétrica do material
dielétrico s3o as mesmas na presente realizagéio, a menos que especificado em
contrario. Incidentalmente, a linha de transmissdo de sinal de onda

milimétrica formada de modo a confinar o sinal de onda milimétrica na linha
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de transmissdo pode ndo sé ser a linha de transmissdo dielétrica como também
o guia de onda oco, a periferia da linha de transmissdo sendo abrangida por
um material de blindagem e o interior da linha de transmisséo sendo oco.

A secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 ¢
conectada a secdo de geracdo de sinal do lado de recepgdo 120. A segédo de
geracdo de sinal do lado de recepgdo 120 possui uma segdo de amplificagéo
124, uma se¢éo de conversdo de freqiiéncia 125, uma se¢éo de demodulagéo
126, uma se¢@o de conversdo serial-paralelo 127 e uma se¢do de
processamento de simplificagdo 128 para submeter um sinal de onda
milimétrica recebido pela se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108
para processamento de sinal e gerar um sinal de saida. Incidentalmente, a
se¢do de conversdo de freqiiéncia 125 e a seg¢fio de demodulagdo 126 podem
ser integradas em um assim chamado sistema de conversdo direta.

A secdo de amplificacdo 124 € conectada a segdo de
acoplamento de linha de transmissdo 108. A se¢do de amplificagdo 124
amplifica um sinal de onda milimétrica apds ser recebido pela antena, e entdo
fornece o sinal de onda milimétrica amplificado a seg¢do de conversdo de
freqiiéncia 125. A secdo de conversdo de freqiéncia 125 converte em
freqtiéncia o sinal de onda milimétrica apés a ampliﬁca(;ﬁo e entdo fornece o
sinal apds a conversdo de freqiiéncia a se¢do de demodulacdo 126. A segfo de
demodulagdo 126 demodula o sinal apds a conversdo de freqiiéncia, e deste
modo obtém um sinal de banda base, e entdo fornece o sinal de banda base a
se¢do de conversdo serial-paralelo 127.

A segdo de conversdo serial-paralelo 127 converte os dados
seriais recebidos em dados de saida paralelos e entdo fornece os dados de
saida paralelos a sec@o de processamento de simplifica¢do 128.

A se¢do de processamento de simplificagdo 128 corresponde a
secdo de processamento de multiplexacdo 113. A segdo de processamento de

simplificacdo 128 separa o sinal integrado em um sistema em diversas
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espécies de sinais @ (@ € 1 a N). No caso da primeira realiza¢do, por
exemplo, a secéo de processamento de simplificagdo 128 separa os diversos
sinais de dados integrados no sinal de um sistema em cada sinal de dados
separado e entdo fornece cada sinal de dados separado a se¢do de controle de
cartdo de memoria 106.

Incidentalmente, quando os sinais sdo integrados em um
sistema por uma multiplexagdo por divisdo em freqiiéncia, os sinais elétricos
de onda milimétrica nas faixas de freqliéncia F 1 +... + F N apds o
processamento de multiplexagdo em freqiiéncia, necessitam ser recebidos e
processados nas faixas de freqiiéncia F_@. Entdo, conforme mostrado na
Figura 2B, é desejavel prover se¢des de amplificacdo 224, sec¢des de
conversdo de freqiiéncia 225, secdes de demodulagdo 226 e segdes de
conversdo serial-paralelo 127, separadamente para as diversas espécies de
sinais _(@, e prover uma se¢do de separagdo de freqii€éncia como se¢do de
processamento de simplificacio 128 em um estagio precedendo cada se¢do de
amplificagdo 224. Ento, é suficiente fornecer o sinal elétrico de onda
milimétrica em cada faixa de freqiiéncia F_(@ apos separagédo para o sistema
da faixa de freqiiéncia correspondente F_@.

Quando o chip semicondutor 103 ¢ entdo formado, o numero
de sinais como objetos para conversdo de onda milimétrica é reduzido,
submetendo um sinal de entrada a conversdo serial paralelo e transmitindo o
resultado ao lado do chip semicondutor 203 e submetendo um sinal recebido
do lado do chip semicondutor 203 para converséo serial paralelo.

Incidentalmente, quando transmissfo de sinal original entre o
dispositivo eletrénico 101A e o cartdo de memoria 201 A estd em uma forma
serial, a se¢do de conversdo paralelo-serial 114 e a se¢fo de conversdo serial-
paralelo 127 ndo necessitam ser providas.

[Cartdo de Memoria]

O cartdo de memoria 201A tem uma configuragdo funcional
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substancialmente similar ao dispositivo eletrdnico 101A. Cada parte funcional
¢ identificada por uma referéncia possuindo um numeral 2 como um terceiro
digito (centenas), e partes funcionais similares e iguais as do dispositivo
eletrénico 101A sdo identificadas por referéncias possuindo os mesmos
segundos (dezenas) e primeiros (unidades) digitos como no dispositivo
eletronico 101A. A secdo de geragdo de sinal do lado de transmissdo 210 e a
secdo de acoplamento de linha de transmissdo 208 formam uma se¢do de
transmissdo. A se¢do de geracfo de sinal do lado de recepgdo 220 e a se¢éo de
acoplamento de linha de transmissdo 208 formam uma se¢do de recepgéo.

O cartdo de memoria 201A ¢ diferente do dispositivo
eletrénico 101A em que a sec¢éio funcional de aplicagdo 105 é substituida por
uma se¢do funcional de memoria 205 e a se¢do de controle de cartdo de
memoria 106 € substituida por uma seg¢éo de controle de memdria 206. A
se¢io funcional de memoéria 205 é um meio de armazenagem nfo volatil
provido por uma meméria flash ou um disco rigido, por exemplo.

A secio de controle de memoria 206 efetua controle de leitura
e escrita de dados na segdo funcional de meméria 205, em resposta a dados de
controle 16gico do lado do dispositivo eletronico 101A.

Uma parte de geracdo de sinal 207 (uma se¢fo de conversdo de
sinal elétrico e uma secfo de geragfio de sinal de banda base) converte um
sinal de onda milimétrica representando dados de controle logico a partir do
lado da se¢do de controle de cartio de memoria 106 cujo sinal de onda
milimétrica € recebido via linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9
nos dados de controle logico originais (sinal de banda base). A parte de
geracdo de sinal 207 entdo fornece os dados de controle 16gico original (sinal
de banda base) a se¢do de controle de memoria 206.

O cartdo de memoéria 201A € um meio de gravagio de
semicondutor destacdvel incluindo principalmente uma meméaria flash. O

cartdo de memoria 201 A efetua leitura/escrita de dados a partir do dispositivo
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eletronico 101A. O cartdo de memoria 201 A pode ter uma forma arbitréaria
ndo padronizada, ou pode ter uma forma padronizada. H4 varios padrdes,
como é bem conhecido. Independentemente do cartio de memoria 201A ser
um produto ndo padrdo ou um produto padrdo, a velocidade mais alta da
interface € desejada a medida que a capacidade do cartio de memoria €
aumentada.

Um método de converséo de freqiiéncia de um sinal de entrada
e para efetuar transmiss@o de sinal é comumente usado na radiodifusdo e
comunicagdo radio. nestas aplicacdes, transmissores relativamente complexos
e receptores ¢ similares capazes de conviver com problemas de quéo longe a
comunicagdo pode ser atingida (problema de S/N com respeito a ruido
térmico), como conviver com reflexdo e caminhos multiplos, ¢ como suprimir
perturbagdo e interferéncia com os canais, por exemplo, sdo usados. Por outro
lado, as partes de geragdo de sinal 107 e 201 usadas na presente realizacdo sdo
usadas na faixa de onda milimétrica de uma faixa de freqiiéncia mais alta que
as freqiiéncias utilizaveis de transmissores complexos e receptores e similares,
comumente usados na radiodifusdo e comunicacdo radio. Devido ao
comprimento de onda curto A, a reutilizagdo de freqliéncia é feita facilmente,
e as se¢Oes de geragdo de sinal adequadas para efetuar comunicagdo entre
muitos dispositivos adjacentes sdo usadas.

[Parte Funcional de Demodulagéo]

A secdo de conversdo de freqliéncia 125 e a se¢do de
demodulagdo 126 podem empregar varias configura¢cdes de circuito.
Entretanto, a se¢@o de conversdo de freqiiéncia 125 e a segdo de demodulagdo
126 podem usar um circuito de deteccdo de lista de eventos de interagfio
quadratica provendo uma saida de deteccdo proporcional ao quadrado da
amplitude de um sinal de onda milimétrica recebido (envelope), por exemplo.

Quando canais multiplos séo realizados por um sistema de

multiplexacdo por divisdo e freqii€ncia, o sistema usando o circuito de
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deteccio de lista de eventos de interacdo quadratica tem as dificuldades a
seguir. Primeiramente, ao realizar canais multiplos por estes sistemas, um
filtro passa faixa para selegéo de freqgii€ncia no lado de recepgéo necessita ser
disposto em um estagio precedendo o circuito de detecgdo de lei quadratica,
porém ndo é facil realizar um filtro passa faixa de tempo de subida rapido em
tamanho pequeno. Em adigfio, o circuito de detec¢do de lei quadratica €
desvantajoso em termos de sensibilidade e é afetado por um componente de
variagfo de freqiiéncia de uma onda portadora ao realizar canais multiplos
pelo sistema de multiplexagdo por divisdo em freqliéncia. Entdo,
especificagbes estritas sfo requeridas também para estabilidade da onda
portadora no lado de transmisséo, e o sistema de modulagdo ¢é limitado a um
sistema de tal modo que efeitos de variagdes de freqliéncia podem ser
ignorados (por exemplo, OOK: Codificagdo Liga/Desliga) ou similar.

Em adigéo, o circuito oscilador tem as seguintes dificuldades.
Quando um método ordindrio conforme usado em comunicagéo radio externa
deve ser usado no lado de transmissdo e no lado de recepgfo ao transmitir
dados pela onda milimétrica, a estabilidade € requerida para a onda portadora,
e um oscilador de onda milimétrica altamente estivel cuja estabilidade de
freqiiéncia é da ordem de ppm (partes por milhdo) é requerido. Quando um
oscilador de onda milimétrica de alta estabilidade deve ser implementado em
um circuito integrado de silicio (CMOS: Semicondutor Oxido Metal
Complementar) porque um substrato de silicio usado em CMOS ordinério tem
uma baixa qualidade de isolamento, um circuito tanque de alto Q néo pode ser
formado facilmente, e o oscilador de onda milimétrica de alta estabilidade ndo
¢ implementado facilmente. Por exemplo, quando uma indutancia € formada
em um chip CMOS, o Q é cerca de 30 a 40.

Entdo, em geral, para realizar um oscilador de alta estabilidade
conforme requerido em comunicag@o radio, ndo ha escolha a nfo ser adotar

um método para formar um circuito tanque de alto Q por um oscilador a
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cristal ou similar fora do CMOS a uma baixa freqiiéncia, multiplicando a
saida de oscilag¢@o e deste modo elevando a saida de oscilagdo até a faixa de
onda milimétrica. Entretanto, ndo € desejavel prover tal tanque externo a
todos os chips no sentido de realizar uma funcdo de substituir transmissdo de
sinal por fiagdo para LVDS (Sinalizagdo Diferencial de Baixa Tensdo) ou
similar com transmissdo de sinal pela onda milimétrica.

Como uma medida contra tais problemas, a segdo de
conversdo de freqiiéncia 125 e a se¢fo de demodulagdo 126 preferivelmente
empregam um sistema de travamento de inje¢fio. Quando o sistema de
travamento de injec8o é empregado, uma onda portadora de referéncia, que
corresponde a um sinal de portadora usado para modulagdo e é usado como
referéncia para travamento de inje¢fio no lado de recepgdo, € enviado em
conjunto com um sinal modulado na faixa de onda milimétrica a partir do
lado de transmissdo. O sinal de portadora de referéncia é tipicamente o
proprio sinal de portadora usado para modulagdo, porém ndo estd limitado a
este. O sinal de portadora de referéncia pode ser um sinal de uma outra
freqiiéncia (por exemplo, um sinal harménico) cujo sinal € sincronizado com
um sinal de portadora usado para modulagéo, por exemplo.

Um oscilador local é provido no lado do receptor. Um
componente de onda portadora de referéncia transmitido ¢ travado por injegéo
no oscilador local. Um sinal objeto de transmissfo € reconstruido usando o
sinal de saida do oscilador local. Por exemplo, o sinal recebido € inserido no
oscilador local para sincronizag&o com a onda portadora de referéncia. A onda
portadora de referéncia e o sinal recebido sdo inseridos em um circuito de
mistura para gerar um sinal de multiplicagdo. Um componente de alta
freqiiéncia do sinal de multiplicagéio ¢ removido por um filtro passa baixa,
pelo qual a forma de onda de um sinal de entrada (sinal de banda base)
transmitida a partir do lado de transmisséo é obtida.

Entdo, usando travamento de injec¢do, o oscilador local no lado
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de recepgio pode ter um baixo Q, e especificagdes requeridas para
estabilidade da onda portadora de referéncia no lado de transmissdo podem
ser relaxadas. Entio, uma fungfio de recepcdo pode ser realizada
simplesmente mesmo com uma freqiiéncia de portadora mais alta. O oscilador
local no lado de recepgdo reproduz um sinal sincronizado com a onda
portadora de referéncia no lado de transmisséo, e fornece o sinal ao circuito
de mistura. Entfo, detecgdo sincrona é efetuada. Entfo, no é necesséario
prover um filtro passa faixa (filtro de selecdo de freqii€éncia) em um estdgio
precedendo o circuito de mistura. Em adi¢@o, no lado do receptor, o oscilador
local do lado de recepgdo pode ser formado provendo um circuito tanque em
um chip semicondutor, sem que um circuito tanque seja usado fora do chip
semicondutor de uma configuragdo CMOS. Um sinal modulado de onda
milimétrica transmitido ¢ demodulado usando um sinal de saida obtido
fornecendo um componente de sinal de portadora de referéncia transmitido a
partir do lado de transmisséo até o oscilador local do lado de recepgo e deste
modo travando por inje¢do o componente de sinal de portadora de referéncia
transmitido a partir do lado de transmissdo no oscilador local do lado de
recepgdo, de tal modo que um sinal de saida transmitido pode ser
reconstruido.

[Conexdo e Operagdo: Primeira Realizagéo]

Conforme mostrado na Figura 1, a estrutura de ranhuras 4A de
acordo com a primeira realizag8o, contribui para a parte de geracéo de sinal
107 e a secdo de acoplamento de linha de transmisso 108 do lado do
dispositivo eletronico 101A, a parte de geragéio de sinal 207 ¢ a secéo de
acoplamento de linha de transmiss&o 208 do lado do cartdo de memoria 201 A,
e a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (linha de transmissdo
dielétrica 9A). A linha de transmiss#o dielétrica 9A € provida entre a sec¢do de
acoplamento de linha de transmissdo 108 e a se¢do de acoplamento de linha

de transmissdo 208.
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Incidentalmente, diferentemente de uma interface de sinal
usando fiagdo elétrica da técnica relacionada, a presente realizagdo prové
flexivelmente uma caracteristica de alta velocidade e alta capacidade,
efetuando transmissdo de sinal na faixa de onda milimétrica, conforme
descrito acima. Por exemplo, na primeira realiza¢do, somente sinais desejados
para ter uma caracteristica de alta velocidade e uma caracteristica de alta
capacidade sio configurados como objetos para comunica¢do na faixa de
onda milimétrica, ¢ o dispositivo eletrdnico 101A e o cartdo de memoria
201A possuem, em uma parte deste, uma interface (conexio por um terminal
ou um conector) usando fiago elétrica da técnica relacionada para sinais de
baixa velocidade e baixa capacidade e para fornecimento de poténcia. Um
sinal de reldgio e diversos sinais de dados sdo objetos para transmissdo de
sinal pela onda milimétrica, de tal modo que terminais para isto podem ser
removidos.

A parte de geragdo de sinal 107 gera um sinal de onda
milimétrica submetendo uma entrada de sinal da segdo de controle de cartdo
de memoria 106 para processamento de sinal. A parte de geragdo de sinal 107
¢ conectada a segdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 por uma
linha de transmissdo tal como uma linha de micro tira, uma linha de tiras, uma
linha co-planar ou uma linha de ranhuras, por exemplo. O sinal de onda
milimétrica gerado € fornecido a linha de transmissdo dielétrica 9A como a
linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 via se¢@o de acoplamento
de linha de transmiss&o 108.

A secio de acoplamento de linha de transmissdo 108 tem uma
estrutura de antena. A secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 tem
uma fungdo de converter o sinal de onda milimétrica em uma onda
eletromagnética e enviar a onda eletromagnética. A sec¢do de acoplamento de
linha de transmissdo 108 € acoplada a linha de transmissdo dielétrica 9A

como a linha de transmissio de sinal de onda milimétrica 9. A onda
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eletromagnética convertida pela secio de acoplamento de linha de
transmissdo 108 €é fornecida a uma parte de extremidade da linha de
transmissdo dielétrica 9A. A sec¢fo de acoplamento de linha de transmisséo
208 do lado do cartdo de memdria 201A é acoplada a uma outra extremidade
da linha de transmissdo dielétrica 9A. Provendo a linha de transmissdo
dielétrica 9A entre a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108 do
lado do dispositivo eletronico 101A e a segdo de acoplamento de linha de
transmissdo 208 do lado do cartio de meméria 201 A, a onda eletromagnética
na faixa de onda milimétrica se propaga através da linha de transmissdo
dielétrica 9A.

A segio de acoplamento de linha de transmissfo 208 no lado
do cartdo de meméria 201A é acoplada a linha de transmissdo dielétrica 9A.
A segdo de acoplamento de linha de transmissdo 208 recebe a onda
eletromagnética transmitida para a outra extremidade da linha de transmiss&o
dielétrica 9A, converte a onda eletromagnética em um sinal de onda
milimétrica e entdo fornece o sinal de onda milimétrica a parte de geragdo de
sinal 207. A parte de geracdo de sinal 207 submete o sinal de onda
milimétrica convertido a processamento de sinal, deteccdo modo gera um
sinal de saida, e entdo fornece o sinal de saida & se¢fio funcional de memoria
205.

A descrigdo acima foi feita sobre um caso de transmissdo de
sinal do dispositivo eletronico 101A para o cartio de memoria 201A.
Entretanto, € suficiente considerar similarmente um caso de transmitir dados
lidos a partir da se¢éo funcional de memoria 205 no cartdo de meméria 201A
para o dispositivo eletronico 101A. Sinais de onda milimétrica podem ser
transmitidos bidirecionalmente.

[Configuragdo Funcional: Exemplo de Comparag&o]
Conforme mostrado na Figura 3, o sistema de transmissdo de

sinal 1Z de acordo com o exemplo comparativo é configurado de tal modo
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que um dispositivo eletronico 101Z e um cartio de memoéria 2017 sdo
acoplados um ao outro via uma interface eletrnica 97 para efetuar
transmissdo de sinal. O dispositivo eletronico 101Z tem um chip
semicondutor 103Z capaz de transmissdo de sinal via fiagdo elétrica. O cartdo
de memoéria 201Z também possui um chip semicondutor 203Z capaz de
transmissdo de sinal via fiagdo elétrica. Nesta configuracdo, a linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 de acordo com a primeira
realizag8o ¢ substituida pela interface elétrica 9Z.

O cartdo de memoria 201Z 1€ e escreve dados a partir do
dispositivo eletronico 101Z. Ha vérias especificagdes para o cartdo de
meméria. E desejada uma interface de alta velocidade que aumenta na
capacidade. Um certo produto padréio, por exemplo, alcangou uma taxa de
transmissdo fisica de 480 Mbps por transmissdo paralela de 8 terminais x 60
MHz.

Quando este cartdo de memoria 201Z é usado, o dispositivo
eletronico 101Z geralmente possui uma estrutura de ranhuras para conectar o
cartdo de memoria 201Z & interface elétrica 9Z. A estrutura de ranhuras
também possui uma fun¢@o de meios para fixar o cartdo de memoria 201Z.

No sentido de efetuar transmisséo de sinal via fiagfo elétrica, o
dispositivo eletronico 1017 tem uma parte de conversfio de sinal elétrico
107Z no lugar da parte de geracdo de sinal 107 e da se¢fo de acoplamento de
linha de transmissdo 108, e o cartio de memoria 201Z tem uma parte de
conversdo de sinal elétrico 207Z no lugar da parte de geragdo de sinal 207 e
da secdo de acoplamento de linha de transmisséo 208.

A parte de conversdo de sinal elétrico 107Z no dispositivo
eletronico 101Z controla transmisséo de sinal elétrico via interface elétrica 9Z
para dados de controle 16gico da se¢do de controle de cartdo de memoria 106.

Por outro lado, a parte de conversdo de sinal elétrico 207Z no

cartdo de memoria 2017 € acessada via interface elétrica 97, e obtém os
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dados de controle logico transmitidos a partir da se¢do de controle de cartio
de memoria 106.

A estrutura de ranhuras 4Z entre o dispositivo eletronico 101Z
e o cartdo de memoria 201Z é uma estrutura para inserir e destacar o cartdo de
memoria 2017 dentro e a partir do dispositivo eletronico 101Z. A estrutura de
ranhuras 47 tem fungdes de meios para conectar a interface elétrica 9Z e
meios para fixar o dispositivo eletronico 101Z ¢ o cartdo de memoria 2017Z.

Conforme mostrado na Figura 4B, a estrutura de ranhuras 4Z
tem um elemento eldstico 199 (por exemplo, um mecanismo de mola) em
uma parte de um invélucro 190, e é formado de tal modo que o cartfo de
memoria 201Z pode ser inserido e removido do invélucro 190 no lado do
dispositivo eletronico 101Z a partir de uma parte de abertura 192 e fixado no
invélucro 190. O dispositivo eletrénico 101Z e o cartdo de memoria 2017
possuem configuragdes de forma de depressdo e projegdo como uma estrutura
de ajuste. A configuracdo de forma de depressdo pode ser arbitrariamente
provida a um dentre o dispositivo eletronico 101Z e o cartdo de memoria
2017, e a configuragfo de forma de projecdo pode ser arbitrariamente provida
ao outro. Neste caso, conforme mostrado na Figura 4B, o invélucro 190 do
dispositivo eletronico 101Z tem uma configuragéo de forma de proje¢éo 198Z
(protrusdo) e conforme mostrado na Figura 4A, o invélucro 290 do cartdo de
memoria 201Z tem uma configuragio de forma de depressdo 2987 (oca). Isto
¢, conforme mostrado na Figura 4C, a configuragdo de forma de projecdo
1987 ¢ disposta em uma parte correspondente a posi¢do da configuragio de
forma de depressdo 2987 quando o cartio de memdria 201Z € inserido no
involucro 190.

Conforme mostrado na Figura 4A, um terminal de conex&o
280 (pino de sinal) para ser conectado ao dispositivo eletrénico 101Z como
um dispositivo externo a uma posi¢do determinada do involucro 290, é

disposto na posigdo determinada do invélucro 290 de um lado de uma placa
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202. O terminal de conexdo 280 € conectado a parte de conversdo de sinal
elétrico 207Z via uma configuracdo com fio ¢ uma via condutora. O
dispositivo eletronico 101Z tem uma se¢do de comunicagéo 180 (conector) a
ser conectado ao terminal de conexdo 280 do cartdo de memdria 201Z de
modo a corresponder ao terminal de conexdo 280. Quando o cartdo de
memoria 201Z € inserido no invélucro 190 do dispositivo eletrénico 1017, o
pino conector da segdo de comunicagdo 180 e o terminal de conex&o 280 sdo
trazidos em contato mecénico um com o outro, para estabelecer uma conex&o
elétrica. Deste modo, o cartdo de memdria 201Z é conectado ao dispositivo
eletronico 1017, e alimentagio de poténcia e transmissio de sinais de entrada
e saida, por exemplo, séo efetuados.

O sistema de transmiss@o de sinal 1Z de acordo com o
exemplo comparativo empregando a interface elétrica 9Z tem os seguintes
problemas.

i) Enquanto capacidade mais alta e velocidade mais alta dos
dados de transmissdo sdo desejadas, ha um limite para a velocidade de
transmissdo e capacidade de transmissdo da fiagdo elétrica.

ii) No sentido de conviver com o problema de aumentar a
velocidade de transmissdo de dados, a velocidade de transmiss@o por linha de
sinal pode ser diminuida, aumentando o nimero de pecas de fiagdo e entfo
obtendo paralelizagfo do sinal. Entretanto, esta medida conduz a um aumento
dos terminais de entrada e saida. Como resultado, a complicagdo de uma placa
impressa e fiagdo de cabo, um aumento no tamanho fisico da parte do
conector e da interface elétrica 97, e similar sdo requeridos, e ocorrem
problemas tais como complicagfo da forma destas partes, degradacdo na
confiabilidade das partes e um aumento de custo, por exemplo.

iii) Embora a faixa do sinal de banda base seja alargada com a
intensificagdo de uma quantidade de informacdo de video de filme, imagens

de computador e similar, o problema de compatibilidade eletromagnética
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(EMC) torna-se mais 6bvio. Por exemplo, quando ¢ usada fiagdo elétrica, a
fiagdo se torna uma antena, e interfere com sinais correspondentes a
freqiiéncia de sintonia da antena. Em adig8o, reflexdo e ressonancia devidas a
descasamento de impedancia da fiagdo ou similar, sdo causas de radiagdo
espuria. A ressonincia e reflexfo tendem a ser acompanhadas por radiagdo e
tornam sério o problema de EMI (interferéncia eletromagnética). A
configura¢do do dispositivo eletronico é complicada para tomar medidas
contra tais problemas.

iv) Em adi¢&io a EMC e EMI, quando ha reflexdo, um erro de
transmissfo devido a interferéncia entre simbolos no lado de recepgéo ¢ um
erro de transmissdo devido ao salto de perturbago, tornam-se problemas.

v) Quando os terminais sdo tornados descobertos, hd um
problema de ruptura eletrostatica.

Por outro lado, substituindo a parte de conversdo de sinal
elétrico 107Z e 207Z de acordo com o exemplo comparativo, com as partes de
geracdo de sinal 107 e 207 e as se¢des de acoplamento de linha de
transmissdo 108 e 208, o sistema de transmissdo radio 1A de acordo com a
primeira realiza¢do efetua transmissfio de sinal por uma onda milimétrica ao
invés de fiacdo elétrica. Dados de controle logicos a partir da segfo de
controle de cartdo de memoria 106 para a se¢do de controle de memoria 206
sdo convertidos em um sinal de onda milimétrica e o sinal de onda
milimétrica é transmitido entre as seg¢des de acoplamento de linha de
transmissdo 108 e 208, via linha de transmissdo dielétrica 9A.

Devido a transmissdo radio, ndo € necessario se preocupar com
a forma da fiagdo e a posi¢do dos conectores e entdo ndo ocorre qualquer
limitagdo particular no layout. Fiag@o e terminais para sinais substituidos por
transmissdo de sinal por ondas milimétricas podem ser omitidos, de tal modo
que problemas de EMC e EMI sédo resolvidos e os problemas de ruptura

eletrostatica sdo também resolvidos. Geralmente, ndo ha outra parte funcional
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usando freqiiéncias na faixa de onda milimétrica dentro do dispositivo
eletrénico 101A e o cartio de memoria 201A, e portanto, medidas contra
EMC e EMI podem ser realizadas facilmente.

Em particular, a primeira realizacdo adota uma configuracio
que confina um sinal de onda milimétrica na linha de transmisséo dielétrica
9A, de tal modo que radiagdo e interferéncia da onda radio podem ser
suprimidas e a eficiéncia de transmiss@o pode ser efetivamente melhorada.
Isto é, o sinal de onda milimétrica ¢ transmitido em um modo especifico
dentro da linha de transmissfo dielétrica 9A, de tal modo que transmissio de
sinal de onda milimétrica suprimindo atenuag¢#o e radiagdo pode ser efetuado.
Vantagens de suprimir radiagéo externa da onda milimétrica e medidas de
EMC mais facilitadas, por exemplo, sfio também obtidas.

Em adi¢do, como a transmisséo radio € efetuada em um estado
do cartdo de memoria 201 A sendo montado na estrutura de ranhuras 4A e a
transmissdo de sinal € efetuada entre posi¢des fixas e em relagdo de posigdo
conhecida, as seguintes vantagens sdo obtidas.

1) E facil projetar adequadamente um canal de propagacio
(estrutura de guia de onda) entre o lado de transmissdo e o lado de recepgdo.

2) Excelente transmisséo com confiabilidade mais alta do que
a transmiss@o de espago livre (linha de transmiss@o de espago livre 9B no
segundo exemplo) é tornada possivel projetando a estrutura dielétrica das
secdes de acoplamento de linha de transmissdo selando o lado de transmissdo
e o lado de recepcdo e o canal de propagacdo (estrutura de guia de onda da
linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9 = linha de transmisséo
dielétrica 9A) em conjunto uma com a outra.

3) O controle de um controlador para gerenciar transmissio
radio (secdo de controle de cartdo de memoria 106 no presente exemplo) néo
necessita ser efetuada dinamicamente ou adaptivamente com alta freqiiéncia

como comunicacgdo radio ordindria, de tal modo que a sobrecarga de controle
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pode ser reduzida se comparada com comunicagfo radio ordinaria. Como
resultado, miniaturiza¢fo, baixo consumo de poténcia e velocidade mais alta
podem ser alcancados.

4) Quando um ambiente de transmissdo radio € calibrado em
um instante de fabricagdo ou em um instante de projeto, e variagdes
individuais e similares sdo dominantes, comunicagdo de qualidade mais alta é
tornada possivel referindo-se e transmitindo os dados.

5) Mesmo quando a reflexdo esta presente, a reflexdo ¢ uma
reflexdo fixa, de tal modo que efeitos da reflexdo podem ser facilmente
eliminados por um pequeno equalizador no lado de recep¢do. Uma
configuragdo do equalizador pode ser feita por um controle pré ajustado ou
estatico, e pode entdo ser obtida facilmente.

Em adi¢8io, comunicagdo de onda milimétrica prové as
seguintes vantagens.

a) Como a comunicagdo de onda milimétrica prové uma faixa
de comunica¢do larga, uma alta taxa de dados pode ser obtida facilmente.

b) Freqiiéncias usadas para transmissdo podem ser separadas
de freqiiéncias de outro processamento de sinal de banda base. Entéo,
interferéncia entre as freqiiéncias de uma onda milimétrica e um sinal de
banda base ndo ocorrem facilmente, e multiplexag@o por diviséio de espago a
ser descrita mais tarde € obtida facilmente.

¢) Como a faixa de onda milimétrica tem comprimentos de
onda curtos, a antena e a estrutura de guia de onda determinadas de acordo
com o comprimento de onda pode ser menor. Em adigfo, devido & grande
atenuacdo pela distdncia e uma pequena difracdo da faixa de onda
milimétrica, blindagem eletromagnética € provida facilmente.

d) Ha regulamentagOes estritas para comunicagdo radio
ordinaria a vista da estabilidade de ondas portadoras para evitar interferéncia

e similares. No sentido de realizar uma onda portadora de tal alta estabilidade,
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uma parte de referéncia de freqiiéncia externa de alta estabilidade, um circuito
de multiplicagdo, um PLL (circuito de malha de travamento de fase) e similar
sdo usados, aumentando entfo a escala do circuito. Entretanto, com a onda
milimétrica (especialmente quando usada em conjunto com transmissdo de
sinal entre posi¢des fixas ou em relagdo de posi¢do conhecida), € possivel
blindar a onda milimétrica facilmente, evitar uma perda da onda milimétrica
para o exterior, usar uma onda portadora de baixa estabilidade para
transmissdo e entfo evitar um aumento na escala do circuito. Um sistema de
travamento de inje¢do ¢ adequadamente adotado para demodular um sinal
transmitido por uma onda portadora de estabilidade relaxada por um pequeno
circuito no lado de recepcéo.

Incidentalmente, um método para mudar fiagdo elétrica para
radio e executar transmissdo por UWB (Faixa Ultra Larga) tem sido proposto.
Por exemplo, Documento de Patente 1 descreve a aplicagdo de uma
interferéncia radio ao cartio de memoria. Padrdes tais como, por exemplo,
IEEE802.11a/b/g usando uma faixa de 2,4 Ghz e uma faixa de S Ghz sdo
aplicados a comunicag&o. Entretanto, uma interferéncia rédio na faixa de 2,4
Ghz ou faixa de 5 Ghz ¢é aplicada a um cartdo de memoria, acesso de dados é
feito a partir de um dispositivo eletrénico via uma interferéncia elétrica, e
acesso de dados ¢ feito a partir de um dispositivo eletronico diferente via
interferéncia radio, que ¢ diferente do mecanismo da primeira realizag&o.

Documento de Patente 2 descreve uma extensdo do
mecanismo do Documento de Patente 1, onde uma unica ou diversas
configuragdes de antena correspondendo a diversas faixas de freqiiéncia de
vérios padrdes sdo providas no plano de um cartdo. Documento de Patente 2
também se refere a um cartio de memoria configurado somente por acesso
radio com uma interferéncia elétrica sendo removida, isto é, a configuragéo de
um cartdo de memoria possuindo apenas uma interferéncia radio. Entretanto,

o Documento de Patente 2 ndo menciona substitui¢do dt interferéncias
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elétricas da técnica relacionada, e € diferente do mecanismo da primeira
realizagdo.

Em adigfo, quando conforme aos padrdes aos quais a UWB ¢é
aplicada, tal como IEEE802.11a/b/g como nos Documentos de Patente 1 e 2,
a freqiiéncia de portadora é baixa e ndo é adequada para comunicag@o de alta
velocidade tal como transmissdo de um sinal de video, por exemplo, € ha um
problema no tamanho tal como um aumento no tamanho da antena.
Adicionalmente, como freqiiéncias usadas para transmissdo sdo préximas a
freqiiéncias de outro processamento de sinal de banda base, a interferéncia
tende a ocorrer, e é dificil de realizar multipléxag;z’io por divisdo de espago, a
ser descrita mais tarde.

<Sistema de Transmissdo Radio: Segunda Realizagdo>

Figura 5 ¢ um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmisséo radio de acordo com uma
segunda realizagdo. Figura 5 ¢ um diagrama de auxilio a explica¢do de uma
interface de sinal no sistema de transmissfo radio 1B de acordo com a
segunda realizagdo a partir de um aspecto de configuragdo funcional.

A segunda realiza¢do torna uma linha de transmiss@o de sinal
de onda milimétrica 9 um espago livre substancial. O “espago livre
substancial” significa que, enquanto os involucros de um dispositivo
eletronico 101B e um cartdo de memodria 201B sdo um dielétrico, um sinal de
onda milimétrica € transmitido entre o dispositivo eletronico 101B e o cartdo
de memoria 201B via uma linha de transmissdo de um espago livre (linha de
transmiss&o de espaco livre 9B) ignorando as partes dielétricas.

Em termos de configuracdo funcional, somente a linha de
transmissfo dielétrica 9A de acordo com a primeira realizag@o é substituida
pela linha de transmissgo de espago livre 9B, e a segunda realizaco ¢ similar
a primeira realizagdo em outras partes. Portanto, a descrigdo das outras partes

sera omitida.
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Quando a linha de transmisséo de espago livre 9B é aplicada,
sinais de onda milimétrica ndo sdo confinados na linha de transmisséo de sinal
de onda milimétrica 9. Entretanto, a faixa de onda milimétrica TAM
comprimentos de onda curtos de cerca de 1 mm a 10 mm no ar. Entdo, a onda
milimétrica facilmente atenua e ndo causa difracdo facilmente, ¢
direcionalmente pode ser conferida a onda rédio, estreitando a direcionalidade
da onda radio para uma diregdo especifica. Mesmo quando os sinais de onda
milimétrica ndo sfo confinados usando a linha de transmissfo dielétrica 9A
ou similar, a eficiéncia de transmissio pode ser melhorada, e fiagdo e
terminais para sinais substituidos por transmissdo de sinal pela onda
milimétrica podem ser omitidos, de tal modo que problemas de EMC, EMI e
ruptura eletrostatica sdo resolvidos. Com o mecanismo da segunda realizagéo,
a linha de transmissdo dielétrica 9A ndo necessita ser formada, e entdo a
fabricacfo ¢ facil e o custo € mais baixo que o da primeira realizagéo.

< Sistema de Transmissdo Radio: Terceira Realizagdo >

Figura 6 ¢ um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo rddio de acordo com uma
terceira realizagdo. Figura 6 é um diagrama de auxilio a explicacdo de
interface de sinal no sistema de transmisséo radio 1C de acordo com a terceira
realizagdo, a partir de um aspecto de configuragio funcional. A terceira
realizacdo se aplica a ambas linha de transmisséo dielétrica 9A de acordo com
a primeira realizagdo e a linha de transmisséo de espaco livre 9B de acordo
com a segunda realizagdo como a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9. Em termos de configuragdo funcional, a terceira realizagéo ¢é
uma mera combinagdo da primeira realizacdo e da segunda realizagdo.
Portanto, a descri¢@o de outras partes sera omitida.

O mecanismo da terceira realizag@o possui dois sistemas como
linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, e o conceito também

corresponde a um exemplo de “multiplexacdo por diviséo de espaco” em uma
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quinta realiza¢fo a ser descrita mais tarde. Enquanto um sistema da linha de
transmissdo dielétrica 9A e um sistema da linha de transmissdo de espago
livre 9B sdo providos na Figura 6, pode haver dois ou mais sistemas de cada
uma dentre a linha de transmissdo dielétrica 9A e a linha de transmissdo de
espago livre 9B.

Conforme presumido a partir da comparagéo entre a quinta e
segunda realizagOes, é mais desejavel aplicar a linha de transmisséo dielétrica
9A do que a linha de transmissdo de espaco livre 9B de um ponto de vista de
melhorar efetivamente a eficiéncia de transmissdo. Entretanto, quando
diversos canais de transmissfio (N) (linha de transmissfo de sinal de onda
milimétrica 9 N) sfo preparados, pode ser estruturalmente dificil prover a
linha de transmissdo dielétrica 9A em diversas posi¢cSes. Em tal caso, o
mecanismo da terceira realizagdo pode fazer uma provisdo para diversos
canais de transmissdo, aplicando a linha de transmissdo de espago livre 9B a
um canal de transmissdo para o qual a linha de transmisséo dielétrica 9A néo
pode ser provida.

< Sistema de Transmissdo Radio: Quarta Realizagdo >

Figura 7 ¢ um diagrama de auxilio & explica¢do de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
quarta realizacdo. Figura 7 ¢ um diagrama de auxilio a explicagéo da interface
de sinal no sistema de transmissdo radio 1D de acordo com a quarta
realizagdo, a partir de um aspecto de configuragéo funcional.

A quarta realizagdo configura ndo so sinais desejados para ter
uma caracteristica de alta velocidade e uma caracteristica de alta capacidade
como também outros sinais requerendo somente uma baixa velocidade e uma
baixa capacidade de sinais como objetos para comunicagdo na faixa de onda
milimétrica, e ndo configura somente poténcia como um objeto para
conversdo em um sinal de onda milimétrica. Por exemplo, um sinal de

comando e um sinal de estado de barramento (no caso de especificagbes de
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interface serial) ou um sinal de enderego e varios outros sinais de controle (no
caso de especificagdes de interface paralela) correspondem aos outros sinais
requerendo somente uma baixa velocidade e uma baixa capacidade.

De acordo com o mecanismo da quarta realizag@o, todos os
sinais excluindo a poténcia sdo transmitidos pela onda milimétrica. Enquanto
a quarta realizagdo é mostrada como um exemplo de modificacdo da primeira
realizagdo, a segunda e terceira realizagdes podem ser modificadas
similarmente.

Para a poténcia ndo configurada como um objeto para
conversdo em um sinal de onda milimétrica, fiacdo elétrica é desenhada a
partir das partes funcionais LSI 104 e 204 para terminais, ¢ uma conexdo
elétrica é estabelecida por contato mecanico via terminais de ambos
dispositivo eletronico 101A e cartdo de memoéria 201A, como no exemplo
comparativo acima descrito.

Em termos de configuragdo funcional, somente os sinais
configurados como objetos para conversdo em um sinal de onda milimétrica
sdo diferentes daqueles da primeira a terceira realizagdes. Portanto, descri¢do
de outras partes sera omitida. < < Sistema de Transmissdo Réadio: Quinta
Realizagéio >

Figuras 8 a 9C sdo diagramas de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
quinta realizacdo. Figura 8 é um diagrama de auxilio a explicacdo da interface
de sinal no sistema de transmissdo radio 1E de acordo com a quinta
realizacdo, a partir de um aspecto de configuracdo funcional. Figuras 9A a 9C
sdo diagramas de auxilio a explicagdo de condigdes adequadas para
“multiplexagéo por divisdo de espago”.

A quinta realizagdo ¢é caracterizada por possuir linhas de
transmisséo de sinal de onda milimétrica 9 de diversos sistemas, usando pares

de sec¢des de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208 como diversos
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conjuntos. Suponhamos que as linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 dos diversos sistemas sdo instaladas de modo a ndo interferir
espacialmente uma com a outra e sdo capazes de se comunicar a uma mesma
freqliéncia ao mesmo tempo. Na presente realizagdo, tal mecanismo sera
referido como multiplexagdo por divisdo de espago. Ao realizar canais de
transmissdo multiplos, quando multiplexagdo por divisdo de espagco ndo ¢é
aplicada, é necessario aplicar multiplexac@o por divisdo em freqiiéncia e usar
diferentes freqiiéncias de portadora para os respectivos canais, porém quando
¢ aplicada multiplexag¢do por divisdo de espago, a transmissdo pode ser
efetuada sem ser afetada pela interferéncia, mesmo a um mesma freqiiéncia de
portadora.

E suficiente para “multiplexacio por divisdo de espago” ser
alcangada formando linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 de
diversos sistemas em um espago tridimensional capaz de transmitir um sinal
de onda milimétrica (onda eletromagnética) e ndo é limitada a formagfo de
linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 de diversos sistemas em
um espago livre. Por exemplo, quando o espago tridimensional capaz de
transmitir um sinal de onda milimétrica (onda eletromagnética) é formado de
um material dielétrico (objeto tangivel), as linhas de transmissdo de sinal de
onda milimétrica 9 de diversos sistemas podem ser formadas no material
dielétrico. Em adi¢do, cada uma das linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 dos diversos sistemas ndo esta limitada a ser um espaco livre,
porém pode tomar a forma de uma linha de transmisséo dielétrica, um guia de
onda oco ou similar.

Multiplexagdo por divisdo de espago permite que uma mesma
faixa de freqiiéncia seja usada ao mesmo tempo, e é entdo capaz de aumentar
a velocidade de comunicagdo e assegurar a simultaneidade da comunicagio
bidirecional na qual a transmissdo de sinal a partir de um dispositivo

eletronico 101 para um cartdo de memoria 201 e transmissdo de sinal a partir
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do cartdo de memoria 201 para o dispositivo eletronico 101 sdo efetuadas
simultaneamente. Em particular, ondas milimétricas possuem comprimentos
de onda curtos, um efeito de atenuagfio de ondas milimétricas de acordo com
a distancia pode ser esperado, interferéncia nado ocorre facilmente mesmo com
um pequeno desvio (em um caso de uma distincia espacial curta entre canais
de transmissdo), e canais de propagacdo diferindo de acordo com a posi¢éo
séo realizados facilmente. »

Conforme mostrado na Figura 8, o sistema de transmissio
radio 1E de acordo com a quinta realizacdo possui N sistemas de se¢des de
acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208, incluindo um terminal de
transmissdo de onda milimétrica, uma linha de transmissdo de onda
milimétrica, uma antena e similar, e possui N sistemas de linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. Cada uma das segdes de
acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208 e as linhas de transmissdo de
sinal de onda milimétrica 9 ¢ identificada por uma referéncia “ @” (@ é 1 a
N). Deste modo, um sistema de transmissdo duplex pleno no qual
transmissoes de onda milimétrica correspondendo a transmissdo e recepcdo
sdo efetuadas independentemente uma da outra pode ser realizado.

A se¢do de processamento de multiplexacdo 113 e a secéo de
processamento de simplificaciio 128 sdo removidas do dispositivo eletrénico
101E e a seclio de processamento de multiplexacdo 213 e seclo de
processamento de simplificagdo 228 sdo removidas do cartio de memoria
201E. Neste exemplo, todos os sinais sdo configurados como objetos para
transmissdo pela onda milimétrica, exceto para fonte de alimentagio.

As freqiiéncias de portadora dos respectivos sistemas podem
ser idénticas ou diferentes uma da outra. Por exemplo, em um caso de linhas
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9A, ondas milimétricas sio
confinadas dentro das linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica 9A,

de tal modo que a interferéncia de onda milimétrica pode ser evitada, e
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nenhum problema ¢ apresentado de todo, mesmo com mesma freqiiéncia. Em
um caso de linhas de transmissdo de espaco livre 9B, nenhum problema ¢é
apresentado, mesmo com a mesma freqiiéncia, quando as linhas de
transmissdo de espacgo livre 9B sdo separadas em certos intervalos, porém
diferentes freqiiéncias so desejaveis quando as linhas de transmissdo de
espaco livre 9B estdo a distincias curtas uma da outra.

Por exemplo, conforme mostrado na equagio 1

L [dB]=10 log,, (4 df+ )3 =AY

d,/d, =100/ ey
sendo d a distincia e sendo A o comprimento de onda, a perda de propagagio
L de um espago livre pode ser expressa como “L [dB] = 10/0gio((4nd/A))...
(A)”.

Duas espécies de comunicagdio de multiplexagdo por divisdo
de espago, conforme mostrado na equagdo 1 e Figuras 9A e 9B serfio
consideradas. Na equalcao 1 e Figuras 9A e 9B um transmissor é denotado
por “TX” e um receptor é denotado por “RX”. Uma referéncia “ 101” indica
o lado do dispositivo eletrénico 101, e uma referéncia “ 201 indica o lado do
cartdo de memoria 201. Na Figura 9A, o dispositivo eletrdnico 101 possui
transmissores TX 101 1 e TX 101 2 de dois sistemas, e o cartdo de
memoria 201 possui receptores RX 201 1 e RX 201_2 dos dois sistemas.
Isto é, transmissdo de sinal do lado do dispositivo eletroénico 101 para o lado
do cartfio de memoria 201 é efetuada entre o transmissor TX 101 1 e o
receptor RX 201 1 e entre o transmissor TX 101 2 e o receptor RX 201 2.
Isto é, transmiss&o de sinal do lado do dispositivo eletronico 101 para o lado
do cartdo de memoria 201 é efetuada pelos dois sistemas.

Por outro lado, na Figura 9B, o dispositivo eletrénico 101
possui um transmissor TX 101 e um receptor RX 101, e o cartdo de memdria

tem um transmissor TX 201 e um receptor RX 201. Isto ¢, transmissdo de
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sinal do lado do dispositivo eletronico 101 para o lado do cartdo de memoria
201 ¢ efetuada entre o transmissor TX 101 e o receptor RX 201, e
transmissdo de sinal do lado do cartio de memoéria 201 para o lado do
dispositivo eletronico 101 € efetuada entre o transmissor TX 201 e o receptor
RX 101. Este € um conceito pelo qual canais de comunicagdo separados sdo
usados para transmissdo e recepgdo, € € um modo de comunicagdo duplex
plena onde transmissdo de dados (TX) e recepgio (RX) podem ser efetuadas
simultaneamente a partir de ambos dispositivo eletrénico 101 e cartdo de
memoria 201.

Neste caso, uma relagdo entre uma distdncia d; entre as
antenas e um intervalo de canal espacial (especificamente, uma distancia de
separagdo entre linhas de transmissdo de espago livre 9B) d, que séo
necessarias para obter uma DU [dB] necessdria (relagdio entre uma onda
desejada e uma onda indesejada) usando antenas ndo direcionais € “dy/d; =
10®°U29_ (B)” a partir da Equagio (A).

Quando DU = 20 dB, por exemplo, dy/d; = 10 e entdo d,
necessita ser 10 vezes d;. Como antenas geralmente possuem uma certa
direcionalidade, d; pode ser ajustado muito mais curto, mesmo no caso de
linhas de transmisséo de espago livre 9B.

Por exemplo, quando uma antena est4 a uma disténcia curta de
uma antena na outra extremidade de comunicagdo, a transmissdo de poténcia
de cada antena pode ser reduzida. Quando a poténcia de transmissdo ¢
suficientemente baixa e o par de antenas pode ser colocado em posigdes
suficientemente distantes, a interface entre o par de antenas pode ser reduzida
suficientemente. Na comunicacdo de onda milimétrica, em particular,
multiplexacdo por divisdio de espago € obtida facilmente devido a
comprimentos de onda curtos das ondas milimétricas, grande atenuacdo de
distancia e pouca difra¢do. Por exemplo, mesmo com linhas de transmisséo de

espago livre 9B, o intervalo de canal espacial (distancia de separagéo entre as
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linhas de transmissgo de espago livre 9B) d, pode ser ajustado por exemplo,
em cerca de cinco a seis vezes a distdncia d; entre as antenas.

No caso de linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica
9 possuindo uma estrutura de confinamento de onda milimétrica, sinais de
onda milimétrica podem ser transmitidos em um estado de serem confinados
dentro das linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, e entfo os
canais podem ser trazidos em proximidade um ao outro, com o intervalo de
canal espacial (distidncia de separacdo entre as linhas de transmissfo de
espaco livre 9B) d, ajustado por exemplo, em cerca de duas a trés vezes a
distancia d, entre as antenas.

Por exemplo, no sentido de realizar comunicagdo bidirecional,
um sistema para efetuar multiplexa¢do por divisdo no tempo conforme
descrito na primeira realizagdo, multiplexagdo por divisdo em freqii€éncia,
multiplexag@o por divisdo de cddigo ou similar podem ser consideradas em
adi¢do a multiplexag8o por divisdo de espago.

A primeira realizagdo tem a linha de transmissdo dielétrica 9A
de um sistema, e emprega, como um sistema para realizar transmissdo e
recepgdo de dados, um sistema semi duplex que efetua comutagdo entre
transmissdo e recep¢do por multiplexagdo por divisdo no tempo e o sistema
duplex pleno que efetua simultaneamente transmissdo e recepcdo por
multiplexagdo por divisdo em freqliéncia ou multiplexag¢do por divisdo de
codigo.

Entretanto, multiplexacdo por divisdo no tempo tem um
problema de que a transmissdo ¢ recep¢do ndo podem ser efetuadas em
paralelo uma com a outra. Conforme mostrado nas Figuras 2A a 2C,
multiplexacdo por divisdo em freqii€ncia tem um problema de que a largura
de faixa da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 necessita ser
alargada.

Por outro lado, o sistema de transmissdo radio 1E de acordo
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com a quinta realizagfo, permite que as freqliéncias de portadora de diversos
sistemas de transmissdo de sinal (diversos canais) seja ajustada em uma
mesma freqiiéncia de portadora, e facilita reutilizagdo da freqliéncia de
portadora (usando a mesma freqiiéncia nos diversos canais). Transmissdo e
recepgdo de dados podem ser realizadas simultaneamente, sem que a largura
de faixa da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 seja alargada.

No sentido de efetuar transmissdo e recepgdo bidirecional
quando ha N sistemas de linhas de transmissfo de sinal de onda milimétrica 9
para N espécies de sinais de banda base, € suficiente aplicar multiplexagéo
por divisdo no tempo ou multiplexagdo por divisdo em freqiiéncia para a
transmissdo e recep¢do. Em adigfio, quando as linhas de transmissdo de sinal
de onda milimétrica 9 de 2N sistemas sdo usadas, a transmissdo usando as
linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 de diferentes sistemas,
mesmo para a transmissdo e recepgdo bidirecional (usando linhas de
transmissdo que sdo todas independentes uma da outra) pode ser efetuado.
Isto é, onde ha diversas espécies de sinais como objetos para comunicacdo na
faixa de onda milimétrica, estes sinais podem ser transmitidos por respectivas
linhas de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9 separadas sem que um
processo de multiplexagdo tal como multiplexagdo por divisdo no tempo,
multiplexagdo por divisdo em freqiiéncia e multiplexagdo por divisdo de
codigo sejam efetuados.
< Sistema de Transmissdo Radio: Sexta Realizag¢do >

Figura 10 é um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
sexta realizacdo. Aqui, Figura 10 é um diagrama de auxilio a explicagdo da
interface no sistema de transmiss@o radio 1F de acordo com a sexta
realizacdo, a partir de um aspecto de configuragdo funcional. Figura 10
mostra um exemplo de modificag@o da quarta realizagéo.

O sistema de transmissdo radio 1F de acordo com a sexta
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realizagdo é baseado na quarta realizagdo que transmite sinais desejados para
ter uma caracteristica de alta velocidade e uma caracteristica de baixa
velocidade e outros simbolos para os quais uma baixa velocidade e uma baixa
capacidade ¢ suficiente, e transmite também poténcia que necessita
transmissdo de poténcia via radio. Isto €, um mecanismo para fornecer
poténcia a ser usado por um cartdo de memoria 201F a partir do dispositivo
eletrénico 101F por radio, € adicionado.

O dispositivo eletrénico 101F inclui uma segdo de
fornecimento de poténcia 174 para fornecer poténcia a ser usada pelo cartdo
de meméria 201F via rddio. Um mecanismo da secfio de fornecimento de
poténcia 174 sera descrito posteriormente.

O cartdo de memoria 201F inclui uma se¢fo de recebimento de
poténcia 278 para receber tensdo de fonte de alimentagfo (poténcia de fonte
de alimentag&o) transmitida do lado do dispositivo eletronico 101F via radio.
Um mecanismo da se¢do de recebimento de poténcia 278 sera descrito
posteriormente. Em qualquer sistema, a se¢éo de recebimento de poténcia 278
gera tensdo de suprimento de poténcia a ser usada no lado do cartdo de
memoria 201F, e fornece a tensdo de fornecimento de poténcia a um chip
semicondutor 203 e similares.

Em termos de configuracdo funcional, a sexta realizagfio ¢
diferente da quarta realizagdo somente em que a poténcia ¢ também
transmitida via radio. Portanto, a descrigdo de outras partes sera omitida. Um
dentre um sistema de inducdo eletromagnética, um sistema de recepgio de
onda radio e um sistema de ressonancia, por exemplo, ¢ adaptado como um
mecanismo para realizar transmissio de poténcia via radio. Este método
elimina completamente uma necessidade de uma interface via fiagdo elétrica e
terminais, e torna possivel formar uma configuracdo de sistema sem cabo.
Todos os sinais incluindo poténcia podem ser transmitidos via radio a partir

do dispositivo eletrénico 101F para o cartdo de memoria 201F.
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Incidentalmente, uma linha de acoplamento para efetuar transmissio de
poténcia via radio, pode ser construida em uma posi¢do diferente da parte de
uma estrutura de ranhuras 4.

Por exemplo, o sistema de inducdo eletromagnética usa
acoplamento eletromagnético de bobinas e forca eletromotriz induzida.
Embora ndo mostrada na figura, a secdo de fornecimento de poténcia 174 para
fornecer poténcia via radio (um lado de transmissdo de poténcia e um lado
primério) é provida de uma bobina primdria, e a bobina primaria é acionada a
uma freqiiéncia relativamente alta. A se¢fo de recebimento de poténcia 278
para receber a poténcia a partir da se¢do de fornecimento de poténcia 174 via
radio (um lado de recebimento de poténcia e um lado secundario) € provida
de uma bobina secundaria em tal posi¢do, de modo a ser oposta a bobina
priméria, e € provida de um diodo retificador, capacitores para ressonéncia e
filtragem e similar. Por exemplo, o diodo retificador e o capacitor de filtragem
formam um circuito retificador.

Quando a bobina primaria é acionada a uma alta freqiiéncia,
uma forca eletromotriz induzida é gerada na bobina secunddria acoplada
eletromagneticamente a bobina primaria. O circuito retificador gera uma
tensfo de corrente continua com base na forga eletromotriz induzida. Neste
instante, a eficiéncia de recepgdo de poténcia é melhorada usando um efeito
de ressonancia.

Quando o sistema de inducdo eletromagnética € adotado, a
secdo de fornecimento de poténcia 174 e a secéo de recebimento de poténcia
278 sdo trazidas em proximidade uma da outra, outros elementos (metal em
particular) sdo impedidos de serem interpostos entre a secdo de fornecimento
de poténcia 174 e a secdo de recebimento de poténcia 278 (especificamente
entre a bobina primaria e a bobina secundéria), e blindagem eletromagnética é
provida para as bobinas. A primeira € para evitar o aquecimento do metal (de

acordo com principios de aquecimento por indugdo eletromagnética), e a
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ultima € para tomar uma medida contra interferéncia com outros circuitos
eletronicos. O sistema de inducfo eletromagnética pode transmitir alta
poténcia, porém necessita trazer o transmissor e o receptor em proximidade
um ao outro (por exemplo, a uma distdncia de 1 cm ou menos), conforme
descrito acima.

O sistema de recepgdo de onda radio usa a energia de uma
onda radio, e converte uma forma de onda de corrente alternada obtida
recebendo uma onda radio em uma tensdo de corrente continua por um
circuito retificador. O sistema de recep¢do de onda radio tem uma vantagem
de ser capaz de transmitir poténcia, independente da faixa de freqiiéncia (por
exemplo, ondas milimétricas podem ser usadas). Embora ndo mostrada na
figura, a se¢do de fornecimento de poténcia 174 (lado de transmissfo) para
fornecer poténcia via radio é provida de um circuito de transmissdo para
transmitir uma onda radio em uma certa faixa de freqiiéncia. A secfo de
recebimento de poténcia 278 (lado de recepgdo) para receber a poténcia da
secdo de fornecimento de poténcia 174 via radio é provida de um circuito
retificador para retificar a onda radio recebida. Embora dependendo da
poténcia de transmissdo, a tensdo recebida € baixa, e o diodo retificador com
uma tensdo de condugfo tdo baixa quanto possivel (por exemplo, um diodo
Schottky) ¢ desejavelmente usado para o circuito retificador. Incidentalmente,
um circuito ressonante pode ser formado em um estagio precedendo o circuito
retificador, para aumentar a tensio e entdo efetuar retificagdo. No sistema de
recepgdo de onda radio no uso externo comum, grande parte da poténcia de
transmissdo € espalhada como uma onda radio, e entfo a eficiéncia de
transmissdo de poténcia é reduzida. Entretanto, € considerado que este
problema pode ser resolvido combinando uma constituigdo capaz de limitar
uma faixa de transmissdo (por exemplo, uma linha de transmissdo de sinal de
onda milimétrica de uma estrutura de confinamento).

O sistema de ressondncia aplica os mesmos principios que
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aqueles de um fendmeno no qual dois osciladores (péndulos ou garfos de
sintonia) ressonam e usa um fenémeno de ressondncia em um campo proximo
em um dentre um campo elétrico € um campo magnético ao invés de uma
onda eletromagnética. O sistema de ressonincia usa um fendémeno no qual,
quando um (correspondente a secdo de fornecimento de poténcia 174) dos
dois osciladores possuindo uma mesma freqiiéncia natural ¢ oscilado, e
somente uma pequena oscilagio ¢ transmitida ao outro oscilador
(correspondendo a se¢fo de recebimento de poténcia 278), o outro oscilador
comega a vibrar bastante devido ao fendmeno de ressonéncia.

No caso de um sistema usando um fendmeno de ressonincia
em um campo elétrico, um dielétrico é disposto em ambas segdo de
fornecimento de poténcia 174 (lado de transmissdo de poténcia) para fornecer
poténcia via radio e a se¢do de recebimento de poténcia 278 (lado de recepgdo
de poténcia) para receber a poténcia da secdo de fornecimento de poténcia
174 via radio, de tal modo que ocorre um fenémeno de ressonancia de campo
elétrico entre a segdo de fornecimento de poténcia 174 e a secdo de
recebimento de poténcia 278. E importante usar um dielétrico possuindo uma
constante dielétrica de umas poucas dezenas até uma centena (muito mais alta
que um dielétrico comum) e tendo uma perda dielétrica tdo pequena quanto
possivel como antenas, e excite um modo especifico de oscilagdo nas antenas.
Por exemplo, quando uma antena de disco é usada, o acoplamento € mais
forte quando o modo de oscilagdo em torno do disco é m =2 ou 3.

No caso de um sistema usando um fenémeno de ressonéincia
em um campo magnético, um ressonador LC ¢ disposto em ambas segdo de
fornecimento de poténcia 174 (lado de transmissdo de poténcia) para fornecer
poténcia via radio e a se¢@o de recebimento de poténcia 278 (lado de recepgéo
de poténcia) para receber a poténcia da se¢fo de fornecimento de poténcia
174 via radio, de tal modo que um fendémeno de ressonéncia de campo

magnético ocorre entre a se¢do de fornecimento de poténcia 174 ¢ a segéo de
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recebimento de poténcia 278. Por exemplo, uma parte de uma antena tipo
malha ¢ formada na forma de um capacitor, que ¢ combinado com a
indutancia da propria malha para formar um ressonador LC. O valor de Q
(forca da ressonéncia) pode ser aumentado, e uma taxa na qual a poténcia é
absorvida por outra além da antena para ressonancia € baixa. Entdo, o sistema
usando o fendmeno de ressondncia em um campo magnético € similar ao
sistema de indugdo eletromagnética em que um campo magnético € usado,
porém € um sistema totalmente diferente no qual a transmissio de uns poucos
kW ¢ possivel em um estado da secéo de fornecimento de poténcia 174 e da
secéo de recebimento de poténcia 278, estando mais distantes uma da outra do
que no sistema de induc@io eletromagnética. No caso do sistema de
ressondncia, independente do fendmeno de ressonéncia em um campo elétrico
ser usado ou se o fendmeno de ressondncia em um campo magnético ¢ usado,
o comprimento de onda A em um campo eletromagnético, dimensdes de uma
parte formando a antena (o raio do disco de um dielétrico em um campo
elétrico ou o raio de uma malha em um campo magnético), e uma distancia
maxima para a qual transmissdo de poténcia ¢ possivel (distdncia D entre
antenas) sdo substancialmente proporcionais. Em outras palavras, ¢
importante manter uma relacdo entre o comprimento de onda A de uma onda
eletromagnética da mesma freqiiéncia, como um freqiiéncia na qual a
oscilagdo é efetuada, a distancia D entre as antenas ¢ o raio da antena r a um
valor substancialmente constante. Em adigdo, devido ao fenémeno de
ressondncia em um campo proximo, € importante tornar o comprimento de
onda A suficientemente maior que a distdncia D entre as antenas, e tornar o
raio da antena r ndo muito menor que a distancia D entre as antenas.

O sistema de ressonancia de campo elétrico tem uma distancia
de transmiss@o de poténcia mais curta que um campo magnético e gera uma
pequena quantidade de calor, mais causa uma grande perda devido a uma

onda eletromagnética quando ha um obstaculo. O sistema de ressonancia de
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campo elétrico ndo ¢ afetado pela capacitancia de um dielétrico tal como uma
pessoa, causa uma pequena perda devida a uma onda eletromagnética e tem
uma distincia de transmissdo de poténcia mais longa que um campo elétrico.
No caso do sistema de ressondncia de campo elétrico, interferéncia (EMI)
com sinais usados em um lado de placa de circuito necessita ser considerada
quando freqiiéncias mais baixas que a faixa de onda milimétrica sfo usadas, e
quando a faixa de onda milimétrica ¢ usada, interferéncia com transmissdo de
sinal de onda milimétrica em relagdo ao sinal necessita ser considerada. No
caso do sistema de ressonancia de campo magnético, ha basicamente um
pequeno fluxo externo de energia devido a uma onda eletromagnética, e o
comprimento de onda pode ser diferente daqueles da faixa de onda
milimétrica, de tal modo que os problemas de interferéncia com o lado da
placa de circuito e a transmissdo de sinal de onda milimétrica sdo resolvidos.
A presente realizagdo pode adotar basicamente qualquer
sistema de inducdo eletromagnética, sistema de recepcdo de onda radio e
sistema de ressonancia. Entretanto, em consideragdo as caracteristicas de cada
sistema bem como o deslocamento de posigéo, interferéncia com circuitos
existentes, eficiéncia e similares, é desejavel adotar o sistema de ressonéncia
usando o fenémeno de ressondncia de campo magnético. Por exemplo, a
eficiéncia da fonte de alimentagdo do sistema de indugfio eletromagnética ¢
maximizada quando o eixo central da bobina primaria e o eixo central da
bobina secundaria coincidem um com o outro, ¢ € diminuido quando hd um
deslocamento axial. Em outras palavras, a precisdo do alinhamento da bobina
priméria e da bobina secundéria afeta grandemente a eficiéncia de transmisséo
de poténcia. Quando é considerado o deslocamento de posigdo, a ado¢do do
sistema de inducgdo eletromagnética envolve dificuldades. O sistema de
recepgdo de onda radio e o sistema de ressondncia de campo elétrico envolve
considerar EMI (interferéncia). A este respeito, o sistema de ressondncia de

campo magnético resolve estes problemas.
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Incidentalmente, pode ser feita referéncia aos seguintes
Documentos de Referéncia 1 e 2, por exemplo, para cada um dentre o sistema
de indugdo eletromagnética, o sistema de recepgfo de onda radio e o sistema
de ressondncia.

Documento de Referéncia 1: “Cover Story Feature Finally,
Power Supply also Goes Wireless”, 26 de Marco de 2007, emitido por Nikkei
Electronics, Nikkei BP, paginas 98-113

Documento de Referéncia 2: “Paper Wireless Technology
Developed to Transmit Power Lights Up a 60W Bulb in Tests”, 3 de
Dezembro de 2007, emitido por Nikkei Electronics, Nikkei BP, paginas 117-128
< Sistema de Transmisséio Radio: Sétima Realizagéo >

Figura 11 ¢ um diagrama de auxilio a explicagdo de uma
interface de sinal em um sistema de transmissdo radio de acordo com uma
sétima realizacfio. Figura 11 ¢ um diagrama de auxilio a explicacdo da
interface de sinal no sistema de transmisséo radio 1G de acordo com a sétima
realizagdo, a partir de um aspecto de configuracdo funcional. Figura 11
mostra um exemplo de modificagdo da quinta realizagéo.

A sétima realizagdo é baseada no mecanismo da quinta
realizagdo, e é adicionalmente caracterizada pela poténcia que necessita de
transmissdo de poténcia € também transmitida por radio. Isto é, um
mecanismo para fornecer poténcia a ser usado por um cartdo de memoria
201G de um dispositivo eletronico 101G, via radio, € adicionado.

O mecanismo para a fonte de alimentagdo, isto é, para
transmitir a poténcia via radio, emprega um dentre o sistema de inducio
eletromagnética, o sistema de recep¢do de onda rddio e o sistema de
ressonancia conforme descrito na sexta realizagdo. Também neste caso, como
na sexta realizacdo, uma constituicdo empregando o sistema de ressonancia de
campo magnético € mostrada.

O dispositivo eletronico 101G inclui uma se¢do de
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fornecimento de poténcia 174 para fornecer poténcia a ser usada no cartéio de
memoria 201G via radio. A seg¢fo de fornecimento de poténcia 174 tem um
ressonador LC para empregar o sistema de ressonancia de campo magnético.

O cartdo de memoria 201G inclui uma se¢éo de recebimento
de poténcia 278 para receber a poténcia transmitida do lado do dispositivo
eletrdnico 101G, via radio. A secdo de recebimento de poténcia 278 tem um
ressonador L.C para empregar o sistema de ressonancia de campo magnético.

Em termos de configuragdo funcional, a sétima realizagdo ¢
diferente da quinta realizag8o, somente em que a sétima realizagdo possui um
sistema para transmissfio de poténcia e um sistema para transmissdo de sinal.
Portanto, a descri¢do de outras partes serd omitida. Este método elimina
completamente uma necessidade de uma interface via fiagdo elétrica e
terminais, e torna possivel formar uma configuracio de sistema sem cabo.
Problemas de vida e substitui¢gdo quando o cartdo de memoria 201G possui
uma bateria séo resolvidos.
<Estrutura de Transmiss&o de Onda Milimétrica: Primeiro Exemplo>

Figuras 12A a 12C sdo diagramas de auxilio a explicagfo de
um primeiro exemplo de uma estrutura de transmissdo de onda de um cartdo
de memoria 201 e um dispositivo eletrénico 101 possuindo uma estrutura de
ranhuras 4 (posteriormente descrita como uma “presente realizagdo”). O
primeiro exemplo ¢ u m exemplo de aplicagdo de uma estrutura de
transmissdo de onda milimétrica para realizar a configuracdo funcional do
sistema de transmissdo radio 1A de acordo com a primeira realizagéo.

A estrutura de ranhuras 4A entre o dispositivo eletrénico 101A
e o cartio de memoria 201A € uma estrutura para inserir € remover o cartéo
de memoria 201A para e a partir do dispositivo eletronico 101A. A estrutura
de ranhuras 4A possui uma fungdo de meio para fixar o dispositivo eletronico
101A e o cartdo de memoria 201A.

Conforme mostrado na Figura 12B, a estrutura de ranhuras 4A
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¢ formada de tal modo que o cartfo de memoria 201 A (um invélucro 290 do
cartdo de memoria 201A) pode ser inserido e removido de um invoélucro 190
do lado do dispositivo eletronico 101A, a partir de uma parte de abertura 192
e fixado ao invélucro 190. Uma placa 102 € anexada a uma superficie do
invélucro 190 em um lado oposto (lado externo) a partir da parte de abertura
192, por um elemento de suporte 191.

Um conector do lado de recepgdo é disposto em uma posi¢do
de contato da estrutura de ranhuras 4A com o terminal do cartdo de memoria
201A. Nenhum terminal de conector (pino de conector) é necessario para
sinais substituidos por transmissdo de onda milimétrica.

Incidentalmente, um terminal conector pode ser provido
também para os sinais substituidos por transmissfo de onda milimétrica no
lado do dispositivo eletronico 101 A (estrutura de ranhuras 4A). Neste caso,
quando um cartdo de memoria 201 da técnica relacionada ao qual a estrutura
de transmissdo de onda milimétrica de acordo com o primeiro exemplo ndo é
aplicada, ¢ inserido na estrutura de ranhuras 4A, a transmissdo de sinal pode
ser efetuada por fiagdo elétrica como no caso da técnica relacionada.

O dispositivo eletronico 101A e o cartdo de meméria 201A
possuem configuragdes de forma de depresséo e proje¢do como uma estrutura
de ajuste. Neste caso, conforme mostrado na Figura 12B, o invélucro 190 do
dispositivo eletronico 101A tem uma configuragéio de forma de projegéo
cilindrica 198A (protrusio), e conforme mostrado na Figura 124, o invélucro
290 do cartdo de memoria 201 A tem uma configuragdo de forma de depressdo
cilindrica 298A (oca). Isto é, conforme mostrado na Figura 12C, a
configuracdo de forma de projecdo cilindrica 198A € disposta em uma parte
correspondente & posi¢do da configuragdo de forma de depressdo cilindrica
298A quando o cartdo de memoria 201A € inserido no involucro 190.

Por tal configuragdo, o cartio de memoria 201A é fixado e

alinhado simultaneamente quando o cartio de memodria 201A é montado na
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estrutura de ranhuras 4A. Incidentalmente, mesmo quando as formas de
projecdo e depressdo ndo estdo ajustadas uma a outra de modo estacionario, é
suficiente que as formas de projecdo e depressdo sejam ajustadas em um
tamanho tal que as antenas 136 e 236 ndo caiam fora de um elemento de
blindagem (envoltéria: condutor 144). Nio é essencial que a forma planar das
configuragdes de forma de projego e depressdo tenham uma forma circular
como na figura, porém a forma planar das configuragdes de forma de projecio
e depressdo é uma forma arbitraria tal como um tridngulo e um quadrado.

. Por exemplo, um exemplo de estrutura (perspectiva plana e
perspecti\}a seccional) do cartdo de memoria 201 A € mostrado na Figura 12A.
O cartio de memoria 201 A tem um chip semicondutor 203 incluindo uma
parte de geragdo de sinal 207 (se¢do de conversdio de sinal de onda
milimétrica) em uma superficie de uma placa 202. O chip semicondutor 203 ¢
provido de um terminal de transmisso e recep¢do de onda milimétrica 232
para acoplamento a uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9
(linha de transmissdo dielétrica 9A). Uma linha de transmissdo de onda
milimétrica 234 feita de uma configuragdo de placa conectada ao terminal de
transmissdo e recepg¢do de onda milimétrica 232 e uma antena 236 (antena
retangular de micro-tira nas Figuras 12A a 12C) s@o formadas em uma
superficie da placa 202. O terminal de transmissdo e recepgdo de onda
milimétrica 232, a linha de transmissdo de onda milimétrica 234 e a antena
236 formam uma se¢do de acoplamento de linha de transmisséo 208.

A antena retangular de micro-tira ndo possui uma
direcionalidade aguda em uma dire¢do normal. Entdo, quando partes
superpostas das antenas 136 e 236 possuem uma area grande, o deslocamento
até um certo grau das antenas 136 e 236 uma da outra nfo afeta a
sensibilidade de recepg¢do. Em comunicagdo de onda milimétrica, ondas
milimétricas possuem comprimentos de onda curtos de uns poucos mm, e

entdo as antenas possuem um pequeno tamanho da ordem de poucos mm
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quadrados e podem ser facilmente montadas em um pequeno espago, tal como
o interior do pequeno cartfo de memoria 201. Fazendo Ag ser o comprimento
de onda na placa, a extensdo de um lado da antena retangular de micro-tira é
expressa como Ag/2. Por exemplo, quando um sinal de onda milimétrica de 60
GHz € usado nas placas 102 e 202 possuindo uma constante dielétrica relativa
de 3,5, Ag € cerca de 2,7 mm e um lado da antena retangular de micro-tira é
cerca de 1,4 mm.

Incidentalmente, antenas ainda menores tais como um tipo F
invertido, por exemplo, s@o desejaveis quando as antenas 136 e 236 sdo
formadas dentro dos chips semicondutores 103 e 203. Incidentalmente, a
antena F invertido é nfo direcional. Em outras palavras, a antena F invertido
possui direcionalidade ndo s6 em uma dire¢do da espessura da placa (normal)
como também uma dire¢do planar. Portanto, a eficiéncia de transmissdo ¢
desejavelmente melhorada adotando um dispositivo tal como provendo um
refletor as se¢des de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208 para
acoplar a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (linha de
transmissdo dielétrica 9A).

O invdlucro 290 é uma cobertura para proteger a placa 202.
Pelo menos a parte das configuracdo de forma de depressdo cilindrica 298A ¢
formada por uma resina dielétrica incluindo um material dielétrico possuindo
uma constante dielétrica habilitando transmisséo de sinal de onda milimétrica.
Por exemplo, um elemento formado de uma base de resina acrilica, uma base
de resina de uretano, uma base de resina epdxi ou similar € usada como o
material dielétrico da configurag@o de forma de depressdo cilindrica 298A. O
material dielétrico da parte de pelo menos a configuragdo de forma de
depressdo cilindrica 298A no invélucro 290 também forma uma linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica.

A configuragdo de forma de depressdo cilindrica 298A ¢é

formada no mesmo plano que a antena 236 no invélucro 290. A configuragéo
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de forma de depressdo cilindrica 298A fixa o cartdo de memoria 201A a
estrutura de ranhuras 4A e efetua alinhamento para acoplamento de
transmissdo de onda milimétrica a linha de transmissdo dielétrica 9A da
estrutura de ranhuras 4A.

Um terminal de conexdo 280 (pino de sinal) para ser
conectado ao dispositivo eletrénico 101A em uma posi¢do determinada do
invélucro 290, é disposto na posi¢io determinada do invélucro 290 de um
lado da placa 202. No caso da primeira realizagdo, o cartdo de memoria 201A
inclui, em uma parte deste, uma estrutura de terminal da técnica relacionada,
para sinais de baixa velocidade e baixa capacidade e para suprimento de
poténcia. Um sinal de relogio e diversos sinais de dados sdo objetos para
transmissfo de sinal pela onda milimétrica, e entfo terminais para isto sdo
removidos, conforme indicado pelas linhas pontilhadas nas Figuras 12A a
12C.

Um exemplo de estrutura (perspectiva plana e perspectiva
seccional) do dispositivo eletrénico 101A é mostrado na Figura 12B. O
dispositivo eletrénico 101A possui um chip semicondutor 103 incluindo uma
parte de geracdo de sinal 107 (segdo de conversdio de sinal de onda
milimétrica) em uma superficie (lado da parte de abertura 192) da placa 102.
O chip semicondutor 103 é provido de um terminal de transmisséo e recepgio
de onda milimétrica 132 para acoplamento & linha de transmisso de sinal de
onda milimétrica 9 (linha de transmissfo dielétrica 9A). Uma linha de
transmissfdo de onda milimétrica 134 feita de uma configuragdo de placa
conectada ao terminal de transmissdo e recep¢io de onda milimétrica 132 e
uma antena 136 (antena retangular de micro-tira nas Figuras 12A a 12C) sdo
formadas em uma superficie de placa 102. O terminal de transmissdo e
recepgdo de onda milimétrica 132, a linha de transmiss&o de onda milimétrica
134 e a antena 136 formam uma se¢do de acoplamento de linha de

transmissio 108.
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A parte de abertura 192 para e a partir da qual o cartdio de
memoria 201 A € inserido e removido, é formada como a estrutura de ranhuras
4A no invélucro 190.

O invoélucro 190 tem a configuragdo de forma de projecdo
cilindrica 198 A formada de modo a constituir a linha de transmisséo dielétrica
9A na parte correspondente a posi¢do da configuragdo de forma de depresséo
cilindrica 298A, quando o cartio de memdria 201A ¢ inserido na parte de
abertura 192. No presente exemplo, a configuragio de forma de projegéo
cilindrica 198A (linha de transmissfo dielétrica 9A) é configurada formando
um guia de onda dielétrico 142 dentro de um condutor tubular 144 e ¢
fixamente disposta de tal modo que o centro do guia de onda dielétrico 142
coincide com a antena 136 da se¢do de acoplamento de linha de transmisséo
108. O guia de onda dielétrico 142 é provido como uma estrutura para
reforcar o acoplamento entre as antenas 136 e 236 na estrutura de ajuste de
projecdo e depressdo. Incidentalmente, nfo é essencial que o guia de onda
dielétrico 142 (linha de transmissdo dielétrica 9A) seja provido. A linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 pode ser formada pelo material
dielétrico dos involucros 190 e 290 conforme é.

Parémetros tais como o didmetro, extensdo e material do guia
de onda dielétrico 142 sfo determinados de modo a serem capazes de
transmitir sinais de onda milimétrica eficientemente. E desej4vel usar, como o
material do guia de onda dielétrico 142, um material dielétrico possuindo uma
constante dielétrica relativa de cerca de 2 a 10 (preferivelmente 3 a 6) e uma
tangente de perda dielétrica de cerca de 0,00001 a 0,01 (preferivelmente
0,00001 a 0,001) tal como um material dielétrico formado de uma base de
resina acrilica, uma base de resina de uretano, uma base de resina epdxi, uma
base de silicone, uma base de poli-imida e uma base de resina de
cianoacrilato, conforme descrito acima. Confinando um sinal de onda

milimétrica na linha de transmissdo dielétrica 9A, a eficiéncia de transmissio
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pode ser melhorada e a transmissdo de sinal de onda milimétrica pode ser
efetuada sem qualquer inconveniéncia. O condutor tubular 144 ndo necessita
ser provido em alguns casos, selecionando adequadamente o material.

O dimetro dispositivo condutor tubular 144 € feito para
corresponder ao didmetro da configuragdo de forma de depressdo cilindrica
298A do cartdo de memoria 201A. O condutor tubular 144 também possui um
efeito de um material de blindagem para suprimir radiagdo externa de uma
onda milimétrica transmitido dentro do guia de onda dielétrico 142.

Para Figura 12C mostra um exemplo de uma estrutura
(perspectiva seccional) quando o cartdo de memoria 201A ¢ inserido na
estrutura de ranhuras 4A (parte de abertura 192 em particular) do dispositivo
eletronico 101 A. Conforme mostrado nas Figuras 12A a 12C, o invélucro 190
da estrutura de ranhuras 4A possui uma estrutura mecénica de tal modo que a
configuracdo de forma de projecdo cilindrica 198A (linha de transmissdo
dielétrica 9A) e a configuragdo de forma de depressdo cilindrica 298A entram
em contato uma com a outra na forma de uma projecéo e uma depressdo,
quando o cartdo de memoria 201 A € inserido a partir da parte de abertura 192
no involucro 190 da estrutura de ranhuras 4A. Quando as estruturas de
projecdo e depressdo sdo ajustadas uma a outra, as antenas ¢ 136 ¢ 236 sdo
opostas uma a outra, e a linha de transmisséo dielétrica 9A ¢é disposta como a
linha de transmisséio de sinal de onda milimétrica 9 entre as antenas 136 e
236.

O cartdo de memoria 201A e a estrutura de ranhuras 4A sio
fixados um ao outro pela constituicdo acima. Em adigdo, o alinhamento da
linha de transmissdo dielétrica 9A para acoplar a transmissdo de onda
milimétrica é obtido de modo a transmitir sinais de onda milimétrica
eficientemente entre as antenas 136 e 236.

Isto é, a secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108

(secdo de acoplamento de antena em particular) € disposta na parte da
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configuracdo de forma de projegéo cilindrica 198A do dispositivo eletronico
101A, e a secdo de acoplamento de linha de transmissdo 208 (se¢do de
acoplamento de antena em particular) € disposta na parte da configuragdo de
forma de depresséo cilindrica 298A no cartdo de memoria 201A. A secdo de
acoplamento de linha de transmiss@o 108 e a se¢do de acoplamento de linha
de transmissdo 208 sdo arranjadas de tal modo que as caracteristicas de
transmissdo de onda milimétrica das se¢des de acoplamento de linha de
transmissdo 108 e 208 sdo refor¢adas quando a projegdo e a depressdo sdo
coincididas.

Com tal constituigéo, a fixagdo do cartdo de memoria 201A e
alinhamento para transmissdo de sinal de onda milimétrica podem ser
efetuados simultaneamente quando o cartdo de memoéria 201 A é montado na
estrutura de ranhuras 4A. Embora o invélucro 290 seja interposto entre a linha
de transmissdo dielétrica 9A e a antena 236 no cartdo de memoria 201A, o
material da parte da configuracdo de forma de depressdo cilindrica 298A é um
material dielétrico, e entdo ndo produz um grande efeito na transmissdo de
onda milimétrica. O mesmo é verdadeiro para um caso onde o guia de onda
dielétrico 142 ndo estd programado na parte da configuragdo de forma de
projecdo cilindrica 198A, porém o material elétrico do invélucro 190 € usado
conforme €. Os materiais dielétricos dos respectivos invélucros 190 e 290
formam a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (linha de
transmissdo dielétrica 9A) entre as antenas 136 e 236.

Entdo, de acordo com a estrutura de transmissdo de onda
milimétrica de acordo com o primeiro exemplo, uma constitui¢do ¢ adotada
na qual a linha de transmissfio dielétrica 9A possuindo o guia de onda
dielétrico 142 ¢ interposta entre as se¢Ges de acoplamento de linha de
transmissdo 108 e 208 (antenas 136 e 236 em particular) quando o cartdo de
memoéria 201A ¢ montado na estrutura de ranhuras 4A. A eficiéncia da

transmissdo de alta velocidade pode ser melhorada confinando sinais de onda
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milimétrica na linha de transmisséo dielétrica 9A.

Como uma idéia, € possivel formar a linha de transmissdo de
sinal de onda milimétrica 9 (linha de transmissdo dielétrica 9A) de tal modo
que a antena 136 e a antena 236 sfo opostas uma a outra em uma posi¢do
diferente da parte da estrutura de ajuste (a configuragdo de forma de projecéo
198 e a configuracio de forma de depressdo 298) da estrutura de ranhuras 4A
para montar o cartdo. Entretanto, hd um efeito de deslocamento de posicdo
neste caso. Por outro lado, o efeito de deslocamento de posi¢do pode ser
certamente eliminado provendo a linha de transmiss@o de sinal de onda
milimétrica 9 na estrutura de ajuste da estrutura de ranhuras 4A para montar o
cartdo.
< Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Segundo Exemplo>

Figuras 13A a 13C sdo diagramas de auxilio a explicagfo de
um segundo exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com a presente realizagdo. O segundo exemplo é um exemplo de
aplicagdo de uma estrutura de transmissdo de onda milimétrica para realizar a
configuragdo funcional da relagdo do sistema de transmissdo de radio 1B de
acordo com a segunda realizacdo.

O sistema de transmissdo de rddio 1B de acordo com a
segunda realizagdo, a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 é a
linha de transmissdo de espaco livre 9B, e entdo a estrutura de transmisséo de
onda milimétrica tem provisdes correspondendo a linha de transmissdo de
espaco livre 9B. Especificamente, conforme mostrado na Figura 13A, o cartéo
de memoria 201B € similar a estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com o primeiro exemplo.

Por outro lado, no dispositivo eletrénico 101B, conforme
mostrado na Figura 13bB, a configuragdo de forma de projecdo cilindrica
198A € modificada em uma configuracdo de forma de projecdo cilindrica

198B formando uma parte do invélucro 190. E suficiente formar a
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configuracdo de forma de projegdo cilindrica 198B (linha de transmissdo de
espaco livre 9B) provendo uma protrusdo cilindrica em uma posi¢do do
invélucro 190, cuja posi¢do corresponde a uma configura¢do de forma de
depressio 298B. E desejavel que a espessura da parte da configuracdo de
forma de projecéo cilindrica 198B cuja parte corresponde a configuragio de
forma de depressdo 298B seja aproximadamente a mesma que a espessura de
outras partes do invélucro 190. Quando o condutor tubular 144 ¢ provido na
periferia da parte de protrusdo, uma estrutura similar a um guia de onda oco
de acordo com um sétimo exemplo a ser descrito mais tarde, € obtida. Em
qualquer caso, a configuragio de forma de projegdo cilindrica 198B € disposta
de tal modo que o centro do didmetro interior da protruséo cilindrica coincide
com a antena 136 da se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108. A
estrutura de transmissdio de onda milimétrica de acordo com o segundo
exemplo € de outra forma a mesma que a estrutura de transmissd@o de onda
milimétrica de acordo com o primeiro exemplo.

Pelo menos a parte da configuragdo de forma de projegdo
cilindrica 198B do invélucro 190 é formada por uma resina dielétrica
incluindo um material dielétrico possuindo uma constante dielétrica relativa
habilitando a transmissdo de sinal de onda milimétrica. Por exemplo, no
elemento formado de uma base de resina acrilica, uma base de resina de
uretano, uma base de resina epdxi ou similar ¢ usado como o material
dielétrico da configura¢do de forma de proje¢do cilindrica 198B. O material
dielétrico da parte de pelo menos a configuracido de forma de projecdo
cilindrica 198B no invélucro 190 também forma uma linha de transmissio
dielétrica de onda milimétrica. A configuracdo de forma de projegdo
cilindrica 198B e a configuragdo de forma de depressdo 298B forma a linha
de transmissdo de espago livre 9B para sinais de onda milimétrica.

Com tal constitui¢do, a fixagdo do cartdo de memoria 201B e

alinhamento para transmissdo de sinal de onda milimétrica podem ser
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efetuadas simultaneamente quando o cartio de memdria 201B é montado em
uma estrutura de ranhuras 4B. Embora os invélucros 190 e 290 sejam
interpostos entre as antenas 136 e 236, os materiais das partes da configuragio
de forma de projeg¢do cilindrica 198B e configuragdo de forma de depressdo
298B sdo ambos um dielétrico, e entdo ndo produzem um grande efeito na
transmissdo de onda milimétrica. Quando a espessura da parte da
configuracdo de forma de projegdo cilindrica 198B cuja parte corresponde a
configuragio de forma de depressfio 298B € aproximadamente a mesma que a
espessura de outras partes do invélucro 190, conforme indicado por uma linha
pontilhada nas Figuras 13A a 13C, o efeito pode ser reduzido mais
seguramente.

<Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Terceiro Exemplo>

Figuras 14A a 14C sdo diagramas de auxilio a explicagdo de
um terceiro exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com a presente realizagdo. O terceiro exemplo €¢ um exemplo de
aplicacdo de uma estrutura de transmissdo de onda milimétrica para realizar a
configuragdo funcional do sistema de transmisséo radio 1E de acordo com a
quinta realizag@o.

No sistema de transmissdo radio 1E de acordo com a quinta
realizagfo, as linhas de transmiss&o de sinal de onda milimétrica 9 de diversos
sistemas sdo providas usando diversos conjuntos de se¢bes de acoplamento de
linha de transmissdo 108 e 208. Entdo, a estrutura de transmissdo de onda
milimétrica também tem provisGes correspondentes as linhas de transmisséo
de sinal de onda milimétrica 9 dos diversos sistemas. Uma estrutura de
ranhuras 4E 1 e um cartdo de memoéria 201E_1 possuem diversos sistemas de
linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (linhas de transmissdo
dielétrica 9A), terminais de transmissdo e recepgdo de onda milimétrica 232,
linhas de transmissdo de onda milimétrica 234 e antenas 136 e 236. Na

estrutura de ranhuras 4E 1 e cartdo de meméria 201E_1, as antenas 136 e 236
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sdo dispostas em uma mesma superficie de placa e arranjadas
horizontalmente. Deste modo, um sistema de transmissdo duplex pleno no
qual transmissdes de onda milimétrica correspondentes a transmissdo e
recepgo sfo efetuadas independentemente uma da outra, € realizado.

Por exemplo, um exemplo de estrutura (perspectiva plana e
perspectiva seccional) de um dispositivo eletrénico 101E_1 € mostrado na
Figura 14B. Os terminais de transmissfio e recepg¢éo de onda milimétrica
132 1 e 132_2 para acoplar as linhas de transmissfio de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9 2 (linhas de transmissdo dielétrica 9A 1 e 9A_2) s@do
providas a um chip semicondutor 103 em posi¢gdes separadas. Linhas de
transmissdo de onda milimétrica 134 1 e 134 2 conectadas aos terminais de
transmissfo e recep¢do de onda milimétrica 132 1 e 132 2 e antenas 136_1 e
136 2 sdo formadas em uma superficie da placa 102. O terminal de
transmissdo e recep¢do de onda milimétrica 132 1, a linha de transmisséo de
onda milimétrica 134 1 e a antena 136_1 formam uma se¢éo de acoplamento
de linha de transmissdo 108 1. O terminal de transmisséo e recepgéo de onda
milimétrica 132 2, a linha de transmissdo de onda milimétrica 134 2 e a
antena 136 2 formam uma se¢do de acoplamento de linha de transmissdo
108 2.

Em adicdo, guias de onda dielétricos cilindricos 142 1 e
142 2 de dois sistemas sdo arranjados em paralelo um com o outro como uma
configurag@o de forma de proje¢do cilindrica 198E 1 em um invélucro 190 de
modo a corresponder aos arranjos das antenas 136 _1 e 136 2. Os guias de
onda dielétricos cilindricos 142 1 e 142 2 dos dois sistemas sao formados em
uma forma cilindrica dentro de um condutor tubular 144 e constituem as
linhas de transmissdo dielétrica 9A 1 e 9A 2. O condutor tubular 144 impede
interferéncia de onda milimétrica entre as linhas de transmissdo dielétrica
9A 1e9A 2 dos dois sistemas.

Um exemplo de estrutura (perspectiva plana e perspectiva
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seccional) do cartio de memoria 201E 1 é mostrado na Figura 14A. Os
terminais de transmissdo e recep¢do de onda milimétrica 232 1 e 232 2 para
acoplar as linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 1 e 9 2
(linhas de transmissdo dielétrica 9A_1 e 9A_2) de diversos sistemas (dois
sistemas nas Figuras 14A a 14C) sdo providos a um chip semicondutor 203
em uma placa 202 em posi¢Oes separadas. Linhas de transmiss@o de onda
milimétrica 234 1 e 234 2 conectadas aos terminais de transmissdo e
recepgdo de onda milimétrica 232 1 e 232 2 e antenas 236 1 e 236 2 séo
formadas na superficie da placa 202. O terminal de transmissio e recepgdo de
onda milimétrica 232 1, a linha de transmissdo de onda milimétrica 234 lea
antena 236 _1 formam uma se¢fio de acoplamento de linha de transmisséo
208 1. O terminal de transmissdo e recep¢do de onda milimétrica 232 2, a
linha de transmissfio de onda milimétrica 234 2 e a antena 236_2 formam
uma sec¢do de acoplamento de linha de transmisséo 208_2.

Uma configuragéo de forma de depressdo cilindrica 298E 1
correspondente a forma seccional da configuragdo de forma de projecdo
cilindrica 198E 1 (condutor 144) no lado do dispositivo eletrénico 101E_1 €
formada no invélucro 290 do cartdo de memoria 201E 1. Como na estrutura
de transmissdo de onda milimétrica de acordo com o primeiro exemplo, a
configuragdo de forma de depressdo cilindrica 298E 1 fixa o cartdo de
memoria 201E_1 & estrutura de ranhuras 4E 1 e efetua alinhamento para
acoplamento de transmissdo de onda milimétrica as linhas de transmissdo
dielétrica 9A 1 e 9A 2 da estrutura de ranhuras 4E 1.

Neste caso, as linhas de transmissio de sinal de onda
milimétrica 9 1 ¢ 9 2 sdo ambas uma linha de transmissdo dielétrica 9A.
Entretanto, por exemplo, uma das linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9 2 pode ser uma linha de transmissdo de espago livre ou
um guia de onda oco, ou pode ser ambos linha de transmisséo de espago livre

ou um guia de onda oco.
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De acordo com a estrutura de transmissio de onda milimétrica,
de acordo com o terceiro exemplo, o sistema de transmissdo radio 1E de
acordo com a quinta realizagdo pode ser realizado. Entdo, como
multiplexagéo por divisdo de espago torna possivel usar uma mesma banda de
freqiiéncia ao mesmo tempo, a velocidade de comunicagdo pode ser
aumentada, e a simultaneidade da comunicagdo bidirecional na qual
transmissdes de sinal sdo efetuadas simultaneamente, pode ser assegurada.
Formando as linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 1 e 9 2
(linhas de transmissdo dielétrica 9A_1 e 9A_2) dos diversos sistemas,
transmissdo duplex plena é tornada possivel, e a eficiéncia da transmissdo e
recepcdo de dados pode ser melhorada.
<Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Quarto Exemplo>

Figuras 15A a 15C sfo diagramas de auxilio a explicagéo de
um quarto exemplo da estrutura de transmiss@o de onda milimétrica de acordo
com a presente realizagdo. Como com o terceiro exemplo, o quarto exemplo é
um exemplo de aplicagdo de uma estrutura de transmissdo de onda
milimétrica para realizar a configuragido funcional do sistema de transmisséo
radio 1E de acordo com a quinta realizag#o.

O quarto exemplo ¢ diferente do terceiro exemplo em que as
linhas de transmiss@o de sinal de onda milimétrica de diversos sistemas sdo
dispostas em diferentes superficies de placa. Especificamente, antenas 236
sdo arranjadas nas respectivas superficies de uma placa 202 de modo a serem
opostas uma a outra, em um cartdio de memdria 201E 2, ¢ em
correspondéncia com isto, uma estrutura de ranhuras 4E 2 possui antenas 136
arranjadas separadamente em respectivas placas separadas 102 providas a
superficies internas de ambos os lados de uma parte de abertura 192. Também
no quarto exemplo, ¢ realizado um sistema de transmissdo duplex pleno no
qual transmissdes de onda milimétrica correspondendo a transmissdo e

recepgdo sdo efetuadas independentemente uma da outra.
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Por exemplo, um exemplo de estrutura (perspectiva plana e
perspectiva seccional) do cartdo de meméria 201E_2 é mostrado na Figura
15A. Os terminais de transmissdo e recep¢fio de onda milimétrica 232 1 e
232 2 para acoplar a linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica9 1 e
9 2 (linhas de transmissdo dielétrica 9A 1 e 9A 2) sfo providas a um chip
semicondutor 203 de modo a serem substancialmente opostas uma a outra em
ambas superficies da placa 202. Embora seja dificil entender da perspectiva
do plano, como ¢ entendido da perspectiva seccional, o chip semicondutor
203 e o terminal de transmiss3o e recepglo de onda milimétrica 232 2 sdo
conectados um ao outro por uma configuragéo de orificio vazado 231.

Uma linha de transmisso de onda milimétrica 234 1
conectada ao terminal de transmissdo e recep¢do de onda milimétrica 232 1 e
uma antena 236_1 sdo formados em uma superficie (lado no qual o chip
semicondutor 203 é disposto) da placa 202. Uma linha de transmissdo de onda
milimétrica 234_2 conectada ao terminal de transmissdo e recep¢do de onda
milimétrica 232 2 e uma antena 236 2 sfo formados na outra superficie da
placa 202. Embora seja dificil entender da perspectiva do plano, como é
entendido da perspectiva seccional, as linhas de transmissdo de onda
milimétrica 234 1 e 234 2 e as antenas 236_1 e 236_2 sdo respectivamente
arranjadas em posi¢des substancialmente opostas em ambos os lados da placa
202.

Quando a placa 202 € feita de uma resina epdxi de vidro, por
exemplo, a placa € também um dielétrico e possui uma propriedade de
transmitir ondas milimétricas, e a interferéncia entre os dois lados da placa é
esperada. Em tal caso, a interferéncia de onda milimétrica entre os dois lados
da placa € desejavelmente evitada dispondo uma camada de aterramento, por
exemplo, como uma camada interna da placa 202, cuja camada corresponde
as linhas de transmiss@o de onda milimétrica 234 1 e 234 2 e antenas 236 _1

e 236_2. Isto ¢, uma estrutura para reforcar o isolamento entre elementos de
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antena € provida a estrutura de ajuste.

O terminal de transmissdo e recepgdo de onda milimétrica
232 1, a linha de transmissdo de onda milimétrica 234 1 e a antena 236_1
formam uma se¢fo de acoplamento de linha de transmissdo 208 1. O terminal
de transmissdo e recep¢do de onda milimétrica 232 2, a linha de transmisséo
de onda milimétrica 234 2 e a antena 236 2 formam uma se¢do de
acoplamento de linha de transmissdo 208 2.

Uma configuragdo em forma de depressdo 298F_2a é formada
em uma posicdo no lado da superficie correspondendo a uma antena 136 1
em um invélucro 290. Uma configura¢iio em forma de depressdo 298E 2b ¢
formada em uma posi¢do em um lado da superficie correspondendo a uma
antena 136 2 no invdlucro 290. Isto é, as configuracdes em forma de
depressdo 298E_2a e 298F_2b sfo formadas nas posi¢des correspondentes as
antenas 236 1 € 236 2 em ambos os lados no involucro 290. Um exemplo de
estrutura (perspectiva plana e perspectiva seccional) de um dispositivo
eletronico 101E 2 é mostrado na Figura 15B. No quarto exemplo, placas
102_1 e 102_2 sdo anexadas por um elemento de suporte 191 a superficies de
ambos os lados como lados opostos (lado externo) a partir da parte de
abertura 192 de um invélucro 190 de modo a receber sinais de onda
milimétrica emitidos separadamente de ambos os lados do cartdo de memoria
201E 2.

Um chip semicondutor 103_1 ¢ provido em uma superficie
(lado da parte de abertura 192) da placa 102 1. Um terminal de transmisséo e
recepgdo de onda milimétrica 132 _1 para acoplamento & linha de transmisséo
dielétrica 9A 1 é provido ao chip semicondutor 103 1. Uma linha de
transmissdo de onda milimétrica 134_1 conectada ao terminal de transmisséo
e recepgdo de onda milimétrica 132 1 e uma antena 136 _1 sdo formadas em
uma superficie da placa 102 _1. O terminal de transmisséo e recep¢éo de onda

milimétrica 132 1, a linha de transmissdo de onda milimétrica 134 1 e a
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antena 136 1 formam uma se¢fio de acoplamento de linha de transmissdo
108 1.

Um chip semicondutor 103 2 é provido em uma superficie
(lado da parte de abertura 192) da placa 102 2. Um terminal de transmissao e
recepcdo de onda milimétrica 132 2 para acoplamento & linha de transmissdo
dielétrica 9A 2 € provido ao chip semicondutor 103 2. Uma linha de
transmissdo de onda milimétrica 134_2 conectada ao terminal de transmissdo
e recepgdo de onda milimétrica 132 2 e uma antena 136 2 sdo formadas em
uma superficie da placa 102_2. O terminal de transmissdo e recepgdo de onda
milimétrica 132 2, a linha de transmiss@io de onda milimétrica 134 2 ¢ a
antena 136 _2 formam uma secdo de acoplamento de linha de transmisséo
108 _2.

Em adi¢éo, no involucro 190 uma configuragéo de forma de
projegdo 198E 2a ¢ formada de modo a constituir uma linha de transmissdo
dielétrica 9A 1 em uma parte correspondente a posi¢do de arranjo da antena
136 1, e uma configuracdo de forma de projecdo 198E 2b é formada de
modo a constituir uma linha de transmissdo dielétrica 9A_2 em uma parte
correspondente a posicdo de arranjo da antena 136 2. As configuragdes de
forma de projecdo 198E_2a e 198E_2b (linhas de transmisséo dielétrica 9A 1
e 9A_2) sdo respectivamente configuradas formando guias de onda dielétricos
142 1 e 142 2 dentro dos condutores tubulares 144 1 e 144 2. As
configuracdes de forma de projecdo 198E 2a e 198E 2b (linhas de
transmissdo dielétrica 9A 1 e 9A 2) sdo dispostas fixamente de tal modo que
o centro dos guias de onda dielétricos 142 1 e 142 2 coincide com as
arranjos das antenas 136 1 e 136 2 das se¢des de acoplamento de linha de
transmissdo 108 1 e 108 2.

A configura¢do em forma de depressdo 298E 2a do cartdo de
memoria 201E 2 ¢ formada de modo a corresponder & forma seccional da

configuragdo de forma de proje¢do 198E 2a (condutor tubular 144 1) no lado
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do dispositivo eletronico 101E 2. A configuragdo em forma de depressdo
298E 2a fixa o cartdo de memdria 201E 2 a estrutura de ranhuras 4E 2, e
efetua alinhamento para acoplamento de transmisséo de onda milimétrica para
a linha de transmisséo dielétrica 9A_1 da estrutura de ranhuras 4E 2.

A configuragdo em forma de depressdo 298E 2b do cartdo de
memoria 201E 2 é formada de modo a corresponder a forma seccional da
configuragdo de forma de projegdo 198E_2b (condutor tubular 144 2) no lado
do dispositivo eletronico 101E_2. A configuracdo em forma de depressdo
298E 2b fixa o cartio de memoria 201E 2 a estrutura de ranhuras 4E 2, e
efetua alinhamento para acoplamento de transmissfo de onda milimétrica para
a linha de transmissdo dielétrica 9A 2 da estrutura de ranhuras 4E 2.

Neste caso, as linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9 2 sdo ambas uma linha de transmissdo dielétrica 9A.
Entretanto, por exemplo, uma das linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9_2 pode ser uma linha de transmisséo de espaco livre ou
um guia de onda oco, ou pode ser uma linha de transmisséo de espago livre ou
um guia de onda oco.

Também, com a estrutura de transmissdo de onda milimétrica
de acordo com o quarto exemplo, o sistema de transmisséo radio 1E de acordo
com a quinta realizagdo pode ser realizado. Entfio, como multiplexagdo por
divisdo de espago torna possivel usar uma mesma banda de freqii€ncia ao
mesmo tempo, a velocidade de comunicacdo pode ser aumentada, e a
simultaneidade da comunicagéo bidirecional na qual transmissdes de sinal sdo
efetuadas simultaneamente, pode ser assegurada. Formando as linhas de
transmissdo dielétrica 9A dos diversos sistemas, transmissdo duplex plena é
tornada possivel, e a eficiéncia da transmissdo e recepc¢do de dados pode ser
melhorada. O quarto exemplo ¢ um método efetivo quando um espago para
arranjar diversas antenas ndo pode ser fixado em uma mesma superficie de

uma placa, devido a limitagdes de layout.
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<Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica: Quinto Exemplo>

Figuras 16A a 16C sdo diagramas de auxilio a explicagéo de
um quinto exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo
com a presente realizacdo. No quinto exemplo, uma antena 136 no lado de um
dispositivo eletronico 101J e uma antena 236 no lado do cartdo de memoria
201J séo disposto de modo a serem muito deslocados um do outro em termos
planares, até um grau tal que as duas antenas ndo possuem partes superpostas
de todo, em um estado do cartio de memoria 201J sendo abrigado no
dispositivo eletrdnico 101J. A seguir, o quinto exemplo serd mostrado como
um exemplo de modificagdo do primeiro exemplo. Entretanto, o primeiro
exemplo pode ser similarmente aplicado ao segundo a quarto exemplos.

Sera feita descri¢do, por exemplo, de um caso onde a antena
236 do lado do cartdo de memdria 201J € disposta na posi¢do de uma
configuragdo de forma de depressdo cilindrica 298], porém a antena 236 no
lado do dispositivo eletrénico 101J ndo é disposta na posigdo de uma
configuragfio de forma de projegdo cilindrica 198J. Um exemplo da estrutura
(perspectiva plana e perspectiva seccional) do cartio de memoria 201J €
mostrada na Figura 16A, que é exatamente a mesma que no primeiro
exemplo.

Um exemplo da estrutura (perspectiva plana e perspectiva
seccional) do dispositivo eletronico 101J é mostrado na Figura 16B, na qual a
linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 € diferente daquela do
primeiro exemplo. No dispositivo eletronico 101J, um terminal de
transmissdo e recepgdo de onda milimétrica 132 para acoplamento & linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (linha de transmissdo dielétrica 9J)
¢ provido a um chip semicondutor 103 provido em uma superficie de uma
placa 102. Uma linha de transmissdo de onda milimétrica 134 conectada ao
terminal de transmissdo e recep¢do de onda milimétrica 132 e a antena 136

sdo formados em uma superficie (lado da parte de abertura 192) da placa 102.
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O terminal de transmiss@o e recepgéio de onda milimétrica 132, a linha de
transmissdo de onda milimétrica 134 e a antena 136 formam uma se¢éo de
acoplamento de linha de transmissdo 108.

Um involucro 190 tem a configuragéio de forma de projecéo
cilindrica 198J formada de modo a constituir uma parte da linha de
transmissdo dielétrica 9J em uma parte correspondente a configuracdo de
forma de depressdo cilindrica 298], quando o cartio de memoéria 2017 €
inserido na parte de abertura 192.

Um exemplo de uma estrutura (perspectiva seccional) quando
o cartdo de memoria 201J é inserido na estrutura de ranhuras 4] (parte de
abertura 192 em particular) do dispositivo eletronico 101J, é mostrado na
Figura 16C. Conforme mostrado na figura, o involucro 190 da estrutura de
ranhuras 4J possui uma estrutura mecanica de tal modo que a configuragéo de
forma de projecdo cilindrica 198] e a configuragdo de forma de depressio
cilindrica 298] entram em contato uma com a outra na forma de uma projegéo
e uma depressdo quando o cartdo de memoria 2017 € inserido a partir da parte
de abertura 192 no invélucro 190 da estrutura de ranhuras 41J.

No quinto exemplo, conforme mostrado na Figura 16B e
Figura 16C, diferentemente do primeiro exemplo, a antena 136 ndo € disposta
na parte da configuragio de forma de projecdo cilindrica 198J, porém ¢é
disposta em uma posicdo deslocada da parte da configuragcdo de forma de
projecdo cilindrica 198 em tal grau que as antenas 136 e 236 ndo se
superpdem uma a outra. A linha de transmisséo dielétrica 9J é provida em
uma superficie de parede do invélucro 190 ao longo de uma superficie da
placa 102 de modo a fazer uma conexdo da parte da configuragéo de forma de
projecio cilindrica 198J para uma parte onde a antena 136 € disposta.

Por exemplo, a linha de transmissdo dielétrica 9J possui uma
parte vazada (ou uma parte em ranhura) para demarcacdo de regido, cuja parte

¢ provida no involucro 190. A parte vazada € provida ao longo da superficie
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do invélucro 190 e € feita de modo a conectar regides de montagem da antena
136 e antena 236 umas as outras, em um estado do cartio de memoria 201J
sendo inserido na estrutura de ranhuras 4J. A parte vazada (ou a parte em
ranhura) € entio preenchida com um material dielétrico 143 capaz de
transmitir sinais de onda milimétrica mais eficientemente do que o material
dielétrico do involucro 190 (transmitindo facilmente sinais de onda
milimétrica). Também neste caso, a periferia da linha de transmisso
dielétrica 9J pode ser rodeada por um condutor tubular 144 como no primeiro
exemplo. Alternativamente, o material dielétrico do invélucro 190 pode ser
usado conforme estd, somente rodeando a periferia de uma ‘parte entre as
regiGes de montagem da antena 136 e antena 236 por um condutor tubular
144 no estado do cartiio de memoéria 201J sendo inserido na estrutura de
ranhuras 4J. A linha de transmisséio dielétrica 9J similar a um guia de onda
dielétrico pode ser formada por estas estruturas.

Incidentalmente, selecionando um material para a placa 102 e
provendo um guia (por exemplo, formado via um grupo de orificios) na placa
102 ao longo da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, uma
linha de transmisséo dielétrica 9A pode ser formada pelo proprio material
dielétrico na placa 102. Por exemplo, quando uma relagéo de largura de faixa
(= faixa de sinal/freqiiéncia central de operagdo) é cerca de 10% a 20%, a
linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9 pode freqiientemente ser
realizada facilmente, usando uma estrutura ressonante ou similar. Usando um
material dielétrico possuindo uma constante dielétrica relativa em uma certa
faixa e uma tangente de perda dielétrica em uma certa faixa, e fazendo a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 do material dielétrico possuindo
a constante dielétrica relativa e a tangente de perda dielétrica tand, a linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 pode ser formada como uma linha
de transmissdo dielétrica 9A com perdas.

Por exemplo, ondas refletidas tendem a aumentar em uma
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linha de guia de onda dielétrico cuja perda de transmissdo ndo aumenta muito
mesmo com aumentos na freqiiéncia da portadora. Quando as ondas refletidas
devem ser reduzidas, a estrutura da linha de guia de onda dielétrico é
complicada. Quando um sinal de onda milimétrica ¢ transmitido a alta
velocidade, ondas refletidas podem causar um erro de transmissdo. Por outro
lado, este problema pode ser resolvido usando um material dielétrico com
uma perda relativamente grande (tangente de perda dielétrica) (por exemplo,
tand > 0,01) como linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (linha
de transmissfo dielétrica 9A). Um material dielétrico com perdas também
atenua a reflexdo. Em adico, o guia provido na placa 102 habilita
processamento de comunicagdo de alta velocidade somente em certa regido
local da linha de transmissdo dielétrica 9A. A atenuagfo é aumentada em
regido diferente da regido local do material dielétrico possuindo a constante
dielétrica relativa na determinada faixa e tand (por exemplo, igual ou maior
que 0,01), de tal modo que a perturbacédo causada a outros que nfo o material
dielétrico pode ser muito reduzida.

E desejavel usar uma estrutura de antena tal como uma antena
em haste, por exemplo, apresentando direcionalidade na diregfo planar das
placas 102 e 202. Quando uma estrutura de antena possuindo direcionalidade
na dire¢do da espessura das placas 102 e 202 é usada, um mecanismo para
mudar uma dire¢do de percurso para a dire¢do planar das placas 102 e 202 é
desejavelmente adotada.

Quando as antenas 136 e 236 sfo antenas retangulares de
micro-tiras, por exemplo, ¢ desejavel montar (embutir) refletores 194 1 e
194 _2 no lado de transmissdo e no lado de recepgdo, respectivamente, do
material dielétrico 143 formando a linha de transmissio dielétrica 97 provida
na superficie da parede do involucro 190 como provisdes para as antenas
retangulares de micro-tiras. Por exemplo, uma onda eletromagnética irradiada

da antena 136 (antena retangular de micro-tira) no lado do dispositivo
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eletronico 101J, viaja primeiramente na direcdo de espessura do involucro
190 (material dielétrico 143) e € entfo refletida pelo refletor 194 1 no lado de
transmissdo em uma dire¢do da superficie e uma diregdo da configuracéio de
forma de projegfo cilindrica 198J da linha de transmissdo dielétrica 9J
(material dielétrico 143). Depois disso, a onda eletromagnética viaja na
direcdo planar do invdlucro 190 e alcanga o refletor 194 2 no lado da
recepgdo, a onda eletromagnética é refletida na direcdo da espessura da
configura¢do de forma de projecdo cilindrica 198, e alcanga a antena 236
(antena retangular de micro-tira) do cartdo de meméria 201J. Quando o lado
do cartdo de memoria 201J é configurado como o lado de transmissdo, uma
onda milimétrica ¢ transmitida em um caminho reverso.

Com tal constituicdo, a fixagdo de um cartfo de memoria 201J
e alinhamento para transmissdo de sinal de onda milimétrica pode ser
efetuado simultaneamente quando o cartdo de memoria 201J € montado na
estrutura de ranhuras 4J. A estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com o quinto exemplo também emprega uma constituigdo na qual a
linha de transmissdo dielétrica 9J formando um guia de onda dielétrico €
interposta entre as se¢des de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208
(antenas 136 e 236 em particular). Mesmo quando as antenas 136 e 236 ndo
sdo dispostas de modo a serem opostas uma & outra, a eficiéncia de
transmissdo de sinal de alta velocidade pode ser melhorada confinando sinais:
de onda milimétrica na linha de transmisséo dielétrica 9J.

Embora a descricdo tenha sido feita sobre um caso em que a
antena 236 € disposta de modo a ndo ser deslocada da configuragdo de forma
de depressdo cilindrica 298] e a antena 136 ¢ disposta a ser deslocada da
configuragdo de forma de projecdo cilindrica 198], o método do quinto
exemplo € similarmente aplicavel a casos de disposi¢des de maneiras opostas
de deslocamento, e casos em que ambas as antenas sdo dispostas de modo a

serem deslocadas das configura¢des de forma de projecdo e depresséo.



10

15

20

25

82

Quinto exemplo é um método efetivo quando um espago para
arranjar as antenas 136 e 236 ndo pode ser fixado na posi¢éo da configuragéo
de forma de projegéo cilindrica 198J e configuragdo de forma de depressdo
cilindrica 298J para fixagdo de posi¢cdo devido a limitagdes de layout no
instante de montagem do cartdo de memoria 201J na estrutura de ranhuras 4J.

<Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Sexto
Exemplo>

Figuras 17A a 17C sfo diagramas de auxilio & explicacéo de
um sexto exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo
com a presente realizacfio. No sexto exemplo, as estruturas de transmisséo de
onda milimétrica de acordo com o primeiro a quinto exemplos séo aplicadas a
uma estrutura para fixar um cartdo de memoria existente (cartio de memoria
conforme aos padrdes industriais). Isto é, a constituigdo da secdo de
acoplamento de antena e da linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica
de acordo com a presente realizagdo, € aplicada a uma estrutura de fixagéo
aplicada a um cartdo de memdria existente ¢ uma estrutura de ranhura
existente. Uma se¢do de acoplamento de antena é formada em uma
configura¢do em forma de depressdo (estrutura oca) formada em um cartfio de
memoria 201, e uma linha de transmissdo dielétrica é formada em uma
estrutura de ranhura correspondente a estrutura oca no lado do dispositivo
eletronico 101. A descrigio a seguir serd feita sobre um exemplo no qual a
estrutura de transmissfo de onda milimétrica de acordo com o primeiro
exemplo ¢ aplicada representativamente.

Um exemplo de estrutura (perspectiva plana e perspectiva
seccional) de um cartdo de memoria 201K é mostrada na Figura 17A. O
cartdo de memoria 201K € o mesmo que um cartdo de memoria existente.
Uma configuragdo em forma de depressfo substancialmente semi circular
298K para fixar a estrutura de ranhuras 4K no lado do dispositivo eletrénico

101K € provida na superficie posterior do cartio de memoria 201K.
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Aplicando o primeiro exemplo a este, uma antena 236 ¢ disposta em uma
posicdo correspondente 4 configuracdo em forma de depressdo
substancialmente semi circular 298K (diretamente sobre a configuracdo em
forma de depressdo substancialmente semi circular 298K) em uma placa 202.
Um exemplo de estrutura (perspectiva plana e perspectiva seccional) do
dispositivo eletronico 101K para e a partir do qual o cartio de meméria 201K
¢ inserido e removido, é mostrada na Figura 17B. A estrutura de ranhuras 4K
correspondente ao cartio de memoria 201K possui uma estrutura de mola.
Uma placa 102 ¢ anexada a uma superficie de um invélucro 190 em um lado
oposto (lado externo) a partir de uma parte de abertura 192 por um elemento
de suporte 191.

Um conector do lado de recepgdo € disposto em uma posigéo
de contato da estrutura de ranhuras 4K com o terminal do cartdo de memoria
201K. No sentido de manter compatibilidade reversa com um cartdo de
memoria 201 existente, ao qual a sexta realizacdo ndo é aplicada, um terminal
conector é provido como no cartdo de memoria existente. Provendo um
terminal conector também para um sinal substituido por transmissdo de onda
milimétrica, transmissdo de sinal pode ser feita por fiagdo elétrica como em
um caso da técnica relacionada quando um cartdo de memoria 201 inserido na
estrutura de ranhuras 4K estd em um cartio de memoria existente ao qual a
estrutura de transmisséo de onda milimétrica de acordo com o sexto exemplo
ndo ¢é aplicada. Naturalmente, a estrutura de ranhuras 4K pode ser uma assim
chamada estrutura livre legada pronta para apenas o cartio de memdoria 201K,
de acordo com o sexto exemplo, sem incluir uma interface para manter
compatibilidade reversa com cartdes de memoria existentes.

No sentido de determinar se um cartdo de memoria existente
esta inserido ou se o cartdo de memoéria 201K de acordo com a sexta
realizagio estd inserido, ¢ suficiente usar um mecanismo para fazer a

determinagdo da conexdo entre ambos os terminais. Por exemplo, quando um
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cartdo de memoria 201 existente tem um terminal para detectar inser¢&o
(remogdo), ¢ suficiente executar o processo de sensor conforme usual pelo
terminal. Quando tal terminal ndo € provido, ¢ suficiente usar, para dados ou
terminais de reldgio um método para determinar se uma conexfo elétrica é
estabelecida entre o terminal no lado do dispositivo eletrénico 101K (estrutura
de ranhuras 4K) e o terminal no lado do cartio de memoria 201 por uma
corrente fraca. Naturalmente, a determinacdo da conexdo entre ambos os
terminais ndo esta limitada a tal método. Ha varios métodos publicamente
conhecidos para a determinag@o de conexdo entre ambos os terminais, e estes
métodos podem ser adotados arbitrariamente. Estes pontos sdo similarmente
aplicaveis ao primeiro a quinto exemplos.

Uma antena 136 ¢ fixamente disposta em tal posi¢do de modo
a ser oposta a antena 236 na placa 102, quando o cartdo de memoria 201K é
inserido na estrutura de ranhuras 4K (parte de abertura 192). Em adi¢éo, uma
configuragdo de forma de projegdo cilindrica 198K ajustada a configuragdo
em forma de depressiio 298K ¢ formada de modo a constituir uma linha de
transmiss@o dielétrica cilindrica 9K como uma linha de transmisséo de sinal
de onda milimétrica 9 entre as antenas 136 e 236.

A configuragdo de forma de projecéo cilindrica 198K (linha de
transmissdo dielétrica 9K) é configurada formando um material dielétrico
capaz de transmitir sinais de onda milimétrica mais eficientemente do que o
material dielétrico do invéolucro 190 (transmitindo sinais de onda milimétrica
facilmente) em uma forma cilindrica. Diferentemente do primeiro exemplo, o
condutor 144 néo ¢é disposto na periferia do material dielétrico, porém a linha
de transmissdo dielétrica 9K similar a um guia de onda dielétrico pode ser
formada.

A linha de transmissdo dielétrica 9K é mével em uma diregdo
de insercdo por uma estrutura de mola, por exemplo, quando o cartdo de

memoria 201K ¢é inserido na estrutura de ranhuras 4K (parte de abertura 192).
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Quando as posi¢des da configuragdo em forma de depressdo substancialmente
semi circular 298K e configuracdo de forma de proje¢dio cilindrica 198K
(linha de transmissdo dielétrica 9K) coincidem uma com a outra, a
configuracdo de forma de projecdo cilindrica 198K (linha de transmisséo
dielétrica 9K) ¢ ajustada na configuragio em forma de depresséo
substancialmente semi circular 298K.

Figura 17C mostra um exemplo de uma estrutura (perspectiva
plana e perspectiva seccional) de uma parte da configuragdo de forma de
projecdo 198 e a configuragio de forma de depressdo 298 quando o cartdo de
memoria 201K ¢é inserido na estrutura de ranhuras 4K (parte de abertura 192
em particular) do dispositivo eletrdnico 101K. Conforme mostrado na figura,
o0 invélucro 190 da estrutura de ranhuras 4K possui uma estrutura mecdnica de
tal modo que a configuragfio de forma de projegdo cilindrica 198K (linha de
transmissdo dielétrica 9K) e a configuracdo em forma de depressdo
substancialmente semi circular 298K entram em contato uma com a outra na
forma de uma projecéio e uma depresséo, quando o cartdo de memoria 201K ¢é
inserido a partir da parte de abertura 192 no invélucro 190 da estrutura de
ranhuras 4K. Quando as estruturas de projecio e depressdo sfo ajustadas uma
a outra, as antenas 136 ¢ 236 sdo opostas uma a outra, ¢ a linha de transmisséo
dielétrica 9K ¢é disposta como a linha de transmissfio de sinal de onda
milimétrica 9 entre as antenas 136 e 236.

O cartdo de memoria 201K e a estrutura de ranhuras 4K sdo
fixados um ao outro pela constituicdo acima. Em adigéo, o alinhamento da
linha de transmissdo dielétrica 9K para acoplamento da transmissdo de onda
milimétrica € obtido de modo a transmitir sinais de onda milimétrica
eficientemente entre as antenas 136 e 236.

Entdo, de acordo com a estrutura de transmissdo de onda
milimétrica, de acordo com o sexto exemplo, um sistema de transmissdo de

dados usando ondas milimétricas pode ser obtido no uso do cartdo de
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memoria 201K, sem mudar a forma do cartdo de memoria 201K existente.
Comunicagdo de dados de alta velocidade e alta capacidade pode ser obtida
por comunicagdo de onda milimétrica de acordo com a presente realizagio,
enquanto a compatibilidade de forma com o cartdo de memoria existente é
mantida. Aplicando as estruturas de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com o primeiro ao quinto exemplos a configuracdo em forma de
depressdo substancialmente semi circular 298K para fixar a estrutura de
ranhuras 4K, a configuragdo em forma de depressdo substancialmente semi
circular 298K sendo provida no cartio de memoria 201K, comunicagio de
dados prontos para alta velocidade e alta capacidade na faixa de onda
milimétrica pode ser obtida pela linha de transmisso de sinal de onda
milimétrica 9 em conjunto com a fixagdo do cartdo de memoria 201K.

<Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica: Sétimo
Exemplo>

Figuras 18A a 18C sd@o diagramas de auxilio a explicagéo de
um sétimo exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de
acordo com a presente realizagdo. No sétimo exemplo, a linha de transmisséo
dielétrica 9A ¢ modificada em um guia de onda oco 9L cuja periferia é
rodeada por um material de blindagem e cujo interior ¢ oco. A descrigdo a
seguir sera feita sobre um exemplo de modificacdo feita no primeiro exemplo,
como um exemplo representativo.

Um exemplo de estrutura (perspectiva plana e perspectiva
seccional) de um cartio de memoria 201L é mostrado na Figura 18A, que é
exatamente a mesma do primeiro exemplo.

Um exemplo de estrutura (perspectiva plana e perspectiva
seccional) de um dispositivo eletrénico 101L é mostrado na Figura 18B.
Diferentemente do primeiro exemplo, a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 ¢ trocada da linha de transmisséo dielétrica 9A para o guia de

onda oco 9L.
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Uma configura¢do de forma de proje¢do cilindrica 198L (guia
de onda oco 9L) € configurada formando um interior de um condutor tubular
144 no estado de uma cavidade (oca). A configuragdo de forma de projecéo
cilindrica 198L ¢é fixamente disposta de tal modo que o centro da cavidade do
condutor tubular 144 coincide com uma antena 136 de uma secgdo de
acoplamento de linha de transmiss&o 108.

O didmetro do condutor tubular 144 é feito para corresponder
ao didmetro da configuracdo em forma de depressdo substancialmente semi
circular 298L do cartio de memoria 201L. O fechamento do condutor 144 ¢
anexado em uma forma de antenas em torno 136 e 236. Mesmo quando as
formas de projecdo e depressio ndo sdo ajustadas uma a outra
permanentemente, ¢ suficiente que as formas de projecdo e depressdo sejam
ajustadas em um tamanho tal que as antenas 136 e 236 néo caiam fora do
material de blindagem (condutor 144). No é essencial que a forma planar das
configuragdes de forma de proje¢do e depressdo sejam uma forma circular
como na figura, porém a forma planar das configuragdes de forma de projegéo
e depressdo € uma forma arbitraria tal como um tridngulo, um quadrado ou
similar.

Como o fechamento confina ondas milimétricas no guia de
onda oco 9L, o guia de onda oco 9L de tal estrutura prov€ vantagens de ser
capaz de transmitir ondas milimétricas com pouca perda de transmissdo de
onda milimétrica, suprimindo radiagdo externa de ondas milimétricas, e
facilitando mais medidas de EMC, por exemplo.

Incidentalmente, é suficiente que o guia de onda oco 9L seja
uma estrutura oca cuja periferia é rodeada por um material de blindagem e
cyjo interior é oco, e o guia de onda oco 9L nfo estd limitado & estrutura
possuindo o fechamento formado pelo condutor tubular 144 em uma placa,
conforme mostrado acima. Por exemplo, a superficie da parede de um orificio

(que pode ser um orificio vazado ou um orificio ndo vazado) feito em uma
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placa relativamente grossa, pode ser usada como o fechamento. Neste caso, a
parede lateral do orificio pode ser coberta por um condutor, ou ndo necessita
ser coberta por um condutor. No ultimo caso, ondas milimétricas sdo
refletidas e intensamente distribuidas no orificio, devido a uma relagdo na
constante dielétrica relativa entre a placa e o ar. Quando o orificio ¢ feito para
passar através, as antenas 136 e 236 sio desejavelmente dispostas (fixadas)
nas superficies posteriores dos chips semicondutores 103 e 203 abrigando as
partes de geragdo de sinal 107 e 207. Quando o orificio é interrompido na
metade sem ser feito para passar através, ¢ suficiente colocar as antenas 136 ¢
236 no fundo do orificio.

Embora a presente invengfo tenha sido descrita acima usando
realizacGes destas, o escopo técnica da presente invengdo ndo esta limitado ao
descrito nas realizagdes precedentes. Varias mudangas e melhoramentos
podem ser feitos as realizagGes precedentes, sem se afastar do espirito da
invengdo, e formas obtidas adicionando tais modificages e melhoramentos
s@o também incluidas no escopo técnico da presente invengéo.

Em adigdo, as realizagSes precedentes ndo limitam as
invengdes das reivindicagdes e nem todas as combinagdes de caracteristicas
descritas nas realizacdes sdo necessariamente essenciais aos meios de solugfo
da invengéo. As realizagdes precedentes incluem invencdes em varios
estagios e varias invengdes podem ser extraidas combinando apropriadamente
diversas exigéncias constitucionais descritas. Mesmo quando umas poucas
exigéncias constitucionais sfo emitidas de todas as exigéncias constitucionais
descritas nas realizagdes, constituigdes resultantes da omissdo das poucas
exigéncias constitucionais podem ser extraidas como inven¢Ges enquanto um
efeito € obtido.

Por exemplo, em cada exemplo da estrutura de transmissdo de
onda milimétrica descrita acima, um dispositivo de processamento de

informacdo de tipo de cartdo (dispositivo de tipo de cartdo) é configurado
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como um exemplo de um primeiro dispositivo eletronico € uma estrutura de
ranhuras € provida como um exemplo de uma estrutura de montagem para um
segundo dispositivo eletronico como um lado de unidade principal.
Entretanto, a presente inveng¢do ndo estd limitada a estes exemplos. Por
exemplo, a estrutura de montagem montada com o dispositivo de tipo de
cartio ndo estd limitada a estrutura de ranhuras. Em adic¢do, por exemp_lo,
enquanto um dispositivo de processamento de informacdo de tipo de cartdo
(dispositivo de tipo de cartdo) é descrito como um exemplo de um primeiro
dispositivo eletronico em cada exemplo da estrutura de transmisséo de onda
milimétrica descrita acima, o primeiro dispositivb eletrénico montado na
estrutura de montagem do segundo dispositivo eletrénico como o lado da
unidade principal ndo esta limitado a um dispositivo de tipo de cartdo.
Exemplos de modificagéo destes dispositivos serfio descritos a seguir.

<Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Oitavo
Exemplo>

Figuras 19A a 19C sdo diagramas de auxilio a explicacdo de
um oitavo exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo
com a presente realizagdo, e sdo de auxilio na explica¢do de um exemplo de
modificagdo da estrutura de montagem em particular. Uma parte de um
involucro padronizado 190 de um dispositivo eletrénico 101H ¢ formada de
modo a funcionar como uma base em forma de plano para um cartdo de
montagem (cuja base sera referida como uma base de montagem SH). A base
de montagem 5H € um exemplo de uma estrutura de montagem montada com
um cartdo de memdria 201H. Um estado no qual o cartdo de memoria 201H é
montado em uma posicdo definida da estrutura de montagem é o mesmo que
o estado “montado” em cada um dos exemplos descritos acima. Isto é€,
também em tal modo, o primeiro dispositivo eletrénico (cartdio de memoria
201H, neste exemplo) ¢ montado na estrutura de montagem do segundo

dispositivo eletronico (dispositivo eletronico 101H, neste exemplo).
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Como no primeiro exemplo da estrutura de transmissdo de
onda milimétrica (Figuras 12A a 12C), por exemplo, um chip semicondutor
103 ¢ abrigado e uma antena 136 é provida em uma certa posi¢do dentro do
invélucro 190 como uma parte inferior da base de montagem SH. Um guia de
onda dielétrico 142 que é formado como uma linha de transmissfo dielétrica
9A cuja linha de transmissio interna é formada por um material dielétrico e
cujo guia de onda possui uma parte externa rodeada por um condutor 144 ¢
provida em uma parte do invélucro 190, cuja parte € oposta a antena 136.
Incidentalmente, ndo é essencial prover o guia de 6nda dielétrico 142 (linha
de transmissdo dielétrica 9A), porém a linha de transmisséo de sinal de onda
milimétrica 9 pode ser formada pelo material dielétrico do invélucro 190
conforme estd. Estes pontos sdo similares aos dos outros exemplos de
estruturas precedentes.

Uma superficie de parede definindo uma posi¢éo onde o cartdo
de memoria 201 é colocado, é formada do invélucro 190, de modo a definir a
posi¢do de montagem do cartdo de memoria 201H. Duas bordas laterais 101b
e 101c formando um &ngulo 10la sobem para formar uma superficie de
parede na posi¢do de montagem no invélucro 190, de modo a definir um
angulo 201a do cartdo de memoéria 201H, por exemplo. E um principio que o
cartdo de memoria 201H seja confinado na superficie da parede (bordas
laterais 101b e 101c) que serdo referidos como um sistema de confinamento
de superficie de parede. Quando o cartdo de memoria 201H € colocado na
base de montagem 5H.

Tal constituigdo torna possivel efetuar o alinhamento para
transmissdo de sinal de onda milimétrica no cartdo de memoria 201H no
instante de colocagfio (montagem) do cartdo de memoéria 201H na base de
montagem SH. Embora o invélucro 290 (e 190) esteja interposto entre as
antenas 136 e 236, o involucro 290 é um material dielétrico, e entdo ndo afeta

muito a transmissdo de onda milimétrica.
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A estrutura de transmiss@o de onda milimétrica de acordo com
o oitavo exemplo entdo emprega uma constituicdo na qual a linha de
transmissdo dielétrica 9A é interposta entre as segdes de acoplamento de linha
de transmissdo 108 e 208 (antenas 136 e 236 em particular) quando o cartdo
de memoria 201H é montado na posi¢do definida da base de montagem 5H. A
eficiéncia de transmissfo do sinal de alta velocidade pode ser melhorada
confinando sinais de onda milimétrica na linha de transmisséo dielétrica 9A.

Embora o conceito de uma estrutura de ajuste ndo seja
adotado, o sistema de confinamento opde a antena 136 ¢ a antena 236 uma a
outra, quando o cartdo de memoria 201H € colocado de modo a ser confinado
pelo dngulo 101a da base de montagem SH. Entfo, efeitos do deslocamento
de posigdo podem ser certamente eliminados.

Embora ndo mostrado, diversas antenas 136 podem ser
justapostas uma a outra em uma forma planar, sob a base de montagem 5H, e
um sinal de onda milimétrica para uma verificacdo pode ser enviado a partir
da antena 236 do cartdo de memoria 201H, antes da transmissdo de sinal real,
para selecionar uma antena 136 possuindo uma sensibilidade de recepgdo
mais alta. Isto torna a configuragdo de sistema algo complicado, porém torna
desnecessario preocupar-se com a posi¢do de montagem, onde a posi¢do de
montagem do cartdo de memoria 201H € montado na base de montagem SH.

<Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica: Nono
Exemplo>

Figuras 20A a 20C sfo diagramas de auxilio & explicagdo de
um nono exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo
com a presente realizacdo, e sdo de auxilio & explicagcdo de um exemplo de
modificagdo do dispositivo eletronico em particular. Um sistema de
transmissdo radio 1K inclui um dispositivo de reprodugdo de imagem tipo
portatil 201K como um exemplo de um primeiro dispositivo eletronico, e

inclui um dispositivo de obtengdo de imagem 101K como um exemplo de um
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segundo dispositivo eletrénico, no qual montar o dispositivo de reproducéo de
imagem 201K. Como no oitavo exemplo, o dispositivo de obtencdo de
imagem 101K possui uma base de montagem 5K a ser montada com o
dispositivo de reprodugido de imagem 201K como uma parte do invélucro
190. Incidentalmente, uma estrutura de ranhuras 4 como no primeiro ao
sétimo exemplos pode ser usada em lugar da base de montagem 5K.

O dispositivo de obtengdo de imagem 101K possui
substancialmente a forma de um paralelepipedo retangular (forma de caixa), e
ndo pode mais ser considerado um tipo de cartio. E suficiente para o
dlSpOSlthO de obtengdo de imagem 101K obter dados de imagem méveis, por
exemplo. Um dispositivo de gravagio e reprodugdo digital, ou um receptor de
televisdo terrestre, por exemplo, corresponde ao dispositivo de obtengdo de
imagem 101K. O dispositivo de reprodugdo de imagem 201K inclui, como
uma se¢do funcional de memoéria 205, um dispositivo de armazenagem para
armazenar dados de imagem movel transmitidos a partir do lado do
dispositivo de obtengo de imagem 101K e uma parte funcional para ler dados
de imagem movel a partir do dispositivo de armazenagem e reproduzir uma
imagem moével em uma secdo de visualizagdo (por exemplo, um dispositivo
de visor de cristal liquido ou um dispositivo de visor EL orginico). E
suficiente considerar de um ponto de vista estrutural que o cartdo de memoria
201 ¢ substituido pelo dispositivo de reprodugdo de imagem 201K e que o
dispositivo eletronico 101 ¢ substituido pelo dispositivo de obtengdo de
imagem 101K.

Como no primeiro exemplo da estrutura de transmissdo de
onda milimétrica (Figuras 12A a 12C) por exemplo, um chip semicondutor
103 ¢ abrigado e uma antena 136 ¢ provida em uma certa posigdo dentro do
invélucro 190 como uma parte inferior da base de montagem 5K. Um guia de
onda dielétrico 142 que ¢ formado como uma linha de transmissdo dielétrica

9A cuja linha de transmissdo interna é formada por um material dielétrico e
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cujo guia de onda possui uma parte externa rodeada por um condutor 144 ¢
provida em uma parte do invdlucro 190, cuja parte é oposta a antena 136.
Incidentalmente, ndo € essencial prover o guia de onda dielétrico 142 (linha
de transmissdo dielétrica 9A), porém a linha de transmisséo de sinal de onda
milimétrica 9 pode ser formada pelo material dielétrico do invélucro 190
conforme estd. Estes pontos sZo similares aos dos outros exemplos de
estruturas precedentes.

Incidentalmente, conforme descrito no oitavo exemplo,
diversas antenas 136 podem ser justapostas uma a outra em uma forma planar
e um sinal de onda milimétrica para uma verificagdo pode ser enviado a partir
da antena 236 do dispositivo de reproducfo de imagem 201K, antes da
transmissdo de sinal real, para selecionar uma antena 136 possuindo uma
sensibilidade de recepgdo mais alta.

Como no primeiro exemplo da estrutura de transmissdo de
onda milimétrica (Figuras 12A a 12C) por exemplo, um chip semicondutor
203 ¢ abrigado e uma antena 236 é provida em uma certa posi¢do dentro do
invélucro 290 do dispositivo de reprodugfo de imagem 201K montado na
base de montagem SK. Uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica
9 (linha de transmissdo dielétrica 9A) ¢ formada por um material dielétrico
em uma parte do involucro 290 cuja parte é oposta & antena 236. Estes pontos
sdo similares aos dos outros exemplos de estrutura precedentes.

Tal constitui¢do torna possivel efetuar o alinhamento para
transmissdo de sinal de onda milimétrica do dispositivo de reprodugio de
imagem 201K no instante de colocacdo (montagem) do dispositivo de
reprodu¢@o de imagem 201K na base de montagem 5K. Embora os invélucros
190 e 290 estejam interpostos entre as antenas 136 ¢ 236, os involucros 190 e
290 sdo um material dielétrico e entfio ndo afetam muito a transmissdo de
onda milimétrica.

A estrutura de transmissdo de onda milimétrica de acordo com
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o nono exemplo entdo emprega uma constituicido na qual a linha de
transmissdo dielétrica 9A ¢ interposta entre as se¢des de acoplamento de linha
de transmissdo 108 e 208 (antenas 136 e 236 em particular) quando o
dispositivo de reprodugio de imagem 201K é montado na posi¢éo definida da
base de montagem 5K. A eficiéncia de transmissfo do sinal de alta velocidade
pode ser melhorada confinando sinais de onda milimétrica na linha de
transmissdo dielétrica 9A.

Embora o conceito de uma estrutura de ajuste ndo seja
adotado, um sistema de confinamento de superficie de parede similar ao do
oitavo exemplo opde a antena 136 e a antena 236 uma a outra, quando o
dispositivo de reproducdo de imagem 201K é colocado de modo a ser
confinado pelo dngulo 10la da base de montagem SK. Entfo, efeitos do
deslocamento de posi¢do podem ser certamente eliminados.

O presente pedido contém assunto relacionado ao descrito no
Pedido de Patente de Prioridade Japonesa JP 2009-164507 depositado no
Escritorio de Patente do Japdo em 13 de Julho de 2009, cujo conteudo inteiro
¢ aqui incorporado por referéncia.

Deveria ser entendido pelos especialistas na técnica que vérias
modificagdes, combinagles, sub combinag¢des e alteracdes podem ocorrer,
dependendo de exigéncias de projeto e outros fatores, enquanto estes estejam

dentro do escopo das reivindicagdes anexas ou equivalentes destas.
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REIVINDICACOES

1. Sistema de transmiss@o radio, compreendendo:

primeiro dispositivo eletronico; e

segundo dispositivo eletronico possuindo uma estrutura de
montagem montada com citado primeiro dispositivo eletrdnico,

caracterizado pelo fato de que

uma linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica capaz
de transmitir informa¢do em uma faixa de onda milimétrica é formada entre
citado primeiro dispositivo eletrénico e citado segundo dispositivo eletronico,
quando citado primeiro dispositivo eletrénico é montado na citada estrutura
de montagem do citado segundo dispositivo eletrdnico, e

entre citado primeiro dispositivo eletroénico e citado segundo
dispositivo eletronico, um sinal objeto de transmissdo ¢ convertido em um
sinal de onda milimétrica e entdo o sinal de onda milimétrica é transmitido via
citada linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica.

2. Sistema de transmissdo radio de acordo com a reivindicagéo
1, caracterizado pelo fato de que

citada linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica possui
uma estrutura que transmite o sinal de onda milimétrica enquanto confina o
sinal de onda milimétrica na linha de transmisséo.

3. Sistema de transmissdo radio de acordo com a reivindicagdo
2, caracterizado pelo fato de que

citada linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica € uma
linha de transmissdo dielétrica formada por um material dielétrico possuindo
uma caracteristica de ser capaz de transmitir o sinal de onda milimétrica.

4. Sistema de transmissdo radio de acordo com a reivindicagéo
3, caracterizado pelo fato de que

um material de blindagem para suprimir radia¢do externa do

sinal de onda milimétrica é disposto em uma periferia do citado material
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dielétrico.

5. Sistema de transmissdo radio de acordo com a reivindicagéo
2, caracterizado pelo fato de que

citada linha de transmisséo de sinal de onda milimétrica é um
guia de onda oco formando uma linha de transmissdo, um material de
blindagem para suprimir radiacdo externa do sinal de onda milimétrica sendo
disposto de modo a rodear citada linha de transmissdo, e citada linha de
transmiss@o dentro do citado material de blindagem sendo oca.

6. Sistema de transmissdo radio de acordo com a reivindicag¢do
1, caracterizado pelo fato de que

citada estrutura de montagem tem uma se¢do de definicdo de
posicdo configurada para definir um estado montado do citado primeiro
dispositivo eletronico por uma estrutura de ajuste,

citado primeiro dispositivo eletrdnico tem uma seg¢do de
defini¢do de posigdo correspondendo a citada se¢do de defini¢do de posi¢éo
de um lado compreender adicionalmente citada estrutura de montagem, e

citada linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica €
formada na citada sec¢fio de definicdo de posi¢cdo de uma da citada estrutura de
montagem do citado primeiro dispositivo eletronico.

7. Sistema de transmissdo radio de acordo com a reivindicagdo
6, caracterizado pelo fato de que

a forma de um invélucro do citado primeiro dispositivo
eletronico esta de acordo com padrdes industriais, e

secdes de definicdo de posigdo formadas de acordo com
citados padrdes industriais sdo usadas como citada secdo de definigdo de
posi¢do do citado primeiro dispositivo eletrdnico e citada se¢do de definicéo
de posi¢do da citada estrutura de montagem.

8. Sistema de transmisso radio de acordo com a reivindicagéo

6, caracterizado pelo fato de que



10

15

20

25

citado primeiro dispositivo eletrnico possui uma antena
retangular de micro-tira para acoplar o sinal de onda milimétrica a citada linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica na citada se¢do de defini¢do de
posicdo do citado primeiro dispositivo eletrénico como uma seg¢do de
acoplamento de linha de transmissdo configurada para acoplar o sinal de onda
milimétrica a citada linha de transmissio de sinal de onda milimétrica, e

citado segundo dispositivo eletronico possui uma antena
retangular de micro-tira para acoplar o sinal de onda milimétrica a citada linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica na citada se¢do de definicdo da
citada estrutura de montagem como uma se¢io de acoplamento de linha de
transmissdo configurada para acoplar o sinal de onda milimétrica a citada
linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica.

9. Sistema de transmisséo radio de acordo com a reivindica¢do
8, caracterizado pelo fato de que

citada antena retangular de micro-tira da citada secdo de
acoplamento de linha de transmissdo do citado primeiro dispositivo eletrénico
e citada antena retangular de micro-tira da citada secdo de acoplamento de
linha de transmissdo do citado segundo dispositivo eletrénico sdo opostas uma
a outra e sdo dispostas de tal modo que um centro de cada antena retangular
de micro-tira coincide com um centro da citada linha de transmissdo de sinal
de onda milimétrica.

10. Sistema de transmissdo radio de acordo com a
reivindicagdo 7, caracterizado pelo fato de que

quando citado primeiro dispositivo eletronico de acordo com
citados padrdes industriais € montado na citada estrutura de montagem, um
sinal objeto de transmissdo € transmitido por conexdo elétrica entre citado
primeiro dispositivo eletrdnico e citado segundo dispositivo eletronico.

11. Sistema de transmissdo radio de acordo com a

reivindicacgdo 1, caracterizado pelo fato de que
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cada um dentre o citado primeiro dispositivo eletrénico e
citado segundo dispositivo eletronico possui uma se¢do de modificagdo
configurada para mudar a temporizacdo de transmissdo e recepgdo em uma
base de divisdo no tempo, e

transmissdo bidirecional semi-duplex é efetuada usando citada
linha de transmissd@o de sinal de onda milimétrica de um sistema.

12. Sistema de transmissdo radio de acordo com a
reivindicaggo 1, caracterizado pelo fato de que

citado primeiro dispositivo eletronico e citado segundo
dispositivo eletrénico fazem a freqiiéncia de um sinal de onda milimétrica
para transmissdo e a freqliéncia de um sinal de onda milimétrica para
recepgédo diferentes uma da outra, e

transmissdo bidirecional duplex plena ¢ efetuada usando citada
linha de transmiss&o de sinal de onda milimétrica de um sistema.

13. Sistema de transmissdo rddio de acordo com a
reivindicagéo 1, caracterizado pelo fato de que

citado primeiro dispositivo eletrdnico e citado segundo
dispositivo eletrénico fazem a freqiiéncia de um sinal de onda milimétrica
para transmissdo e a freqliéncia de um sinal de onda milimétrica para
recepgdo uma mesma freqiiéncia, e

transmissdo bidirecional duplex plena é efetuada usando
respectivas citadas linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica para
transmisséo e recepcao.

14. Sistema de transmissdo rddio de acordo com a
reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que

citado primeiro dispositivo eletrnico e citado segundo
dispositivo eletrdnico possuem uma secdo de processamento de multiplexacdo
configurada para integrar diversos sinais objeto de transmissdo em um sistema

por processamento por divis@o no tempo, para efetuar transmissdo, e uma
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seco de processamento de simplificagdo.

15. Sistema de transmissdo radio de acordo com a
reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que

citado primeiro dispositivo eletronico e citado segundo
dispositivo eletrénico possuem uma se¢do de processamento de multiplexagédo
configurada para fazer a freqiiéncia do sinal de onda milimétrica diferente
para diversos sinais objeto de transmissdo, respectivamente para efetuar
transmisso e uma se¢io de processamento de simplificagdo.

16. Sistema de transmissfio rddio de acordo com a
reivindicagéo 1, caracterizado pelo fato de que

citado primeiro dispositivo eletronico e citado segundo
dispositivo eletrdnico fazem a freqiiéncia de sinal de onda milimétrica uma
mesma freqiiéncia para diversos sinais objeto de transmisséo, e

transmissdo ¢é efetuada wusando respectivas linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica separadas para citados diversos
sinais objeto de transmisséo.

17. Dispositivo eletronico caracterizado pelo fato de
compreender:

estrutura de montagem para formar uma linha de transmissdo
de sinal de onda milimétrica capaz de transmitir informag@o em uma faixa de
onda milimétrica entre citada estrutura de montagem e um outro dispositivo
eletronico, quando citado outro dispositivo eletrénico é montado na citada
estrutura de montagem;

secdo de geragdo de sinal em um lado de transmissdo
configurada para gerar um sinal de onda milimétrica a partir de um sinal
objeto de transmissio a ser enviado ao citado outro dispositivo eletrénico e
uma se¢do de acoplamento de linha de transmiss@o no lado de transmissdo
configurada para acoplar o sinal de onda milimétrica gerado pela citada se¢do

de geragdo de sinal a citada linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica;
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e/ou

se¢do de acoplamento de linha de transmissdo em um lado de
recep¢do configurada para receber um sinal de onda milimétrica do citado
outro dispositivo eletronico, a se¢do de acoplamento de linha de transmisséo
no lado de recepgéo sendo acoplada a citada linha de transmisséo de sinal de
onda milimétrica, e uma se¢io de geragdo de sinal no lado de recepgéo
configurada para gerar citado sinal objeto de transmisséo a partir do sinal de
onda milimétrica, a partir da citada se¢do de acoplamento de linha de
transmiss&o.

18. Dispositivo eletronico de acordo com a reivindicagdo 17,
caracterizado pelo fato de que

citada linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica possui
uma estrutura que transmite o sinal de onda milimétrica enquanto confina o
sinal de onda milimétrica na linha de transmisséo.

19. Dispositivo eletrénico caracterizado pelo fato de
compreender:

secdo de geragdo de sinal em um lado de transmissdo
configurada para gerar um sinal de onda milimétrica a partir de um sinal
objeto de transmisséo a ser enviado a um dispositivo eletrdnico como objeto
de montagem e uma se¢do de acoplamento de linha de transmiss&o no lado de
transmissdo configurada para acoplar o sinal de onda milimétrica gerado pela
citada se¢@o de geragdo de sinal a uma linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica capaz de transmitir o sinal de onda milimétrica; e/ou

secdo de acoplamento de linha de transmissdo em um lado de
recepgdo configurada para receber um sinal de onda milimétrica do citado
dispositivo eletrdnico como um objeto de montagem, a seg¢do de acoplamento
de linha de transmissdo no lado de recepgéo sendo acoplada a citada linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica, e uma se¢fo de geraco de sinal no

lado de recepgéo configurada para gerar citado sinal objeto de transmissdo a
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partir do sinal de onda milimétrica, a partir da citada se¢fio de acoplamento de
linha de transmiss&o.

20. Dispositivo eletronico de acordo com a reivindicagdo 19,
caracterizado pelo fato de que

a forma de um invélucro do citado primeiro dispositivo
eletronico esta de acordo com padrdes industriais,

uma secdo de defini¢do de posi¢do de um lado do citado
dispositivo eletrénico como objeto de montagem, a se¢io de definicio de
posicdo correspondendo a uma se¢do de defini¢do de posi¢do de uma estrutura
de montagem, é disposta de acordo com citados padrdes industriais, e

citadas se¢bes de acoplamento de linha de transmissdo sdo
formadas de modo a acoplar o sinal de onda milimétrica a citada linha de
transmiss@o de sinal de onda milimétrica nas citadas se¢des de defini¢do de
posi¢do quando citado dispositivo eletrénico como objeto de montagem é

montado na estrutura de montagem.



1/20

FIG.1

4A

r.____________________________[‘_“_____
Estrutura de ranhuras

(seoneubewoujald sepuo) oipey
4 MJ y
o8] ogssjiusues ap [o3) o0 oegssiwsuel} ap
m2 eyui op ojusuiejdose op oedeg S mi eyuj| ap ojuawejdooe ap oedag
w SW w w
~N oedeoydwe| ][ oedeoyidwe] « ° ~ [ oededyndwe|RX[ oedesyndwe| <«
) I ap oedag|™ ap ogdeg "N ;] =7 ap ogdoag | ap ogdag[ |
[ ] . k] % . (a)
..ﬂ h J v ER ) hs ¥ m_/._
o S
M r‘m\( eiougnbayy ap ogs | ™ erougnboay} ap ogs .\,n_kla_ 3 ...m. r..m\( erougnbal) ap ops| N | eiougnbayy op ogs .\,B oy
S = — -19AUO% 3p oBdag n.U. -19AU0D 3p 0g50g| v 8= - o~ ~l19AUO 3p oedeg m -I9AUOD 9p oedag o m
N~ ©
3|5 N HEE R N =
-— L ]
i %r«lu\r oede|npowt| , ogdempowsap .\:% .M “ M ﬁ\( OW&N_S_UOE . oeSenpowap ,\;% mo
| B ap oedeg ap ogdag| Y T5 S~ ap oedog epogdes! | *
~O ap ~ e 25 o) N
S — [ a UG % i &
. i ~ > o N[
- feuos-ojafesed | ojs(esed-jensas ogs| ~ ¢ s H? |euas-ojaiesed oje|esed-|elies qﬂ
- - . M
~ @ul oBSIsAuOD ap oedeg B -18AU0D 9p ogdag — M .m ~ mlu. ~ 0BSIDAUOD 3p oedag B OBSI3AUO0D ap opdag ~
ol 8 [} — v s glolg ) ~
= am ogdexs|dninu] - - CEIESOI] o T8N . OESEX] . . CEIESHAWS | o
ﬁ £ sp ojuaues m -wis 8p ojuswies | =* ﬁ m —~] -eldBnw ep ousw |O ap ojuawes |~
@ ~59501d 9p o059 | v -saooid ap ogdeg| .m - ®© | -essevoud ap ogdeg ﬂ -saooud ap opdag | ~
o ; M < - o. ?

Z + | N |5 g
<2 e euowsuw | |© i I = =
S| S7] ep oeues op sjonuod ap ogdes | | G N < Il= Q7 BMowsw op sjou0d 8p oedag 8
1o [ g Y o ]

e o_|Nol Y8 §

c >~ [=

3 ] S g lon = £

SN &8l U |58~ (usely eLIoWBW) 8

m = og3eaijde ap jeuolouny oedag Ss Mn\ &£ BLIOWSW 8p [euoIduUN) OB58g °

g H

© a — o b

o 5 Qlo o

T O {5 S




Amplitude

2/20

FIG.2A

S TX S RX

A

5 : Fregiiéncia
F TX F_RX

Sistema de transmissao

FIG.2B

Sistema de recepg¢éo

Amplitud
S.1 S22 S_N
R W
: N : Freqiiéncia
FLF2 N 113 108
114 1., 115 1.,  116_1-, 117 1., 3 ,
Secao de conversdo Segéo de Segio de conver- Se_gﬁo de am- -
paralelo-serial modulagio | ]séo de frequéncia  [~|plificagéo S 1 % 0
B -
114_2_) 115 2,  116_2_, 117_2, - 58| o
Secio de conversio Secéo de Segéo de converséo Segdo de wo|S|S 2 r —
paralelo-serial >modulagdo [ de freqiiéncia > amplificagio 28 o> oy g %
) ' v ' S"Z g g g [ -9
: : : ' Py 2| |
114 N 115 NG 116 N 117 NG eE| (8s| 1R
Segéo de conversao| .| Secao de Segdo de conversio | | Segdo de S E '?;n = )
paralelo-serial modulagio de freqiiéncia amplificagdo S N 3 .g (7] 8 g
228 208 |3
227 1o 226 1. 225 1. 224 1. ¥ A E:
Segéo de conver- | _ | Secdo de Segio de conver- Segdo de 5 (]
séo serial-paralelo demodulagad | sdo de freqiiéncia amplificagéo S1|E ° g
~-“|1® o 8w o
Secdo de conversido Secso de de- Segio de conversio Segdo de 8 g S 5 E o
serial-paralelo <] modulagso de freqiiéncia amplificagéo g =led o g e T
5_2 o3 S5 Ny
: : : : e gl [fe] &
N ) N ' v — [:)
207 NS 26 NL, 225 N{ 224 N, i (95| |85
Segio de conver- Segdo de Segido de conver- Secio d 92 s S
sio serial-paralelo [<]demodulagio [ sio de freqiiéncia [ a;‘flic;ic:;éo SN 3 o 03:; e
-t
_ FIG.2C
Amplitude
S.1 S22 SN S1 S2 S_N
T ! T 0 : ! T ¢ T ! T !
: N [ : f [ I . | Freqiiéncia
F1 F2 FN F1 F2 FN,
Y Y

Sistema de transmissao

Sistema de recepg¢ao



3/20

FIG.3

7 © ~
- S| o
=W (ysey erowswl)| | 5| ©
& m_ eliowawl ap euojoun) oedeg| | = em\
pogy T @ e El =
o™ & [*] pa
NIl El N
2 m) eLioWsL 8p 9jonu0d 3p oedeg| | £
N | -
g
__M q
o 0D11)9]8 JBUIS 9P OBSISAUOD 3p 8lied ©
~ )
fm——————
L |
i l
I o “
{ o
N Ea LN !
< 125 o !
i 2 E !
= = {
b g
) !
U
e —
N ©
5 Jeuls ap oepSeiab ap sued 8
— =
8
@ =
o ellowaW ap ©
go~ oeMED 8p 9jo)ju0D ap oeda El <
£ Bl p ejon p ogdeg .m M
pugly I o| —
o™ £
— 1 3un .W )\y\
L= o
-] 0 i
£ w oejesjide ap |euoiouny oedag 2l 28
Q. i
& @
=]




4/20

203 298z

:“\ § - %\,202
2012‘; Ow'

N
290}~ .
203
202’\. ”;%\
290J I _,_____lJ }
N
298Z;
FIG.4B

%

Pino conector ¢~

 —
—
1804~
1904~
180 Z 7 -
N= : j IS
199 E "_Li—ngz
199 ', )4 —
163 ~102
FIG.4C g § :

1012(42)—> || B mmar—————-5y i




520

FIG.5

(seonoubewou)aje sepuo) oipey

0 opssiuisuel} op
-~
w eyuij ap ojuswejdooe ap oedeg
w w *
o)
™~ ogSeopnduwe | ogdeoyiidwe| <
<y ap oedeg | ™ ep ogdeg [~ N
o .
— ) - v
il BT S N
<t | - — eioudnbaly ap oesioa 1ougnbal) 8p OBSIAA | . ~
m M — -uo2 op ogdag S -uos ap ogheg|
1K ) o Y
Si8un . . ©
Al I~ Bul N ogSenpow | * ogdenp|, 5
5o -
* 1O ap oBJIag Owap 9p ord3g| —
WG ™~
& } — v
v
TN jeuss-ojsjesed ojofeied-jeies SW_
o), |ogsieauoo op oedag | 7 loesianuos ap ogdeg |
~Nlo i
ofo ) o v
© ogdex| .- .4
f < B).m.a_“_:E ap ojustues 4n|.u_ 5ealyjduwis ap ojuaw ..)m
% — -sa004d ap ogdeg |y -esseooud ap oedeg|
.
L e - L —_—_—__]
(<]
L
) c
i Y} enouwawi ©
M o m2 op OBlED 3P B[OJJUOD ap oedeg o
—15 o
s o
c =
3 N =
= o oedesijde ap [euojouny oedag 3
[ Pt ]
€ c
I R
Q. o

{placa)
101B(102)~

I {sinal de alta velocidade de alta capacidade

9(9B) ~

- 203(204+207)

y
0 oessiwsueI} ap eyulj
m\( ap ojuswe|dooe ap oedag
w w h\.
o o
o .| ogdeayndwe|~ ogdeaydwe| <
& ~ ap oedag|™ ap oedag| ~
E t <
= 10N
£ — ‘O _|erougnbayy ap ogs|cN | e1ougnbal) ap oes| LN
2 .m =] -4eauoo ap oedag & | ~eauoa ep oedes H
gl |2 1 a v
S S o | oedejnpow | { [ oe3emnpowsp| ©
5 o ap oedag op oedeg [T
=% ug ™~
0 s ) = v
[
E| | 8¥,| teues-omsreiedoes| o eied-jepies ogs LN
m ~ nﬂvuz -1@Auo09d ap oedag B -19AUOS ap oe5ag| o~y
sl 1 ~ v
s (53 OBJEX] . . oBd
- ﬁ t B) -s|dninuw ep oew | | -eoyiduns op ojusw SB
- % o -essoo0.d ap oedag ol -essoooud ap oedesg| o~
e °
~ (@
N Z o
ot M.u <3 mP eLIQWaW ap 9]04ju0d ap oedag
=Ny e
o
SR
U E 1n ysey} elrowawu)
£ mé elLiowaW ap [euoldunj) oedeg
«
0.

Cartao de meméria (placa)




6/20

FIG.6

e LT

(seongubewona|e sepuo) olpey

ac__

Estrutura de ranhuras

- OESSIWUSUET op
% 0002 eyuij a2p ojuawejdooe ap oedag
v v w S\*
oedeoyiidwie |R[ oedeoydwe
U\( N ™~ s ,\IM
_\,nf,) - ap oedoag |+ ap oedag |
S I % !
,m_T. 6). ejougnbayy op cps{— eougnbayy op ogs = N
n1U.. |H__ ~18ALOD 8P 0Bdag S -I18AUOD 3p opdsg ...M_
«Q
=] £ S S
mw o oedejnpow | « oedepowsap | WO
o B op oedag ap oedeg [T
o ~
i p - ]
mM ~ feias-oojesed ojejesed-jeios] ﬂ
~ Oy— | 0BsiaAu0d ap oedeg o_oJ 0psIaAu0d ap oedag —
i
o| 3 [} — 13
- @ oESeX] ..
ﬁ ,ﬂQlu\( -e|diiniu ep ojusw | | opseoyyduys ap ojusw ()ao}o.m
©_; | -essosoud op og5eg [*|  -essocoid op opSes|
o 2 d.*

L —————— ¥ —_—__—_—__—_—____—__—_F-—_—_———= m
@ =
0 elIows ap ©

M © O™ oelled ap ajo04juod ap oedag ©
C K-

—~| 8 9
yeg s
2un =

e o~ oeSesyde ap jeuolouny oedog 3

— =3

T 7]

o o

[
I

{placa)
101C(102)~

! « « sinal de alta velocidade de alta capacidade

o{35

. o transmitido por ondas milimétricas

_201C(202)

+203(204+207)

N [ y
oo_ | oessiwsuel; ap
8\/\
ax eyui| ap ojuswe|dose ap oesag
oNoN s w
~ oedeoydwe|X[ oeJeonidwe] o
~ ap oedag | ap oedeg SH
L]
p <+ v
o~
_—N ejougnbayy ap ogs| N | erouanbauy ap oes Sw/_.,
m ~ | ~@Auod ap oedeg & | eAuod ep oedes|
o o~
PR S p—
.% wn oedenpow| ;| oedenpowsap| ©
o™ ap oedog ap oedag [N
g M~
o £ — y
S o N
O .| leuss-ojsjesed oes ojojesed-jeltos -~
oy ~18AU03 9p 0B53§ | vy | OEsIBAUGD op OBdaS| Wy
Nl o ==
ﬁ m B), -ninw ap &:mEmm =) ~eayiiduns ap ojuew SB
S ~J -88904d ap oedeg m -essadsosd ap oedas|
P L]
2
<+ -
Y mmé BLIOWAW 9p 3]0J3U0D 3p oedag
| 8
ﬁ o
c
S
=0 (ysey errowaw)
mmé elowaW ap |euoisuny oedag
©
o

Cartdo de meméria (placa)




7/20

FIG.7

————————————— e L

e e e e e e e et —— — — i — — — — — ————————————— b v ——— — ———— i 1 o o o o e g

ogssiwsuel) ap eyul| ap ojuswejdose ap oedag

aD__

Estrutura de ranhuras

< ~~
© OESSIWSUE]] op me 0 oessjwisuel} ap
S™1 eyuy sp ojuswejdode ap ogdeg o~ Ne eyujj ap ojuswejdode ap oedag
O
ug
O
<o
~ oeseoyd = oedeoyid S«M 8 ._U). oedesyldwe |~y ogSeoyldwe S.M
ey -wie ap ogdag|™ -wre ap ogdog T N g s ~ ap oedeg|™ ap oedag| oy |/
o - = . o
— A < ¥ ® O [ < V ~
+ o~ g = N +
O | enugnbayepoes| Ln TP (o] o~ elougnbaly ap ops| LN
< | = .d euanbayep oes ~ . Py — ejouanbay ap oes 1oUQN = <
S S - “19AGS 9p 039S | 13 1oAu0d p ogdag O\ .m .m S = -10AUOD 8p Og3eg| ;|  ~JeAUOD op OBSeS n 2
o —i T 9 ™~ o
ol @ . s ® . o
= | T | ogdejnpow| * opSenpowsp S% 23 S i oedejnpow| ; [ oedenpowap S% o
. ~w = sp oe5ag apogdag [ m S o~ op oedag ap oedag|” |
& f = { g3l |'S f = I
i ] N
) H) fepes-ojajeled ops ojpjesed-jess ogs SW_ 228 o Y. reues-ojojered ogs ojajesed-jenss|
e -18AU02 ap opdeg| > -18Au03 ap oebag m =) =) -19AU0D ap oghag %, | oesianuod ap oedag
N O — B — ‘B E N ~N B
0 (Y]
o|T B — v wdlo|o [} ~ v
| @ owdex| - - OE583] o S5 |N| @ pyres [ oeSeonnduis
~/ =N -ajdpnut ap oW m -yiduwis ap ojuau L~ ~y o+ W .ﬂlw — -s|dp|nw ep ojuaw .ﬂl_v ap ojuawes|~
C -ess3904d ap ogdag -essesoud ep ogdag| — B . [ ¥ -essago.d ap ogdag -saooud ap ogdag
o b LS. o al
L - = . — —— _|
7 : ~ T
7] © 7} &
5 eowawiep| |5 Q3w e
nAU. ST oBlIed ap 9j01uU0d 8p ogdeg m N = S 8™ euowsw ap sjosuoo ap ogdeg 8
—] O — oN| © ‘©
‘S O wl~— e £
b TISRE :
3 = =
=i == S (ysey euowaw) °
o o~ oedeojde ap jeuoidun} oedeg 22T 1§ ° O eLIOWAW 3P [BUOIZUN} OB30S o
t— g olO to je
S 2ol & £
oS 2 S




8/20

FIG.8

Y oL SN
Estrutura de ranhura

- =
oo_ oo_) opssjwsues
ot o ap eyuy] op cjuawmidooe ap oedeg
— i w wy *
™~ ogdeoydure -...M_ oedeoydwe .\,M
< = ap ogdag |™ ap oedeg|
o .
i ) = y
< | O] eougnbaiyapogs | —| edugnbes; op oes L
m ® — -18AUO3 8p OBSeg o1 -desuodsp oedagl
| .E ~ T
Ml w |u|e| -
nﬂ.u oL ogdeihpowt | | ogdenpowep | ©
. .M = op oedeg ap ogdeg [~
'3 f = ¥
53
ﬂ - |euias-ojejeled oes . | oisjesed-jeuias ops x.n_U
O i -18AUOD 3 08385 | - | -s8AUOD 9p OBSES | o
N~ — -
old -
— ..
2 =
N} S
a H
L - _]
o
m -w
<+ | rOO). eowaw ,m
=y - ap oeled ap d[oNU0d ap oedsg £
| E =
i i ! 2
g 3
£ N s
3 o~ oegdesjde sp [euoiounj oedeg| | 2
i
s &
o a

(seonsubewol)s|d sepuo) oipey

(placa)

9_1—

» 4 todos os sinais exceto para fonte de alimentagéo

101E(102)~

!

ogssjwsues

ap eyuy} ap ojuswejdoae ap opdag

w

2]

2

2

¢

2

N_ 1m =
o | ..o
o o
~N N
N~
“ =t
2 o
z
B3
E ©
= —T
£ oo
@ £
m
.m o LN
o - i
5 o™
Q. :rdwo
£ | g
2 b
£ IN
i IS8
E Vo
= 1ye
- ©
- o
7N
o~
PN —
N —
wieiT N
SNt s
= I E:
~ mS
4 0 ©
£ N
g
[+

eLIowWawW ap 9|0J3U0D 9P opSeg

!

|

2

(yse enowau)

elIOWaW 9p [euolauny ogdag

- 203(204+207)

oedeoydwe n_U oedeoyidwe | <
ap oedag | ap oedag [~ QY
= = o~
-
p <+ )

S N
ejouanbayy ep oes e ejougnbayy ap oes L~
-19Au02 8p ogdeg | S| -4eAuod op oedeg|

) N )
i
oedenpouwi| « oedempow| WO
ap oedog -ap op ogdag H
N~
N W
lelas-cjsjesed ogs ojajeled-|elas oes S_/
-19AU09 8p opdag A... -I19AU0D 9p oedag n

—

o~

o

i

o

*

Cartiio de meméria (placa)




9/20

FIG.9A

(202) RX_201_1 TX_201_2
\/\
N
A
FIG.9B
201
(20\2/)\\\\ RX7201 TX_(ZOl
AN NN
Y S A
Lo )////////////////// /// o

TX_101 RX_101



10/20

FIG.10

(seonoubewoueje sepuo) olpey

(seongsubewoujaje sepuo) oipey

|
|
|
y ! v
“ 0 ogssjwsues
w_ | m ™1 ap eyuij ap ojuswe|dode ap oedag
£
S _ W n
Q ~
T || I~ o
£ .m [ m ~ ogdeoyndwe |~ oedeoyydwe | T
.Mm _ + - op ogdog | op ogdag |70
S f : ¥
sE i = S
SN
.m |l s r,.nlu.\( elouanbayy op ogs | ™ | erouanbay sp ogs ,\;B
w.. "m | m —i -12AU02 3p ogdag| -~ -leauod sp ogdsg [
e [173)® ~
& 5 1 *1e * i ¢
2 “ A_W a0 ogSenpow | « | OEdEINpowsp| o
i L~
g2 || |85 spostes| op ordes "N
£%
mm “m ﬁ ~m @ ...“.. $
22 112 | @ H). [eyias-oje|esed ogs ojojesed-epes ogs| IS
m my “m 8 -10Au0d 8p oedeg| 7. | -ieaucd ep ogles u
2 |18 |o ) -
e [ig | Cm OESEXeanIn] - - o
_INI 13 m —r ap ojuswes| | -wis ap ojusules ~
I3 | @ | -seo0:d ep ogdag|T | -sesaid epogdes|
< ﬁ...;. a .
™~ w
- L
< —
7]
o egowaw ap | | ..
A~ ol B -~} <
S| ES OBMED 9P 8j0JJU0D 3p oBSag S
e 2
o ©
ﬁ P 3 an
Eun 3
237 og3eajide ap Jeuoouny ogdes | | G
i
& @
a a

co (placa)

101F(102)~

9(9A) ~

* 4 todos os sinais exceto para fonte de alimentacgéio

transmitidos por ondas milimétricas

.

_201F(202)

Cartdo de meméria

%2 oessiwsues} sp eyuj|
~ ap ojuswejdooe ap oedag
w S+
-~ [ oedeoydwe X[ oedeoyidwe] «
— L~
< o~ ap oedag [W ap oedag H
L
< 1 < y
+ r.ID.), e1sugnbayy ep ogs |TN | Blougnbaly ap oes ,\;E
M o~ | -19Au09 ap ordag S -13Au09 ap oedag ~
N|® ~
=] £ ! N Y
< asv 0 ogdenpow| ogdenpowap .\,%
o~ ap oedeg op ogdag [ ~
N~
nw a i &
I S leuss-ojajesed ops olajesed-jelias oes .\,y
~ mlvu ~ | “eaucosp ogdag [ 2 | -1eauoo ap oedeg ~
i
SE 1 ~ v
opdexaidnjnw | - - ]
ﬁ m B), op ojudwes w -ws ap ojuswes 5%
@ O\ | -seo0.d ap ogbag [y -sao0ud ap ogdeg | ~y
o .
0
-
=0 eLIowaw
< ao\( Lab
ol 5& ap ajonuod ap oelog
IS
e
2
oD (yse)} etowau)
= m\( ElIOWSW 8P [euoiduny oedag
s | @
[}
Hlu Q.

)

le-
ancia

a0 e!

tromagnética, recepgao de onda radio ou resson:

Segédo de recepgdo de poténcia (indug

278"

Fonte de alimentagdo |




11720

FIG.11

174~ Segédo de fornecimento de poténcia (indugéo eletromag-

olpeu Jod ojuawejdosy

(seonoubewosys]d sepuc) oipey

nética, recep¢io de onda radio ou ressonancia)

1G
M\

4G

|

|
|
I
|
t :
! = y )
I - opssiwsues} ap
“ 8~ % ™ eyulj ap ojuawejdooe ap oedag
I~ S w w
o= *
[ 1 ~
| 0] cwsouidueIcd opseoyndwe |
_ = — ap 0pJ9g . apogdeg| o
= I
| 1w r.IOT( eisugnbay ep ops | e1sugnbayj ap oes 5%
“ . .m. T | ~eAuca ap ogdag m -ioAu0a ap ogdeg |7 Y
| m @ + b &
[ | Cun oedejnpouu | « ogdempowsap| O
12l @ =~ ‘opoeseg|D sag [N
_m/.ﬁl p oE mﬂ Spoedss|
12 |8 ) . v
|
| £ QM..)_mtwm.o_m.m_mn ogs ..A.n ojsjesed-eusas ogs | I
1 & m — -19AU0D 8p opdeg || -19A100 ap opdag u
| @ i -
ERL- & =
=}
| ..m & 1%
W T T T T o —————__.
m \
i, 6). BlLIowsW L
S ES ep oeueD ap ajonuos op oedag | | .5
o =]
-] 0 7 3
Y g °
S wn .m I
o o~ oedesjde ap jeuoiouny oedag 2o
£ o3
© w.:\
o 58

9 N—"1

9.1

| « Jtodos os sinais exceto para fonte de alimentacao
« » transmitidos por ondas milimétricas

~201G(202) |

Cartao de meméria

|
|
|
|
]
- = (] y K]
| | oessilusues; ap eyuy I
K- ®7 ap ojuawejdooe ap oesag "
N N > > & _ )
i~
—| N N % d _ W .m
-y ogdeoydwe |N|  ogdesyiidwe | < | (29
S| o op oedag | epoedeg ["N| (|33
oN » - o~ | ,rﬂw_ W
+ a— <t e 1|20
I O n | 2o
2| '®O_ | edusnbayy ep oes| ™| epaugnbey epoes | L] S8
o~ m m ~13Au09 ap ogdeg| =5 | -1aAu09 ap opdes T.n _ .m m
o) o @ £
S8 Lo 4 1
]| o oedenpow < ogdejnpowap [ of | 8%
i op ogdes | op ogdeg [N | I o1g
£ o 13
O % . @ " 9 S
Ot | jeuoss-ojojesed ogs| <t o N~ @
L 19jesed-jejios ogs | _ o
W “ MH_. -19AUOD ap ogdag n -19AU0D Bp 0gHag n m m “m
O .- b1
£ = g8
& 5 i
. " f
||||||||||||||||||||||||||||| - .“ [vo]
s &~
Kd 8 o~
o c
s O £
<= O BLIOWSW 3p 3joju0d 8p okdag E
ole N =
N E )
UE 5
Q
2
3 un (yseyy enowaw) 5
g m 71 euowsw op jeuoiouny oedeg w
ko) o
a |00

101G(102)~




12/20

203 234 236 298A
FIG.12A iy

201A—~ %\/20 p)
Terminais substituidos por trans-
missdo de onda milimétrica  _| F=
(para alta velocidade e alta - =
capacidade) ==
s
Terminais remanescentes | [
(para baixa velocidade, baixa
capacidade e fonte de SN
alimentagéo) 290—— \ '
E 29 3 232 208 E
202~ ?:....__;
290 A4 % — Y oy 1
TORUIRY

232 234236 298A

’ 193 1:}’:4 1%8A 9€9A)
FIG.12B 21 1o

101A(4A)—>

 I—
Pinos de conector substituidos E
por transmissao de onda o e
milimétrica (para alta velof\%*gzz -142
cidade e alta capacidade) ] L4 136
Pinos conectores remanescentes E:: 144
(para l_)aixa velocidade, l?aixa “‘g _i
capacidade e fonte de alimentacgao) — 1 0 2
18021~
190~ \
b 132 108
E Pino ccl)nector 19‘8A '
180 Z 7 —3-190
N=
1991 E 144 =192
191 " =z
¢ ~ ~ N~
103 (134 ) 132 102
132 136
FIG.12C 2014
] 1 ¢«
101A(4A)—~ || =z A\\;;l




13/20

203 234 236 298B
FIG.13A —p==e™

201B—~ \3202
Terminais substituidos por trans-
misséo de onda milimétrica _/:'\':'
(para alta velocidade e alta i__
capacidade) ;:
Terminais remanescentes | &
(para baixa velocidade, baixa
capacidade e fonte de N
alimentagéo) 290~ \ |
i 03232 208 §
202”\—% i
T 1 ) L I
232 234 236 98B

193 1?4 19,88 9€9l3)

101B(4B)—> [ __
Pinos de conector substituidos —
por transmissdo de onda 7 C=
milimétrica (para alta velo- *\%,E =
cidade e alta capacidade) % [t 136
Pinos conectores remanescentes 9 EEE ?( 144)
(para baixa velocidade, baixa |
capacidade e fonte de alimentagio) ] 102
180-k4~
190~ \ ]
Pino conector 132 1081 98B
180 - —=2 =-190

/
199 1 == V144 192

191 e e
103 /134 ) ~—102
132 136
201B
FIGI13C |f/
101B(4B)—~ || [ —— = 1

]
=5, TR
| - w |




14/20

20§_2
FIG.14A 203 ’23/2_2 234_2 2;6_2
. o N S/
N X
201E_1—> | %}\.&V§ \%\4202
Terminais substituidos por trans- | [~ \% i‘ S .\
missao de onda milimétrica ~f§: / \\‘\\\\
(para alta velocidade e alta - %Q\ \ 298E_1
capacidade) - \ %QL\}\\ \\
Terminais remanescentes %\“ N\ \\
. - . A\ \\\
(para baixa velocidade, baixa V
capacidade e fonte de i Py
alimentagio) 290 ! ( \ —
: \232_1 234_1 236,,1)
o203 208_1
.\ - I - |
290t s -
Tl R .
232 234 236 298E_1
108_2
, K= L (9A_2)
F I G 1 4 B 10\3 13|2__2 13‘4__2 13'6__2 9.2
- \ ]/
101E_1(4E_1)~~ / —
Pinos de conector substituidos — 142 2
por transmissao de onda BN | — -
milimétrica (para alta velo- L-E ] /]
cidade e alta capacidade) % (—— 198E_1
Pinos bconectores ;edmanescentes LI:':: -144
‘ locidade, bai . —
e pacidade o fonte de alimentago) éz 1421
| —
1804~ -102
190~ ,/ ,/ \ \
; \132_1 134_1 136_11 9.1 :
 py 108_1 (OA_1):
Pino co'nector 1UO_ 1981E_1
180 7 7 —3-190
N=
199 w—E 144 “~—192
191 = —
c ST (=N
103 (134 ) 142 102
FIG.14C S 20181
[ ] l [J
101E_1(4E_1)— =  — — mn.__—}




15/20

F I G 1 5 A 293 2%4 236 29,8E_2a,2b
1
- AR
201E_2—> —— 1202
Terminais substituidos por trans- \ &\\\\%
missdo de onda milimétrica  _| FS \W‘/ ) y\ﬁ \
(para alta velocidade e alta Ef ////l.\\‘-\\
capacidade) e ///‘s \\\\
Terminais remanescentes | F \\ \
(para baixa velocidade, baixa |
capacidade e fonte de RN ] \
alimentagéo) 2904~ 232 208
234_2 :
P 231 23\2_2) 36_2 _ 298E_2b:
202\“‘-‘1— ‘\ ’ .1 ¢ ¢ - . Y Semrh ‘!
203 232_1 236_1 298E_2a
234_1
F I G 1 5 B 193 1:1’:4 19‘8E__Za,2b
- L /
101E_2(4E_2)—
—]
Pinos de conector substituidos / | — - 9(9A)
por transmissdo de onda——. —
milimétrica (para alta velo- \%"g:: -142
cidade e alta capacidade) 27 L— -136
Pinos conectores remanescentes / E:: -144
(para baixa velocidade, baixa “é 4:‘“:“
capacidade e fonte de alimentagio)
— 102
1804~
190}~ 132 108
‘ 1342 :
103_2 132_2 ) 136_2 :
191 b N : —J/‘/ _ ;_/-102_2
i 199 ~F 108 5 225 TogE 25 1
Pino conector Eg/l—h [0A"1-< >—_108E 2a ,e\l,;gz
191—=x % S —~-102_1
180 103_1 /134 10
1321 136_1
M | l m/—'N ml 1 l/—/
101E_2(4E_2)—> || ;M%__J




16/20

2(/)3 23:4 236 2918J

FIG.16A

W ] N
201)—~ N -202
Terminais substituidos por trans- =
missdo de onda milimétrica -/§:
(para alta velocidade e alta [~
capacidade) ‘:
Terminais remanescentes
(para baixa velocidade, "k
baixa capacidade e N
fonte de ~— | \
alimentagio) - :
i ZQ 3 232 208
202~
_/:ﬁ : kY - 1 - J
| E——
232 234236 298]
FIG.16B 9(9]) 198) 144 136 134
- N VN |
1013(40)—~ ]
Pinos de conector substituidos [/ —
por transmissdo de onda I—
milimétrica (para alta velo- %"E::
cidade e alta capacidade) % L 103
Pinos conectores remanescentes E::
(para baixa velocidade, l?aixa “‘g i
capacidade e fonte de alimentagdo) — 102
180-k4~
190~A [ /
: ! Pino conector 143 10?98] 132
180 —\ +»1 90
199‘/\_ 194 1144 k\—192
1912
-
e / 1349 103
19 _2 136 13
FIG.16C 200
[ ] | %_/
101J(4))— || Bt =aer e ——
r| I - . E/ . /m:‘l




17/20

FIG.17A FIG.178B
101K
201K (4K)
Pino conector
ﬁ Terminal ———
298K— 190
/\,Vem de 203
234 -
_Diregé?de
237 marioe =
‘ <\ 190 ‘\\
290 298K298K 290
//// / 77 134-
zoz s 7
Vemde 103 198K
102 2222277 T
190 -f*
FIG.17C 190-—W\'\ \
/ 136 198K
136 198K
V (L L L ) L Ll L L
101K
201K
SOSOEN N NS N NN

\ )
236 298K



18/20

293 234 236 2918L
\ |

FIG.18A

\J

201L—
Terminais substituidos por trans-

missédo de onda milimétrica - /§;
(para alta velocidade e alta -
capacidade) ;:

Terminais remanescentes
(para baixa velocidade,
baixa capacidade e

-202

fonte de alimentagio) 290~ \‘ \,
: 293 232 208
202~\r——= = -
290/7?‘ Epae———— ]
=) O
232 234236 9o8L
F I G 1 8 B 193 11’%4 1‘.?8L 9(9L)
: A W
7
101L(4L)—> —
Pinos de conector substituidos —]
por transmisséo de onda — )
milimétrica (para alta velo’-*\%i{:: - cavidade
cidade e alta capacidade) E;; -4-136
Lo e o]
Pinos conectores remanescentes __| g o -144
(para baixa velocidade, baixa ]
capacidade e fonte de alimentagéo) — -102
180-K4~
1904~ N
. 132 108
: Pino conector 198L :
180 -F —2 7 =-190
199 1= 144 =192
191-7¢ v w.aw
103 (/134 ) cavidade 102
132 136
FIG.18C 201t
. 1
101L(4L)—> || 1 =




19/20

FIG.19A
2018 o 203 234 236 298L
201H—> [
202
Y
T
N
oy
N \ )
232 208
FIG.19B
N T 190
\
101b
144
142
101a
—Ig 144 142
I\N////"JI\V
I S P
\ \ \
130 136 102
ok FIG.19C
oA 101a 201H
J | 2?0 2%6 Y
e = |
> STy 2 —
\ \ .
130 136 102



20/20

FIG.20A

201 K—> / v /4 v/ —/ - —

201a~—~ _
agp

Secio de visualiza-
¢do (cristal liquido | (I
ou EL organico) 1

FIG.208B
101K " 190

R )

{ S
5K 101a 101b

— 101c

1 3 1a
144 142 1%0
Rty )
s ; -

\' \1 \|

" 130 136 102

FIG.20C

101k 201a
\\1 101a L Segéo de visualizagéo (cristal liquido
ITHRN ou EL orgénico)
| -—;[_-230 236 202
( ﬂ 5K

| Tl
E N — -
\ \ \

" 130 136 102



10

RESUMO

“SISTEMA DE TRANSMISSAO RADIO E DISPOSITIVO ELETRONICO”

Um sistema de transmissdo radio inclui: um primeiro
dispositivo eletronico; e um segundo dispositivo eletronico possuindo uma
estrutura de montagem montada com o primeiro dispositivo eletrénico, onde
uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica capaz de transmitir
informac¢do em uma faixa de onda milimétrica é formada entre o primeiro
dispositivo eletrénico e o segundo dispositivo eletrénico, quando o primeiro
dispositivo eletrdnico é montado na estrutura de montagem do segundo
dispositivo eletrdnico, e entre o primeiro dispositivo eletrénico e o segundo
dispositivo eletrénico, um sinal objeto de transmisséo é convertido em um

sinal de onda milimétrica e entfo o sinal de onda milimétrica ¢é transmitido via

linha de transmissio de sinal de onda milimétrica.
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